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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Halbleitereinrichtung 

(57) Ein Teiloxidfilm (31) mit darunter gebildeten Wannen- ^ nmos ^ pmos 

bereichen trennt Transistorbildungsbereiche in einer SOI- 
Schicht (3) voneinander. Ein p-Wannenbereich (11) fst un- 
terhalb eines Teiles des Teiloxidfilmes (31), der die 
NMOS-Transistoren voneinander trennt, gebildet, und ein 
n-Wannenbereich (12) ist unterhalb.eines Teiles des Teilo- 
xidfilmes (31), der die PMOS-Transistoren voneinander 
trennt, gebildet. Der p-Wannenbereich (11) und der 
n-Wannenbereich (12) sind in einer Beziehung Seite an 
Seite unterhalb eines Teiles des Teiloxidfilmes (31) gebil- 
: det, was eine Tennung zwischen dem NMOS-Transistor 
und dem PMOS-Transistor bereitstellt. Ein Korperbereich 
ist in Kontakt mit einem dazu benachbarten Wannenbe- 
reich (11). Eine Verbindungsschicht, die auf einem Zwi- 
schenschichtisolierfilm (4) gebildet ist, ist elektrisch ver- 
bunden mit dem Korperbereich uber einen Korperkon- 
takt, der in dem Zwischenschichtisolierfilm (4) vorgese- 
hen ist. Eine Halbleitereinrichtung mit einem SOI-Aufbau 
verringert einen Effe'kt des schwebenden Substrates. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Halblei- 
tereinrichtung mit einem SOI-Aufbau. 

Wie in Fig. 102 gezeigt ist, ist eine der Anmelderin be- 5 
kannte Halbleitereiririchtung mit einem SOI-Aufbau, der. 
aus einem Siliziumsubstrat 1, einem vergrabenen Oxidfilm 2 
und einer SOI-Schicht 3 (SOI = Silizium auf einem Isolator) 
gebildet ist, derart konstruiert, daB ein voller Oxidfilm 32 
vollstandig Transistorbildungsbereiche in der SOI-Schicht 3 10 
voneinander trennt. Beispielsweise ist ein einzelner NMOS- 
Transistor, der in einem NMOS-Tfansistorbildungsbereich 
gebildet ist, vollstandig von anderen Transistoren getrennt 
durch den vollen Oxidfilm 32. Bei der in Fig. 102 gezeigten 
Halbleiterspeichereinrichtung bedeckt ein Zwischenschicht- 15 
isolierfilm 4 die SOI-Schicht 3. 

Wie in Fig. 102 gezeigt ist, enthalt der NMOS-Transistor, 
der yon den anderen Transistoren durch den vollen Oxidfilm 
32 getrennt ist, einen Drainbereich 5, einen Sourcebereich 6 
und einen Kanalbildungsbereich 7, die in der SOI-Schicht 3 20 
gebildet sind, einen auf dem Kanalbildungsbereich 7 gebil- 
deten Gateoxidfilm 8 und eine auf dem Gateoxidfilm 8 ge- 
bildete Gateelektrode 9. Eine Verbindungsschicht 22, die 
auf dem Zwischenschichtisolierfilm 4 gebildet ist, ist elek-. 
trisch iiber einen Kontakt 21, der in dem Zwischenschicht- 25 
isolierfilm 4 gebildet ist, mit dem Drainbereich 5 oder dem 
Sourcebereich 6 verbunden. 

Sornit ist die der Anmelderin bekannte Halbleitereinrich- 
tung, die den SOI-Aufbau aufweist, bei dem Vorrichtungen 
(Transistoren) vollstandig voneinander in der SOI-Schicht 30 
getrennt sind, derart konstruiert, daB eine vollstandige Tren- 
nung zwischen PMOS- und NMOS-Transistoren derart vor- 
gesehen ist, daB im Prinzip ein Durchgreifen (latch up) ver- 
hindert wird. 

Daher ist die Herstellung einer Halbleitereiririchtung mit 35 
dem SOI-Aufbau und mit CMOS -Transistoren darin vorteil- 
haft, daB eine minimale Trennbreite, die durch die Mikrobe- 
arbeitungstechnik bestimmtist, verwendet werden kann, um 
die Flache eines Chips zu verringern. Eine solche Halblei- 
tereinrichtung mit dem SOI-Aufbau weist jedoch verschie- 40 
dene Nachteile auf, die von einem sogenannten Effekt des 
schwebenden Substrates resultieren, wie z. B. ein Knickef- 
fekt (kink-effekt), der durch Ladungstrager (Loch er fur ei- 
nen NMOS -Transistor) verursacht ist, die durch StoBionisa- 
tion erzeugt sind und in dem Kanalbildungsbereich gespei- 45 
chert sind, die Verschlechterung der Betriebsdurchbruchs- 
spannung und die Frequenzabhangigkeit der Verzogerungs- 
zeit aufgrund dem nicht stabilisierten elektrischen Potential 
des Kanalbildungsbereiches, 

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 50 
eine Halbleitereinrichtung mit einem SOI-Aufbau vorzuse- 
hen, die eine Verringerung des Effektes des schwebenden 
Substrates erreicht. 

Diese Aufgabe wird geldst durch die Halbleitereinrich- 
tung des Anspruches 1, 6 oder 23. 55 

Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspru- 
chen angegeben. 

Ein erster Aspekt der vorliegenden Erfindung ist auf eine 
. Halbleitereinrichtung mit einem SOI-Aufbau, der ein Halb- 
leitersubstrat, eine vergrabene Isolierschicht und eine SOI- 60 
Schicht aufweist, gerichtet GemaB der vorliegenden Erfin- . 
dung enthalt die Halbleitereinrichtung eine Mehrzahl von 
Einrichtungsbildungsbereichen, in denen vorbestimmte Ein- 
richtungen entsprechend gebildet werden sollen, wobei die 
Mehrzahl der Einrichtungsbildungsbereiche in der SOI- 65 
Schicht vorgesehen sind, zumindest einen Trennbereich, der 
in der SOI-Schicht vorgesehen ist, zum isolierenden Tren- 
nen der Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen von- 
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einander, und einen Korperbereich, der in der SOI-Schicht 
vorgesehen ist und der ein elektrisches Potential extern fi- 
xieren kann, wobei zumindest ein Teil des zumindest einen 
Trennbereiches einen Teiltrennbereich mit einem Teiliso- 
lierbereich, der in einem obefen Teil davon gebildet ist, und 
einen Halbleiterbereich, der in einem unterenTeil davon ge- 
bildet ist, aufweist, wobei der Halbleiterbereich als ein Teil 
der SOI-Schicht dient und in Kontakt mit zumindest einem 
von der Mehrzahl von Bildungsbereichen und dem Korper- 
bereich gebildet ist. 

Bevorzugt enthalten gemaB einem zweiten Aspekt der 
vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des er- 
sten Aspektes die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsberei- 
chen eine Mehrzahl von ersten Einrichtungsbildungsberei- 
chen fiir eine erste Einrichtung und eine Mehrzahl von zwei- 
ten Einrichtungsbildungsbereichen fiir eine zweite Einrich- 
tung, wobei der zumindest eine Trennbereich weiterhin ent- 
halt einen vollstandigen Trennbereich mit einem vollstandi- 
gen Isolierbereich, der sich durch die SOI-Schicht erstreckt, 
und wobei der Teiltrennbereich einen ersten und einen zwei- 
ten Teiltrennbereich enthalt. Die Mehrzahl von ersten Ein- 
richtungsbildungsbereichen sind voneinander getrennt 
durch den ersten Teiltrennbereich, die Mehrzahl von zwei- 
ten Einrichtungsbildungsbereichen sind voneinander ge- 
trennt durch den zweiten Teiltrennbereich und die Mehrzahl 
von ersten Einrichtungsbildungsbereichen und die Mehrzahl 
von zweiten Einrichtungsbildungsbereichen sind voneinan- 
der durch den vollstandigen Trennbereich getrennt. 

Bevorzugt enthalten gemaB dem dritten Aspekt der vor- 
liegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des ersten 
Aspektes die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen 
eine Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen fur eine 
erste S chaining und eine Mehrzahl von Einrichtungsbil- 
dungsbereichen fur eine zweite Schaltung. Die Mehrzahl 
von Einrichtungsbildungsbereichen fur die erste Schaltung 
sind voneinander getrennt durch einen kompletten Trennbe- 
reich, der sich durch die SOI-Schicht 3 erstreckt, und die 
Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen fur die zweite 
Schaltung sind voneinander getrennt durch den Teiltrennbe- 
reich. 

Bevorzugt enthalt gemaB einem vierten Aspekt der vor- 
liegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des dritten 
Aspektes die SOI-Schicht eine erste und eine zweite Teil- 
SOI-Schicht, wobei die erste Teil-SOI-Schicht eine gerin- 
gere Dicke aufweist als die zweite Teil-SOI-Schicht. Die 
Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen fiir die erste 
Schaltung sind in der ersten Teil-SOI-Schicht gebildet und 
die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen fiir die 
zweite Schaltung sind in der zweiten Teil-SOI-Schicht ge- 
bildet. 

Bevorzugt enthalten gemaB einem funften Aspekt der 
vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des er- 
sten Aspektes die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsberei- 
chen einen Einrichtungsbildungsbereich fur eine vorbe- 
stimmte Schaltung und einen Einrichtungsbildungsbereich 
fur eine andere Schaltung als die vorbestimmte Schaltung. 
Der Einrichtungsbildungsbereich fur die vorbestimmte 
Schaltung und der Einrichtungsbildungsbereich fiir die an- 
dere Schaltung als die vorbestimmte Schaltung sind vonein- 
ander getrennt durch einen vollstandigen Trennbereich, der 
sich durch die SOI-Schicht 3 erstreckt. 

Bevorzugt weist gemaB einem sechsten Aspekt der vor- 
liegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des ersten 
Aspektes eine Einrichtung, die in einem Einrichtungsbil- 
dungsbereich von der Mehrzahl von Einrichtungsbildungs- 
bereichen gebildet ist, der durch den Teiltrennbereich ge- 
trennt ist, einen aktiven Bereich auf, der bei einer Tiefe von 
einer Oberflache der SOI-Schicht gebildet ist, die flacher ist 
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als die Tiefe, bei der der Teiltrennbereich gebildet ist. 

Bevorzugt enthalt gemaB einem siebten Aspekt der vor- 
Liegenden Erfindung in der Halbleit.ereinricht.ung des ersten 
Aspektes der Halbleiterbereich einen Polysiliziumbereich. 

Bevorzugt. enthalt gemaB einem achten Aspekt der vorlie- 5 
genden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des ersten 
Aspektes der Teilisolierbereich einen Film mit geringer di- 
elektrischer Konstante, der eine dielektrische Konstante auf- 
weist, die kleiner ist als die der vergrabenen Isolierschicht 

Bevorzugt enthalt gemaB einem neunten Aspekt der vor- to 
liegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des ersten 
Aspektes der Teilisolierbereich einen Teilisolierfilm, der zu- 
mindest auf einer Seitenoberflache vorgesehen ist, und einen 
Film mit niedriger dielektrischer Konstante, der in anderen 
Bereichen vorgesehen ist und eine dielektrische Konstante 15 
aufweist, die kleiner ist als die des Teilisolierfilmes. 

Bevorzugt enthalt gemaB einem zehnten Aspekt der vor- 
liegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des ersten 
Aspektes der zumindest eine Trennbereich eine Mehrzahl 
von Trennbereichen, und zumindest einer der Mehrzahl von 20 
Trennbereichen weist eine vorbestimmte Breite auf und er- 
streckt sich im wesentlichen senkrecht zu einer Oberflache 
des Halbleitersubstrates. 

Ein elfter Aspekt der vorliegenden Erfindung ist auf eine 
Halbleitereinrichtung mit einem SOI-Aufbau, der ein Halb- 25 
leitersubstrat, eine vergrabene Isolierschicht und eine SOI- 
Schicht aufweist, gerichtet. GemaB der vorliegenden Erfin- 
dung enthalt die Halbleitervorrichtung eine Mehrzahl von 
Einrichtungsbildungsbereichen, in denen vorbestimmte Ein- 
richtungen entsprechend gebildet werden sollen, wobei die 30 
Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen in der SOI- 
Schicht vorgesehen sind, zumindest einen Trennbereich, der 
in der SOI-Schicht vorgesehen ist zum isolierenden Trennen 
der Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen voneinan- 
der, und einen Korperbereich, der extern ein elektrisches Pc- 35 
tential fixieren kann, wobei der Korperbereich in Kontakt 
mit einer von der oberen Oberflache und unteren Oberflache 
von zumindest einem der Mehrzahl von Einrichtungsbil- 
dungsbereichen gebildet ist. 

Bevorzugt ist gemaB einem zwolften Aspekt der vorlie- 40 
genden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des elften 
Aspektes der Korperbereich in einem. oberen Abschnitt der 
vergrabenen Isolierschicht gebildet und ist in Kontakt mit 
der unteren Oberflache des zumindest einen der Mehrzahl 
von Einrichtungsbildungsbereichen. 45 

Bevorzugt erstreckt sich gemaB einem dreizehnten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrich^ 
tung des elften Aspektes der Korperbereich durch die ver- 
grabene Isolierschicht und steht in Kontakt mit der Boden- 
oberflache des zumindest einen der Mehrzahl von Einrich- 50 
tungsbildungsbereichen. 

Bevorzugt ist gemaB einem vierzehnten Aspekt der vor- 
liegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des elften 
Aspektes der Korperbereich auf dem zumindest einem der 
Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen gebildet und 55 
steht in Kontakt mit der oberen Oberflache des zumindest ei- 
nen der Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen. 

Bevorzugt enthalt gemaB einem funf zehnten Aspekt der 
vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des er- 
sten Aspektes zumindest einen Teil des zumindest einen 60 
Trennbereiches weiter einen kombinierten Trennbereich, 
der einen Teiltrennbereich und einen vollstandigen Isolier- 
bereich, der sich durch die SOI-Schicht erstreckt, aufweist, 
wobei der Teiltrennbereich und der vollstandige Isolierbe- 
reich miteinander kontinuierlich ausgebildet sind. 65 

Bevorzugt weist gemaB einem sechzehnten Aspekt der 
vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des 
funf zehnten Aspektes der Teiltrennbereich eine flache und 



gleichmaBige obere Oberflache auf. 

Bevorzugt weist gemaB einem siebzehnten Aspekt der 
vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des 
funf zehnten Aspektes der Halbleiterbereich des kombinier- 
ten Trennbereiches eine Dicke auf, die nicht groB.er ist als 
die halbe Dicke der SOI-Schicht. 

Bevorzugt weist gemaB einem achtzehnten Aspekt der 
vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des 
funf zehnten Aspektes der vollstandige Isolierbereich des 
kombinierten Trennbereiches eine Breite auf, die nicht gro- 
Ber ist als die halbe Breite des kombinierten Trennbereiches. 

Bevorzugt enthalt gemaB einem neunzehnten Aspekt der 
vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des er- 
sten Aspektes der zumindest eine Trennbereich weiter einen 
vollstandigen Trennbereich mit einem vollstandigen Isolier- 
bereich, der sich durch die SOI-Schicht erstreckt. Die Mehr- 
zahl von Einrichtungsbildungsbereichen enthalt einen Ein- 
gabe/Ausgabe-NMOS-Transistorbildungsbereich und einen 
Eingabe/Ausgabe-PMOS-Transistorbildungsbereich, die 
zueinander benachbart angeordnet sind. Der vollstandige 
Trennbereich ist zumindest in der Nahe einer Grenze zwi- 
schen dem Eingabe/Ausgabe-NMOS-Transistorbildungsbe- 
reich und dem Eingabe/Ausgabe-PMOS-Transistorbil- 
dungsbereich gebildet. 

Bevorzugt enthalten gemaB einem zwanzigsten Aspekt 
der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des 
neunzehnten Aspektes die Mehrzahl von Einrichtungsbil- 
dungsbereichen weiter einen internen Schaltungsbildungs- 
bereich, der benachbart zu einem von dem Eingabe/Aus- 
gabe-NMOS-Transistorbildungsbereich und dem Eingabe/ 
Ausgabe-PMOS-Transisforbildungsbereich angeordnet. ist. 
Der vollstandige Trennbereich ist ferner in der Nahe einer 
Grenze zwischen dem internen Schaltungsbildungsberejch 
und einem von dem Eingabe/Ausgabe-NMOS-Transistor- 
bildungsbereich und dem Eingabe/Ausgabe-PMOS-Transi- 
storbildungsbereich, der benachbart zu dem internen Schal- 
tungsbereich angeordnet ist, gebildet. 

Bevorzugt enthalt gemaB einem einundzwanzigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrich- 
tung des ersten Aspektes der zumindest eine Trennbereich 
weiter einen vollstandigen Trennbereich mit einem vollstan- 
digen Isolierbereich, der sich durch - die SOI-Schicht er- 
streckt. Die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen 
enthalt einen NMOS-Transistorbildungsbereich und einen 
PMOS-Transistorbildungsbereich, die zueinander benach- 
bart angeordnet sind. Der vollstandige Trennbereich ist in 
einem vollstandigen Trennbereichsbildungsort gebildet, der 
innerhalb des PMOS-Transistorbildungsbereiches in der 
Nahe einer Grenze zwischen dem NMOS-Transistorbil- 
dungsbereich und dem PMOS-Transistorbereich angeordnet 
ist. Der Teiltrennbereich umgibt den. NMOS-Transistorbil- 
dungsbereich und den PMOS-Transistorbildungsbereich mit 
Ausnahme in dem vollstandigen Trennbereichsbildungsort. 

Bevorzugt enthalt gemaB eines zweiundzwanzigsten 
Aspektes der vorliegenden Erfindung in der Halbleiterein- 
richtung des ersten Aspektes der zumindest eine Trennbe- 
reich weiter einen vollstandigen Trennbereich mit einem 
vollstandigen Isolierbereich, der sich durch die SOI-Schicht 
erstreckt. Die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen 
enthalt einen MOS-Transistorbildungsbereich. Der Teil- 
trennbereich ist in einem Teiltrennbereich sbildungsort ge- 
bildet, der zumindest in der Nahe eines ersten Endes einer 
Gateelektrode des MOS-Transistorbildungsbereiches ange- 
ordnet ist. Der vollstandige Isolierbereich umgibt den MOS- 
Transistorbildungsbereich mit Ausnahme bei demTeiltrenn- 
bereichsbildungsort. 

Bevorzugt enthalten gemaB einem dreiundzwanzigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrich- 
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rung des ersten Aspekt.es die Mehrzahl von Einrichtung sbil- 
dungsbereichen einen Transistorbildungsbereich eines er- 
sten Leitungstyps. Der Teiltrennbereich enthalt eineh peri- 
pheren Teiltrennbereich, der den Transistorbildungsbereich 
umgibt. Der. Korperbereich enthalt einen peripheren Korper- 
bereich eines zweiten Leitungstyps, der den peripheren Teil- 
trennbereich umgibt. 

Bevorzugt enthalten gemaB einem vierundzwanzigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrich- 
tung des ersten Aspektes die Mehrzahl von Einrichtungsbil- 
dungsbereichen einen MOS-Transistorbildungsbereich. Der 
Korperbereich enthalt einen Sourcenachbarschaftskorperbe- 
reich, der benachbart zu einem Sourcebereich des MOS- 
Transistorbildungsbereiches angeordnet ist. Die Halbleiter- 
einrichtung enthalt weiter einen Bereich fur ein Einstellen 
eines elektrischen Potentiates, der gemeinsam verbunden ist 
mit dem Sourcebereich und dem Sourcenachbarschaftskor- 
perbereich. 

Bevorzugt enthalt gemaB einem funfundzwanzigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrich- 
tung des ersten Aspektes der Halbleiterbereich des Teil- 
trennbereiches einen ersten und einen zweiten Teilhalblei- 
terbereich. Die Dotierungskonzentration des ersten Teil- 
halbleiterbereiches ist groBer als die des zweiten Halbleiter- 
bereiches. 

Bevorzugt enthalt gemaB einem sechsundzwanzigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrich- 
tung des fiinfundzwanzigsten Aspektes der erste Teilhalblei- 
terbereich einen peripheren Bereich, der benachbart zu ei- 
nem von der Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen, 
der getrennt werden soil, angeordnet ist, und der zweite Teil- 
halbleiterbereich enthalt einen Mittelbereich, der einem Teil 
des Halbleiterbereiches entspricht, der ein anderer als der 
periphere Bereich ist. 

Bevorzugt enthalten gemaB einem siebenundzwanzigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrich- 
tung des funfundzwanzigsten Aspektes die Mehrzahl von 
Einrichtungsbildungsbereichen einen MOS L Transistorbil- 
dungsbereich. Der Teiltrennbereich umgibt den MOS-Tran- 
sistorbildungsbereich. Der erste Teilhalbleiterbereich ent- 
halt einen Bereich benachbart zu einer Gateelektrode des 
MOS-Transistorbereiches, und der zweite Teilhalbleiterbe- 
reich enthalt einen Bereich benachbart zu einem Drain/ 
Source des MOS-Transistorbildungsbereiches. 

Bevorzugt enthalten gemaB einem achtundzwanzigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrich- 
tung des ersten Aspektes die Mehrzahl von Einrichtungsbil- 
dungsbereichen einen MOS-Transistorbildungsbereich ei- 
nes ersten Leitungstyps, und der Halbleiterbereich des Teil- 
trennbereiches enthalt einen Bereich eines zweiten Lei- 
tungstyps. Eine Spitze der I)otierungskonzentration des 
Halbleiterbereiches des Teiltrennbereiches liegt tiefer von 
einer Oberflache der SOI-Schicht als eine Spitze der Dotie- 
rungskonzentration eines Drain/Sourcebereiches, dei* in 
Kontakt mit dem Halbleiterbereich in dem MOS-Transistor- 
bereich gebildet ist. 

Bevorzugt enthalten gemaB einem neunundzwanzigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrich- 
tung des ersten Aspektes die Mehrzahl von Einrichtungsbil- 
dungsbereichen einen MOS-Transistorbildungsbereich. 
Eine Spitze in der Dotierungskonzentration eines Kanalbil- 
dungsbereiches des MOS-Transistorbildungsbereiches liegt 
tiefer von einer Oberflache der SOI-Schicht als eine Spitze 
der Dotierungskonzentration des Halbleiterbereiches des 
Teiltrennbereiches. 

Bevorzugt enthalt gemaB einem dreiBigsten Aspekt der 
vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtuiig des 
funfzehnten Aspektes der Halbleiterbereich des kombinier- 



ten Trennbereiches einen ersten Teilhalbleiterbereich, der 
benachbart zu dem vollstandigen Isolierbereich angeordnet 
ist, und einen zweiten Teilhalbleiterbereich, der der Rest" des 
Halbleiterbereiches ist. Die Dotierungskonzentration des er- 
5 sten Teilhalbleiterbereiches ist groBer als die des zweiten 
Teilhalbleiterbereiches. 

Bevorzugt weist gemaB einem einunddreiBigsten Aspekt 
der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrichtung des 
ersten Aspektes der Teiltrennbereich einen Oberflacheneck- 

10 teil und einen Bodeneckteil auf, wobei der Bodeneckteil ei- 
nen Krummungsradius aufweist, der groBer ist als der des 
Oberflacheneckteils. 

Bevorzugt weist gemaB einem zweiunddreiBigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrich- 

15 tung des funfzehnten Aspektes der Teiltrennbereich des 
kombinierten Trennbereiches einen Bodeneckteil und einen 
gestuften Teil, der zwischen dem vollstandigen Isolierbe- 
reich und dem Teilisolierbereich definiert ist, auf, wobei der 
gestufte Teil ein Krummungsradius aufweist, der geringer 

20 ist als der des Bodeneckteils. 

Bevorzugt enthalt gemaB einem dreiunddreiBigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrich- 
tung des ersten Aspektes der zumindest eine Trennbereich 
einen vollstandigen Trennbereich mit einen vollstandigen 

25 Isolierbereich, der sich durch die SOI-Schicht erstreckt. Der 
Halbleiterbereich enthalt weiter ein Induktionselement, das 
in einem Induktionsbildungsbereich gebildet ist, der in ei- 
nem oberen Teil der SOI-Schicht liegt, wobei der vollstan- 
dige Trennbereich unterhalb des Induktionsbildungsberei- 

30 ches gebildet ist. 

Bevorzugt enthalten gemaB einem vierunddreiBigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrich- 
tung des ersten Aspektes die Mehrzahl von Einrichtungsbil- 
dungsbereichen einen MOS-Transistorbildungsbereich, und 

35 der Korperbereich enthalt einen mit einem Gate verbunde- 
nen Korperbereich, der elektrisch mit einer Gateelektrode 
eines MOS-Transistors verbunden ist, der in dem MOS- 
Transistorbildungsbereich gebildet ist. Der Teiltrennbereich 
umgibt den MOS-Transistorbildungsbereich. 

40 Bevorzugt enthalt gemaB einem funfunddreiBigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrich- 
tung des sechsten Aspektes der Halbleiterbereich einen Be- 
reich eines ersten Leitungstyps, und der aktive Bereich der 
Einrichtung enthalt einen Bereich eines zweiten Leitungs- 

45 typs. Die Tiefe des aktiven Bereiches der Einrichtung ist 
derart eingestellt, daB eine Verarmungsschicht, die sich von 
dem aktiven Bereich erstreckt, nicht die vergrabene Isolier- 
schicht in dem eingebauten Zustand erreicht. 

Bevorzugt enthalten gemaB einem sechsunddreiBigsten 

50 Aspekt der vorliegenden Erfindung in der Halbleitereinrich- 
tung des ersten Aspektes die Mehrzahl von Einrichtungsbil- 
dungsbereichen einen Feldtransistorbildungsbereich. Ein 
Feldtransistor, der in dem Feldtransistorbildungsbereich ge- 
bildet ist, enthalt einen ersten und einen zweiten aktiven Be- 

55 reich, die unabhangig voneinander gebildet sind, und einen 
Gateteil, der zwischen dem ersten und dem zweiten aktiven 
Bereich gebildet ist, und einen Feldtransistorteiltrennbe- 
reich, der in einem oberen Teil des Gateteils gebildet ist, und 
einen Feldtransistorhalbleiterbereich, der in einem unteren 

60 Teil des Gateteils gebildet ist und als Teil der SOI-Schicht 
dient. 

Ein siebenunddreiBigster Aspekt der vorliegenden. Erfin- 
dung ist auf eine Halbleitereinrichtung mit einem SOI-Auf- 
bau, der ein Halbleitersubstrat, eine vergrabene Isolier- 
65 schicht und eine SOI-Schicht aufweist, gerichtet. GernaB der 
vorliegenden Erfindung enthalt die Halbleitereinrichtung ei- 
nen Einrichtungsbildungsbereich, in den eine vorbestimmte 
Einrichtung gebildet werden soil, wobei der Einrichtungs- 
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bildungsbereich in der SOI-Schicht vorgesehen ist, und ei- 
nen peripheren Trennbereich, der in der SOI-Schicht vorge- 
sehen ist und den Einrichtungsbildungsbereich umgibt, wo- 
bei der periphere Trennbereich einen Teiltrennbereich auf- 
weist, der einen Teilisolierbereich, der in einem oberen Teil 5 
des Teiltrennbereiches gebildet ist, und einen Halbleiterbe-., 
reich, der in einem uriteren Teil des Teiltrennbereiches ge- 
bildet ist und als ein Teil der SOI-Schicht dient, aufweist, 
wobei der Halbleiterbereich in Kontakt mit dem. Einrich- 
tungsbildungsbereich gebildet ist und schwebend ist bzw. 10 
elektrisch auf kein vorbestimmtes Potential fixiert ist. 

Ein achtunddreiBigster Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung ist auf ein Verfahren des Hers tellens einer Halbleiter- 
einrichtung gerichtet. GemaB der vorliegenden Erfindung 
enthalt das Verfahren die Schritte: 15 

(a) Bereitstellen eines SOI-Substrates mit einem SOI- 
Aufbau, der ein Halbleitersubstrat, eine vergrabene 
Isolierschicht und eine SOI-Schicht aufweist, 

(b) selektives Entfemen der SOI-Schicht von oberhalb 20 
der oberen Oberflache der SOI-Schicht derart, daB die 
SOI-Schicht nicht durchdrungen wird und so eine 
Mehrzahl von Graben gebildet werden, wobei die Be- 
reiche der SOI-Schichten, die zwischen der Mehrzahl 
von. Graben liegen, als Mehrzahl von Einrichtungsbil- 25 
dungsbereichen dienen, 

(c) Fullen von jedem der Mehrzahl voh Graben mit ei- 
nem Isolierfilm, wobei der Isolierfilm in zumindest ei- 
nem der Mehrzahl von Graben und ein Teil der SOI- 
Schicht, die unterhalb des zumindest einen der Mehr- 30 
zahl von Graben liegt, einen Teiltrennbereich bilden, 
und 

(d) Bilden einer vorbestirnmten Einrichtung in jedem 
der Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereich en. 

35 

Bevorzugt enthalten gemaB einem neununddreiBigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in dem Verfahren des 
achtunddreiBigsten Aspektes die Mehrzahl von Graben ei- 
nen ersten Graben und einen zweiten Graben, und der zu- 
mindest eine der Mehrzahl von Graben enthalt den ersten 40 
Graben. Das Verfahren weist ferner die Schritte auf: 

(e) weiteres Entfernen der SOI-Schicht von einem Bo- 
denabschnitt des zweiten Grabens derart, daB der 
zweite Graben sich durch die SOI-Schicht erstreckt, 45 
wobei der Schritt (e) nach dem Schritt (b) und vor dem ! 
Schritt (c) durchgefuhrt wird. Der Schritt (c) bewirkt, 
daB der Isoherfilm in dem ersten Graben und der Teil 
der SOI-Schicht, der unterhalb des ersten Grabens 
liegt, den Teiltrennbereich bilden, und bewirkt, daB der 50 
Isolierfilm in dem zweiten Graben, der sich durch die 
SOI-Schicht erstreckt, einen vollstandigen Trennbe- 
reich bildet. 

Bevorzugt ist gemaB einem vierzigsten Aspekt der vorlie- 55 
genden Erfindung in dem Verfahren des neununddreiBigsten 
Aspektes die Breite des zweiten Grabens groBer als die des 
ersten Grabens und der Schritt (b) enthalt die Schritte: 

(b- 1 ) Bilden von S eitenwandelementen auf S eitenober- 60 
flachen des ersten und zweiten Grabens entsprechend 
derart, daB eine Bodenoberfl ache des ersten Grabens 
bedeckt wird und die Mitte einer Bodenoberflache des 
zweiten Grabens freigelegt wird, und 
(b-2) Durchdringen der SOI-Schicht unter der Mitte 65 
des zweiten Grabens unter Verwenden der Seitenwand- 
elemente als Maske. 



Bevorzugt enthalt gemaB einem ein und vierzigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung das Verfahren des neun- 
unddreiBigsten Aspektes weiter den Schritt: 

(f) Einbringen einer Dotierung in Teile der SOI- 
Schicht, die unterhalb der Mehrzahl von Graben liegen, 
derart, daB Hochkonzentrationsbereiche gebildet wer- 
den, wobei der Schritt (f) nach dem Schritt (b) und vor 
dem Schritt (e) durchgefuhrt wird. 

Ein zweiundvierzigster Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung ist auf ein Verfahren des Herstellens einer Halbleiter- 
einrichtung gerichtet. GemaB der vorliegenden Erfindung 
enthalt das Verfahren die Schritte: 

(a) Bereitstellen eines SOI-Substrates mit einem SOI- 
Aufbau, der ein Halbleitersubstrat, eine vergrabene 
Isolierschicht und eine Siliziumschicht enthalt, 

(b) selektives Entfemen der Siliziumschicht derart, 
daB ein Durchgangsabschnitt gebildet wird, der sich 
durch die Siliziumschicht erstreckt, . 

(c) Fullen des Durchgangsabschnittes, der sich durch 
die Siliziumschicht erstreckt, mit einem ersten Isolier- 
film derart, daB der erste Isolierfilm von der oberen 
Oberflache der Siliziumschicht angehoben ist, und se- 
lektives Bilden eines zweiten Isolierfilmes auf der Sili- 
ziumschicht, 

(d) Bilden einer epitaktisch gewachsenen Schicht 
durch nach oben gerichtetes epitaktisches Wachsen von 
einem Teil der oberen Oberflache der Siliziumschicht, 
die nicht mit dem zweiten Isolierfilm bedeckt ist, wobei 
die Siliziumschicht und die epitaktisch gewachsene 
Schicht eine SOI-Schicht bilden, wobei der zweite Iso- 
lierfilm und ein Teil der Siliziumschicht, die unterhalb 
des zweiten Isolierfilmes liegt, einen Teiltrennbereich 
bilden, wobei der erste Isolierfilm einen vollstandigen 
Trennbereich bildet, und 

(e) Bilden einer vorbestirnmten Einrichtung in jedem 
der Mehrzahl von Einrichtung sbildungsbereichen, die 
voneinander durch einen von dem Teiltrennbereich und 
dem vollstandigen Trennbereich getrennt sind. 

Ein dreiundvierzigster Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung ist auf ein Verfahren des Herstellens einer Halbleiter- 
einrichtung gerichtet. GemaB der vorliegenden Erfindung 
enthalt das Verfahren die Schritte: 

(a) Bereitstellen eines SOI-Substrates mit einem SOI- 
Aufbau, der ein Halbleitersubstrat, eine vergrabene. 
Isolierschicht und eine SOI-Schicht enthalt, 

(b) selektives Entfemen der SOI-Schicht derart, daB 
eine Mehrzahl von Graben gebildet werden, die sich 
durch die SOI-Schicht erstrecken und einen ersten Gra- . 
ben und einen zweiten Graben enthalten, wobei Berei- 
che der SOI-Schicht, die zwischen der Mehrzahl von 
Graben liegen, als eine Mehrzahl von Einrichtungsbil- 
dungsbereiche dienen, 

(c) selektives Abscheiden einer Polysiliziurnschicht 
auf einer Boden- und Seitenoberflachen des ersten Grar 
bens, 

(d) Fullen des ersten und zweiten Grabens mit einem 
Isolierfilm, 

(e) teilweises Oxidieren der Polysiliziurnschicht in 
dem ersten Graben in einer Richtung, die von einer 
Offhung des ersten Grabens zu dem Boden da Von ge- 
richtet ist, wobei der Isolierfilm in dem ersten Graben 
und die Polysiliziurnschicht, die nicht oxidiert wurde, 
in dem ersten Graben einen Teiltrennbereich bilden, 
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wobei der Isolierfilm in dem zweiten Graben einen 
vollstandigen Trennbereich bildet., und 
(f) Bilden einer vorbestimmten Einrichtung in jeder 
der Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen. 

. 5 

Ein vierundvierzigster Aspekt. der vorliegenden Erfin- 
dung ist auf ein Verfahren des Herstellens einer Halbleiter- 
einrichtung gerichtet. GemaB der vorliegenden Erfindung 
enthalt das Verfahren die Schritte: 

10 

(a) Bereitstellen eines SOI-Substrates mit einem SOI- 
Aufbau, der ein Halbleitersubstrat, eine vergrabene 
Isolierschicht und eine SOI-Schicht enthalt, 

(b) selektives Entfemen der SOI-Schicht derart, daB 
eine Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen ge- 15 
bildet werden, 

(c) isotropes Atzen der vergrabenen Isolierschicht, 
wahrend die Mehrzahl der Einrichtungsbildungsberei- 
che maskiert werden, derart, daB eine Bodenoberflache 
von Endabschnitten von zumindest einem der Mehr- 20 
zahl von Einrichtungsbildungsbereichen freigelegt 
wird und ein oberer Teil der vergrabenen Isolierschicht 
entfemt wird, wodurch ein Loch gebildet wird, 

(d) Fiillen des Loches mit einer Polysiliziumschicht 
derart, daB ein Korperbereich gebildet wird, der die Po- 25 
lysiliziumschicht enthalt und elektrisch mit der Boden- 
oberflache der Endabschnitte des zumindest einen der 
Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen verbun- 
den ist, 

(e) isolierendes Trennen der Mehrzahl von Einrich- 30 
tungsbildungsbereichen voneinander in der SOI- 
Schicht und 

(f) Ermoglichen, daB der Korperbereich das elektri- 
sche Potential extern fixiert, und Bilden einer vorbe- 
stimmten Einrichtung in jedem der Mehrzahl von Ein- 35 
rich tungsbildungsbereichen. 

Bevorzugt enthalt gemaB einem funfundvierzigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in dem Verfahren des 
vierundvierzigsten Aspektes der Schritt (d) die Schritte: 40 

(d-1) Bilden einer epitaktisch gewachsenen Schicht in 
dem Loch durch epitaktisches Wachsen von der Bo- 
denoberflache der Endabschnitte des zumindest einen 
der Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen und 45 
(d-2) Fiillen des Loches mit der Polysiliziumschicht 
derart; daB die Polysiliziumschicht in Kontakt steht mit 
der epitaktisch gewachsenen Schicht und so den Kor- 
perbereich bildet, der die epitaktisch gewachsene 
Schicht und die Polysiliziumschicht aufweist. 50 

Bevorzugt enthalt gemaB einem sechsundvierzigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung in dem Verfahren des 
achtunddreiBigsten Aspektes der Schritt (d) die Schritte: 

55 

(d-1) Implantieren einer Dotierung eines vorbestimm- 
ten Leitungstyps derart, daB eine Spitze einer Dotie- 
rungskonzentrationsverteilung in einem oberen Teil 
der SOI-Schicht bereitgestellt wird und daB ein Kanal- 
effekt (channeling) derart bereitgestellt wird, daB ein 60 
aktiver Bereich der vorbestimmten Einrichtung gebil- 
det wird. 

GemaB einem siebenundvierzigsten Aspekt der vorlie- 
genden Erfindung enthalt ein Verfahren des Herstellens ei- 65 
ner Halbleitereinrichtung die Schritte: 

(a) Bereitstellen eines SOI-Substrates mit einem SOI- 
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Aufbau, der ein Halbleitersubstrat, eine vergrabene 
Isolierschicht und eine SOI-Schicht enthalt, 

(b) selektives Bilden von zumindest einem ersten Gra- 
ben, der sich durch die SOI-Schicht erstreckt, von der 
oberen Oberflache der SOI-Schicht, 

(c) selektives Bilden einer Mehrzahl von zweiten Gra- 
ben, die sich nicht durch die SOI-Schicht von der obe- 
ren Oberflache der SOI-Schicht erstrecken, wodurch 
Bereich der SOI-Schicht, die zwischen der Mehrzahl 
von zweiten Graben liegen, als eine Mehrzahl von Ein- 

. richtungsbildungsbereiche dienen, die Mehrzahl von 
zweiten Graben einen kombinierten Graben und einen 
nicht durchgehenden Graben enthalten, wobei der 
kombinierte Graben den zumindest einen ersten Gra- 
ben aufweist und groBer in der Breite ist als der zumin- 
dest eine erste Graben, wodurch ein durchgehendes 
Teil, in dem der zumindest eine erste Graben gebildet 
wird, und ein nicht durchgehendes Teil, das der Rest 
des kombinierten Grabens ist, enthalten werden, wobei 
der nicht durchgehende Graben nuf einen nicht durch- 
gehenden Teil ohne den zumindest einen ersten Graben 
enthalt, 

(d) Fiillen von jedem kombinierten Graben und nicht 
durchgehenden Graben mit einem Isolierfilm,' wobei 
der Isolierfilm in dem nicht durchgehenden Teil des 
kombinierten Grabens und der Teil der SOI-Schicht, 
der unterhalb des nicht durchgehenden Teils des kom- 
binierten Grabens liegt, einen Teiltrennbereich bilden, 
wobei der Isolierfilm in dem durchgehenden Teil einen 
vollstandigen Trennteil bildet, wobei der Teiltrennbe- 
reich und der vollstandige Trennteil zusammen einen 
kombinierten Trennbereich bilden, wobei der Isolier- 
film in dem nicht durchgehenden Graben und der Teil 
der SOI-Schicht, die unterhalb des. nicht durchgehen-. 
den Grabens liegt, einen Teiltrennbereich bilden, und 

(e) Bilden einer vorbestimmten Einrichtung in jedem 
der Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen. 

Ein achtundvierzigster Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung ist auf ein Verfahren des Entwerfens einer Halbleiter- 
einrichtung mit einem Halbleitersubstrat, einer vergrabenen 
Isolierschicht und einer SOI-Schicht gerichtet, in der eine 
CMOS-Einrichtung gebildet werden soil. Entsprechend der 
vorliegenden Erfindung enthalt das Verfahren die Schritte: 

(a) Erhalten von alten Daten betrefTend einer CMOS- 
Einrichtung, die einen ersten MOS -Transistor eines er- 
sten Leitungstyps, der in einem Wannenbereich gebil- 
det ist, und einen zweiten MOS -Transistor eines zwei- 
ten Leitungstyps, der auBerhalb des Wannenbereiches 
gebildet ist, enthalt, 

(b) Definieren eines ersten MOS-Transistorbildungs- 
bereiches des ersten Leitungstyps und eines zweiten 
MOS-Transistorbildungsbereiches des zweiten Lei- 
tungstyps basierend auf den alten Daten und 

(c) Definieren eines vollstandigen Trennbereiches, der 
einen vollstandigen Isolierbereich enthalt, der sich 
durch die SOI-Schicht erstreckt, in der Nahe eines 
durch die alten Daten definierten auBeren Umfanges 
bzw. auBeren Peripherie des Wannenbereiches. 

Wie oben beschrieben wurde, enthalt in der Halbleiterein- 
richtung entsprechend einem ersten Aspekt der vorliegen- 
den Erfindung zumindest ein Teil des zumindest einen 
Trennbereiches den Teiltrennbereich mit dem Teilisolierbe- 
reich, der in dem oberen Teil davon vorgesehen ist, und dem 
Halbleiterbereich, der in dem unteren Teil davon vorgesehen 
ist und als ein Teil der SOI-Schicht dient, wobei der Halblei- 
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terbereich in Kontakt mil dem zumindest. einem der Mehr- 
zahl von Einrichtungsbildungsbereichen und dem Korper^ 
bereich gebildet ist. Somit isoliert der Teiiisolierbereich die 
Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen voneinander, 
und der Halbleiterbereich und der Korperbereich fixieren 
das elektrische Potential des zumindest einen Einrichtungs- 
bildungsbereiches. 

Als Ergebnis wird eine Halbleitereinrichtung mit. dem 
SOI-Aufbau, bei der der zumindest eine Einrichtungsbil- 
dungsbereich einen veiringerten Effekt des schweberiden 
Substrates aufweist, erzielt. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem zweiten Aspekt 
der vorliegenden Erfindung sind die Mehrzahl von ersten 
Einrichtungsbildungsbereichen voneinander durch den er- 
sten Teiltrennbereich getrennt, und sind die Mehrzahl von 
zweiten Einrichtungsbildungsbereichen voneinander durch 
den zweiten Teiltrennbereich getrennt. Der vollstandige 
Trennbereich, der sich durch die SOI-Schicht erstreckt, stellt 
eine Trennung zwischen der Mehrzahl von ersten Einrich- 
tungsbildungsbereichen und der Mehrzahl von zweiten Ein- 
richtungsbildungsbereichen bereit. Dies, ermoglicht eine 
vollstandige Isolierung der Einrichtungsbildungsbereiche 
fur unterschiedliche Typen von Einrichtungen voneinander 
und verringert den Effekt des schwebenden Substrates der 
Einrichtungsbildungsbereiche fur den gleichen Typ von Ein- 
richtungen. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem dritten Aspekt 
der vorliegenden Erfindung sind die Mehrzahl von Einrich- 
tungsbildungsbereichen fur die erste Schaltung voneinander 
durch den vollstandigen Trennbereich getrennt, der sich .. 30 
durch die SOI-Schicht erstreckt, und sind die Mehrzahl von 
Einrichtungsbildungsbereichen fur die zweite Schaltung 
voneinander durch den Teiltrennbereich getrennt. 

Somit kann eine Schaltung, fur die der EinfluB des Effek- 
tes des schwebenden Substrates als significant angesehen 35 
wird, als die zweite Schaltung behandelt werden, und eine 
Schaltung, fur die der EinfluB des Effektes des schwebenden 
Substrates nicht signifikant berucksichtigt werden muB, 
kann als die erste Schaltung behandelt werden. Dies stellt 
eine geeignete Isolierung basierend auf den Eigenschaften 40 
der zu bildenden Schaltungen bereit. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB einem vierten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung ist die erste Teil-SOI- 
Schicht dunner als die zweite Teil-SOI-Schicht. Die Mehr- 
zahl von Einrichtungsbildungsbereichen fur die erste Schal- 45 
tung sind in der ersten Teil-SOI-Schicht gebildet, und die 
Mehrzahl yon Einrichtungsbildungsbereichen fur die zweite 
Schaltung sind in der zweiten Teil-SOI-Schicht gebildet. 

Somit konnen unter Verwendung der Unterschied der 
Dicken zwischen der ersten und zweiten Teil-SOI-Schicht 
ein Graben fur eine vollstandige Trennung, der sich durch 
die erste Teil-SOI-Schicht erstreckt, und ein Graben fur eine 
Teiltrennung, der sich nicht durch die zweite Teil-SOI- 
Schicht erstreckt, gleichzeitig in der ersten und zweiten Teil- 
SOI-Schicht entsprechend gebildet werden. Dies verein- 
facht die Herstellungsschritte. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem fiinften Aspekt. 
der vorliegenden Erfindung stellt der vollstandige Trennbe- 
reich, der sich durch die SOI-Schicht erstreckt, eine Tren- 
nung zwischen dem Einrichtungsbildungsbereich fur die 
vorbestimmte Schaltung und dem Einrichtungsbildungsbe- 
reich fur eine andere Schaltung als die vorbestimmte Schal- 
tung bereit. Daher kann die andere Schaltung als die vorbe- 
stimmte Schaltung vollstandig den EinfluB der vorbestimm- 
ten Schaltung ausschlieBen. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem sechsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung weist die Einrichtung, 
die in dem Einrichtungsbildungsbereich gebildet ist, der 
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durch den Teiltrennbereich getrennt ist, den aktiven Bereich 
auf^ der in einer Tiefe von der Oberflache der SOI-Schicht 
gebildet ist, die flacher ist als die Tiefe, bei der der Teiltrenn- 
bereich gebildet ist. Dies minimiert die Verse h lech terung 
5 der Trenneigenschaften des Teiltrennbereichs. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem siebten Aspekt 
der vorliegenden Erfindung enthalt die Halbleitereinrich- 
tung den Polysiliziumbereich. Daher ist. die Halbleiterein- 
richtung mit hoher Genauigkeit gebildet. 
10 Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem achten Aspekt 
der vorliegenden Erfindung enthalt der Teiiisolierbereich 
den Film mit geringer dielektrischer Konstante. Dies mini- 
miert die Schwierigkeit, die auf der Kapazitat des Teiltrenn- 
bereiches beruht. 
15 Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem neunten Aspekt 
der vorliegenden Erfindung enthalt der Teiiisolierbereich 
den Teilisoherfilm, der zumindest auf der Seitenoberfiache 
vorgesehen ist, und den Film mit niedriger dielektrischer 
Konstante, der in den anderen Bereichen vorgesehen ist. Der 
20 Teilisolierfilm kann effektiv den EinfluB der Einrichtung un- 
terdriicken, die in einer seitlichen Beziehung zu dem Teiii- 
solierbereich gebildet ist. Zur gleichen Zeit wird die 
Schwierigkeit, die auf der Kapazitat des Teilisolierbereiches 
beruht, unterdriickt. 

Die Halbleitereinrichtung gemaB fiem zehnten Aspekt der 
vorliegenden Erfindung enthalt die Mehrzahl von Trennbe- 
reichen von deneh zumindest einer die vorbestimmte Breite 
aufweist und sich im wesentlichen senkrecht zu der Oberfla- 
che des Halbleitersubstrates erstreckt. Dies stellt eine Vor- 
richtungstrennung ohne Verschlechterung des Integrationgs- 
grades bereit. 

Die Halbleitereinrichtung gemaB dem elften Aspekt der 
vorliegenden Erfindung enthalt den Korperbereich, der in 
Kontakt mit der oberen Oberflache oder der Bodenoberfia- 
che von zumindest einem der Mehrzahl von Einrichtungs- 
bildungsbereichen gebildet ist. Daher kann der Korperbe- 
reich das elektrische Potential des zumindest einen Einrich- 
tungsbildungsbereiches fixieren. 

In der Halbleitereinrichtung gemaB dem zwdlften Aspekt 
der vorliegenden Erfindung ist der Korperbereich in dem 
oberen Abschnitt der vergrabenen Isolierschicht gebildet, 
die unterhalb der SOI-Schicht liegt, und minimiert so. nach- 
teilige Effekte der Einrichtungstrenneigenschaften von dem 
Trennbereich. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem dreizehnten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung erstreckt sich der Kor- 
perbereich durch die vergrabene Isolierschicht. Daher kann 
das elektrische Potential des zumindest einen Einrichtung s- 
bildungsbereiches durch den Korperbereich fixiert sein, der 
50 naher an dem Halbleitersubstrat positioniert ist. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem vierzehnten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung ist der Korperbereich 
auf dem zumindest einen Einrichtungsbildungsbereich ge- 
bildet und ist in Kontakt mit der oberen Oberflache des zu- 
55 mindest einen Einrichtungsbildungsbereiches. Somit ist der 
Korperbereich relativ leicht gebildet. 

In der Halbleitereinrichtung gemaB dem fiinfzehnten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt zumindest ein 
Teil des zumindest einen Trennbereich es weiter den kombi- 
60 nierten Trennbereich, der den Teiltrennbereich und den voll- 
standigen Isolierbereich, der sich durch die SOI-Schicht er- 
streckt, aufweist, wobei der Teiltrennbereich und der voll- 
standige Isolierbereich miteinander kontinuierlich ausgebil- 
. det sind. Zumindest zwei der Einrichtungsbildungsbereiche, 
65 die voneinander durch den kombinierten Trennbereich ge- 
trennt sind, sind vollstandig isolierend voneinander getrennt 
durch den kompletten Isolierbereich des kombinierten 
Trennbereiches. 
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Die Halbleitereinrichtung gemaB dem sechzehnten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt den Teiltrennbe- 
reich mit der ttachen und gleichmaBigen oberen Oberfiache, 
wodurch das Bemustern zum Bilden von Elementen einer 
vorbestimmten Einrichtung, z. B. der Gateelektrode eines 5 
MOS-Transistors, erleichtert wird, 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem siebzehnten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung ist die Dicke des Halb- 
leiterbereiches des kombinierten Trennbereiches nicht gro- 
Ber als die halbe Dicke der SOI-Schicht. Somit stellt der 10 
kombinierte Trennbereich einen ausreichend hohen Grad 
der Trenneigenschaft bereit. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem achtzehnten 
Aspekt der voriiegenden Erfindung ist die Breite des voll- 
standigen Isolierbereiches des kombinierten Trennbereiches 15 
nicht groBer als die halbe Breite eines kombinierten Trenn- 
bereiches. Der Halbleiterbereich des Teiltrennbereiches, der 
den kombinierten Trennbereich bildet, weist eine ausrei- 
chende Rache auf, und das elektrische Potential eines Ein- 
richtungsbildungsbereiches in Kontakt mit dem Halbleiter- 20 
bereich ist stabil fixiert. 

Die Halbleitereinrichtung gemaB dem neunzehnten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt den vollstandi- 
gen Trennbereich, der zumindest in der Nahe der Grenze 
zwischen dem Eingabe/Ausgabe-NMOS-Transistorbil- 25 
dungsbereich und dem Eingabe/Ausgabe-PMOS-Transi- 
storbildungsbereich gebildet ist,. wodurch ein Durchgriff ef- 
fektiv unterdruckt wird. 

Die Halbleitereinrichtung gemaB dem zwanzigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt den vollstandi- 30 
gen Trennbereich, der weiter in der Nahe der Grenze zwi- 
schen dem Eingabe/Ausgabe-Transistorbildungsbereich und 
dem internen Schaltungsbildungsbereich gebildet ist. Dies 
schlieBt vollstandig den EinfluB des Eingabe/Ausgabe-Tran- 
sistorbildungsbereiches, der auf Rauschen von dem internen 35 
Schaltungsbildungsbereich empfindlich ist, aus. 

In der Halbleitereinrichtung gemaB dem einundzwanzig- 
sten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist der vollstandige 
Trennbereich in dem vollstandigen Trennbereichsbildungs- 
ort gebildet, der innerhalb des PMOS-Transistorbildungsbe- 40 
reiches in der Nahe der Grenze zwischen dem NMOS-Tran- 
sistorbildungsbereich und dem PMOS-Transistorbildungs- 
bereich angeordnet ist. Der Teiltrennbereich umgibt den 
NMOS-Transistorbildungsbereich und den PMOS-Transi- 
storbildungsbereich mit Ausnahme des vollstandigen Trenn- 45 
bereichsbildungsortes. Daher ist das elektrische Potential 
des Substrates des NMOS-Transistor ausreichend fixiert, 
und die vollstandige Trennung ist zwischen dem NMOS- 
Transistorbildungsbereich und dem PMOS-Transistorbil- 
dungsbereich mit einer hohen Hacheneffektivitat vorgese- 50 
hen. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem zweiundzwan- 
zigsten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist der Teiltrenn- 
bereich in dem Teiltrennbereichsbildungsort gebildet, der 
zumindest in der Nahe des ersteh Endes der Gateelektrode 55 
des MOS-Transistorbildungsbereiches angeordnet ist. Der 
vollstandige Trennbereich umgibt den MOS-Transistorbil- 
dungsbereich mit Ausnahme des Teiltrennbereich sbildungs- 
ortes.. Daher trenn t der vollstandige Trennbereich im we- 
sentlichen vollstandig den MOS-lransistorbildungsbereich 60 
von dem ihn umgebenden Bereich, wohingegen das elektri- 
sche Potential des Kanalbildungsbereiches unterhalb der 
Gateelektrode des MOS-Transistors effektiv fixiert ist. 

Die Halbleitereinrichtung gemaB dem dreiundzwanzig- 
sten Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt den Korper- 65 
bereich, der den peripheren Korperbereich des zweiten Lei- 
tungstyps enthalt, der den peripheren Teiltrennbereich um- 
gibt. Ein Fixieren des elektrischen Potentials des peripheren 



Korperbereichs errnoglicht, daB der Transistorbildungsbe- 
reich effektiv getrennt wird von dem ihn umgebenden Be- 
reich. 

Die Halbleitereinrichtung gemaB dem vierundzwanzig- 
sten Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt den Sour- 
cenachbarschaftskorperbereich, der benachbart zu dem 
Sourcebereich des MOS-Transistorbildungsbereiches vor-. 
gesehen ist und gemeinsam mit dem Sourcebereich durch 
den Einstellbereich des elektrischen Potentials verbunden 
ist. Da der Sourcenachbarschaftskorperbereich benachbart 
zu dem Sourcebereich gebildet ist, wird folglich der Integra- 
tionsgrad erhoht. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem funfundzwan- 
zigsten Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt der Halb- 
leiterbereich des Teiltrennbereiches den ersten und zweiten 
Teilhalbleiterbereich mit verschiedenen Dotierungskonzen- 
trationen. Dies stellt den Halbleiterbereich bereit, der geeig- 
net ist zur Trennung von Eigenschaften des Teiltrennberei- 
ches und zur Verringerung des Effektes des schwebenden 
Substrates. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem sechsundzwan- 
zigsten Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt der erste 
Teilhalbleiterbereich mit einer relativ hohen Dotierungskon- 
zentration den peripheren Bereich, der benachbart zu einem 
von der Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen, der 
zu isolieren ist, angeordnet ist. Dies erhoht die Widerstands- 
fahigkeit gegen ein Durchgriff aufgrund der Trennung des 
Teiltrennbereiches. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem siebenund- 
zwanzigsten Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt der 
erste Teilhalbleiterbereich mit einer relativ hohen Dotie- 
rungskpnzentration den Bereich benachbart zu der Gate- 
elektrode des MOS-Transistorbereiches, und der zweite 
Teilhalbleiterbereich mit einer relativ geringen Dotierungs- 
konzentration enthalt den Bereich benachbart zu dem Drain/ 
Source des MOS-Transistorbildungsbereiches. Dies fuhrt zu 
der Reduzierung der PN-Ubergangskapazitat und dem An- 
stieg der Widerstandsfahigkeit gegen einen Durchgriff. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem achtundzwan- 
zigsten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist die Spitze der 
Dotierungskonzentration des Halbleiterbereiches des Teil- 
trennbereiches tiefer von der Oberfiache SOI-Schicht als die 
Spitze der Dotierungskonzentration des Drain/Source-Be- 
reiches des MOS-Transistorbildungsbereiches. Dies erhoht 
die Durchbruchsspannung des PN-Uberganges des Drain/ 
Source-Bereiches und des Halbleiterbereiches. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem neunundzwan- 
zigsten Aspekt der vorliegenden Erfindung liegt die Spitze 
der Dotierungskonzentration des Kanalbildungsbereiches 
des MOS-Transistorbildungsbereiches tiefer von der Ober- 
fiache der SOI-Schicht als die Spitze der Dotierungskonzen- 
tration des Halbleiterbereiches des Teiltrennbereiches. Da- 
her ubersteigt die Schwellenspannung des MOS-Transistors 
nicht einen gewunschten Wert. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem dreiBigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung ist. die Dotierungskon- 
zentration des ersten Teilhalbleiterbereiches, der benachbart 
zu dem kompletten Isolierbereich gebildet ist, groBer als die 
des zweiten Teilhalbleiterbereiches, der der Rest des Halb- 
leiterbereiches ist. Dies unterdruckt ungewiinschte Bedin- 
gungen, die von der die SOI-Schicht angelegten Beanspru- 
chungen resultieren. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem einunddreiBig- 
sten Aspekt der voriiegenden Erfindung ist der Krummungs- 
radius des Bodeneckteils des Teiltrennbereiches groBer als 
der des Oberflacheneckteiles des Teiltrennbereiches, wo- 
durch die an die SOI-Schicht angelegten Beanspruchungen 
vermindert werden, wahrend die Trennungsbreite reduziert 
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wird. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem zweiunddrei- 
Bigsten Aspekt. der vorliegenden Erfindung ist der Kriim- 
mungsradius des .gestuften Teiles, der zwischen dem voll- 
standigen Isolierbereich und dem Teilisolierbereich definiert 
ist, geringer als der des Bodeneckteiles des Teilisolierberei- 
ches in dem kombinierten Trennbereich. Somit werden auf 
die SOI-Schicht einwirkenden Beanspruchungen vermin- 
dert, wahrend die Trennungsbreite verringert wird. 

Die Halbleitereinrichtung gemaB dem dreiunddreiBigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt den vollstzindi- 
gen Trennbereich, der un tern alb des Induktionsbildungsbe- 
reiches gebildet ist, wodurch die parasitare Kapazitat, die 
iinit dem Induktionselement verbunden ist, reduziert wird. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem vierunddreiBig- 
sten Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt der Korper- 
bereich den mit einem Gate verb undenen Korperbereich, der 
elektrisch mit der Gateelektrode des MOS-Transistors ver- 
bunden ist, der in dem MOS-Transistorbildungsbereich ge- 
bildet ist, und der Teiltrennbereich umgibt den MOS-Transi- 
storbildungsbereich. Dies erhoht die Leistungsfahigkeit des 
DT-MOS-Transistors, der die Gateelektrode und den mit ei- 
nem Gate verbundenen Korperbereich auf das gleiche Po- 
tential setzt., 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem funfunddrei- 
Bigsten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird die Tiefe 
des aktiven Bereiches der Vorrichtung derart gesteuert, daB 
die Verarmungs- bzw. Sperrschicht, die sich von dem akti- 
ven Bereich erstreckt, nicht die vergrabene Isolierschicht in 
einem Diffusionsspannungszustand (eingebauter Zustand) 
erreicht. Dies vermindert die Ubergangskapazitat zwischen 
dem Halbleiterbereich des Teiltrennbereiches und dem akti- 
ven Bereich. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem sechsunddrei- 
Bigsten Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt der Feld- 
transistor den Gateteil, der zwischen dem ersten und zweiten 
aktiven Bereich gebildet ist, und enthalt den Feldtransistor- 
teilisolierbereich, der in dem oberen Teil davon gebildet ist, 
und den Feldtransistorhalbleiterbereich, der in dem unteren 
Teil davon gebildet ist und als ein Teil der SOI-Schicht 
dient. : - 

Da der Gateteil grundsatzlich ahnlich in der Konstruktion 
zu dem Teiltrennbereich ist, konnen der Gateteil und der 
Teiltrennbereich zur gleichen Zeit gebildet werden, wo- 
durch der Feldtransistor relativ leicht gebildet wird. 

Bei der Halbleitereinrichtung gemaB dem siebenunddrei- 
Bigsten Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt der peri- 
phere Trennbereich den Teiltrennbereich mit dem Teiliso- 
lierbereich, der in dem oberen Teil davon gebildet ist, und 
den Halbleiterbereich, der in dem unteren Teil davon gebil- 
det ist und als Teil der SOI-Schicht dient. Der Halbleiterbe- 
reich des Teiltrennbereiches ist in Kontakt mit dem Einrich- 
tungsbildungsbereich gebildet und ist schwebend. Der Teili- 
solierbereich trennt den Einrichtungsbildungsbereich von 
dem ihn umgebenden Bereich, und der Halbleiterbereich 
verteilt die in dem Einrichtungsbildungsbereich durch Sto- 
Bionisation erzeugten Ladungstrager und die durch Hohen- 
strahlung erzeugte elektrische Ladung. Daher wird der An- 
stieg des elektrischen Potentials unterdruckt und eine Wi- 
derstandsfahigkeit gegen weiche Fehler wird verbessert. 

Bei der Halbleitereinrichtung, die durch das Verfahren ge- 
maB dem achtunddreiBigsten Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung hergestellt ist, wird ein Einrichtungsbildungsbereich, 
der in der Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen ent- 
halten ist und der durch den Isolierfilm in dem zumindest ei- 
nem der Graben und dem Teil der SOI-Schicht, die unter- 
halb des zumindest einen Grabens liegt,. getrennt ist, einer 
Trennung ausgesetzt, wobei der Effekt des schwebenden 



Substrates unterdruckt wird. 

Die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen, die 
durch das Verfahren gemaB dem neununddreiBigsten Aspekt 
der vorliegenden Erfindung gebildet sind, werden durch den 
5 Isolierfilm in dem ersten Graben und dem Teil der SOI- 
Schicht, der unterhalb des ersten Grabens liegt, getrennt, 
wobei der Effekt des schwebenden Substrates unterdruckt 
wird, und werden komplett getrennt durch den Isolierfilm in 
dem zweiten Graben, der sich durch die SOI-Schicht er- 
10 streckt. 

Das Verfahren gemaB dem vierzigsten Aspekt der vorlie- 
genden Erfindung verwendet den Unterschied der Breite 
zwischen dem ersten und dem zweiten Graben, um die SOI- 
Schicht unter der Mitte des zweiten Grabens unter Verwen- 
15 dung der Seitenwandelemente als Maske zu durchdringen, 
wodurch selektiv der Teiltrennbereich und der vollstandige 
Trennbereich ohne Verwendung eines Photoresists gebildet 
werden. 

Bei dem Verfahren gemaB dem einundvierzigsten Aspekt 

20 der vorliegenden Erfindung wird die Dotierung in die Teile 
der SOI-Schicht eingebracht, die unterhalb der Mehrzahl 
von Graben liegen, um die Hochkonzentrationsbereiche zu 
bilden. Dies ermoglicht, daB das elektrische Potential des 
Einrichtungsbildungsbereiches, der in Kontakt mit Hoch- 

25 konzentrationsbereichen steht, uber die Hochkonzentrati- 
onsbereiche fixiert wird mit einer guten StabilitaL 

Bei dem Verfahren gemaB dem zweiundvierzigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung weist die SOI-Schicht, 
die die Siliziumschicht und die epitaktisch gewachsene 

30 Schicht aufweist, eine gute Kristallinitat auf. 

Bei dem Verfahren gemaB dem dreiundvierzigsten Aspekt 
der vorliegenden Erfindung bilden der Isolierfilm in dem er- 
sten Graben und die Polysiliziumschicht, die in dem ersten 
Graben verbleibt, den Teiltrennbereich. Somit, weist diePo- 

35 lysiliziumschicht, die elektrisch mit einem Einrichtungsbil- 
dungsbereich verbunden ist, eine gut gesteuerte Dicke auf. 

Bei einem Verfahren gemaB dem vierundvierzigsten 
Aspekt . der vorliegenden Erfindung wird das Loch, das in 
def vergrabenen Isolierschicht gebildet ist, mit der Polysili- 

40 ziumschicht derart gefullt, daB der Korperbereich gebildet 
wird, der elektrisch mit zumindest einen Vorrichtungsbil- 
dungsbereich verbunden ist. 

Daher wird der Korperbereich in der vergrabenen Isolier- 
schicht, die unterhalb der SOI-Schicht liegt, derart gebildet, 

45 daB der nachteilige Effekt bei der Isolierung, der durch den 
Trennbereich bereitgestellt wird, minimiert wird. 

Bei dem Verfahren gemaB dem funfundvierzigsten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt der Korperbe- 
reich die epitaktisch gewachsene Schicht, die durch epitak- 

50 tisches Wachsen von der Bodenoberflache der Endab- 
schnitte des zumindest einen Einrichtungsbildungsbereiches 
gewachsen ist, und die Polysiliziumschicht. 

Somit ermoglicht das Vorsehen der epitaktisch gewachse- 
nen Schicht einen ausreichenden Ab stand zwischen einer in 

55 dem zumindest einen Einrichtungsbildungsbereich gebilde- 
ten Einrichtung und der Polysiliziumschicht. Daher weist 
die Halbleitereinrichtung, die durch das Verfahren des funf- 
undvierzigsten Aspektes hergestellt ist, zufriedenstellende 
elektrische Eigenschaften auf. Bei dem Verfahren gemaB 

60 dem sechsundvierzigsten Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung enthalt der Schritt (d) den Schritt des Implantierens der 
Dotierung des vorbestimmten Leitungstyps derart; daB die 
Spitze der Dotierungskonzentratiorisverteilung in dem obe- 
ren Teil der SOI-Schicht liegt und daB ein Kanaleffekt ver- 

65 ursacht wird und so der aktive Bereich der vorbestimmten 
Einrichtung gebildet wird. Dies stellt den aktiven Bereich 
der vorbestimmten Einrichtung bereit, der es ermoglicht, 
daB die Spitze der Dotierungskonzentration in dem oberen 
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Teil der SOI-Schicht vorhanden ist und der die zu der Ober- 
flache des vergrabenen Isolierfilmes verteilte Dotierung auf- ■ 
grund des Kanaleffektes aufweist. 

Bei dem Verfahren gemaB dem siebenundvierzigsten 
Aspekt. der vorliegenden Erfindung konnen die Schritte (b) 5 
und (c) derart durchgefuhrt werden, daB gleichzeitig der 
kombinierte Graben fur den kombinierten Trennbereich und 
der nicht durchgehende Graben fur den Teiltrennbereich ge- 
bildet werden. 

In dem Sc hritt (c) des Verfahrens gemaB dem achtund- 10 
vierzigsten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird der 
vollstandige Trennbereich, der den vollstandigen Isolierbe- 
reich enthalt, der sich durch die SOI-Schicht erstreckt, in der 
Nahe des auBeren Umfanges des Wannenbereichs der alten 
Daten definiert. Daher verwendet das Verfahren effektiv die 15 
alten Daten derart, daB der vollstandige Trennbereich defi- 
niert wird, der effektiv den ersten und zweiten MOS-Transi- 
storbildungsbereich voneinander trennt. 

Diese und andere Aufgaben, Merkmale, Aspekte und 
Vorteile der vorliegenden Erfindung werden deutlicher von 20 
der folgenden detaillierten Beschreibung von Ausfuhrungs- 
formen der vorliegenden Erfindung anhand der Figuren. Von 
den Figuren zeigen: 

Fig. 1 eine Schnittansicht einer ersten Form einer Halblei- 
tereinrichtung mit einem SOI-Aufbau gemaB einer ersten 25 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung, 

Fig. 2 eine Schnittansicht der ersten Form der ersten be- 
vorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 3 eine Draufsicht der ersten Form der ersten bevor^ 
zugten Ausfuhrungsform, 30 

Fig. 4 eine Schnittansicht einer zweiten Form der Halblei- 
tereinrichtung gemaB der ersten bevorzugten Ausfuhrungs- 
form, 

■Fig. 5 eine Schnittansicht einer ersten Form einer zweiten 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung, 35 

Fig. 6 eine Schnittansicht einer zweiten Form der zweiten 
bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 7 eine Schnittansicht einer dritten Form der zweiten 
bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 8-11 Schnittansichten, die den ersten Trennvorgang 40 
gemaB der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform zeigen, 

Fig. 12 und 13 Schnittansichten, die einen Hochkonzen- . 
trationswannenbildungsvorgang zeigen, 

Fig. 14-18 Schnittansichten, die.einen zweiten Trennvor- 
gang gemaB der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform zei- 45 
gen, 

Fig. 19-22 Schnittansichten, die einen dritten Trennvor- 
gang gemaB der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform zei- 
gen, 

Fig. 23-27 Schnittansichten, die einen vierten Trennvor- 50 
gang gemaB der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform zei- 
gen, 

Fig. 28 Schnittansicht, die eine erste Form einer dritten 
bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB der vorliegenden Er- 
findung zeigt, 55 

Fig. 29 eine Schnittansicht, die eine zweite Form der drit- 
ten bevorzugten Ausfuhrungsform zeigt, 

Fig. 30 u. 31 Schnittansichten, die einen SOI-Aufbau ge- 
maB einer vierten bevorzugten Ausfuhrungsform der vorlie- 
genden Erfindung zeigen, 60 

Fig. 32 eine Schnittansicht eines anderen SOI-Aufbaus 
gemaB einer vierten bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 33-37 Schnittansichten, die einen Trennvorgang ge- 
maB der vierten bevorzugten Ausfuhrungsform zeigen, 

Fig. 38 eine Schnittansicht einer ersten Form einer funf- 65 
ten bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB der vorliegenden 
Erfindung, 

Fig. 39 eine Schnittansicht einer zweiten Form der funf- 



ten bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 40 eine Schnittansicht. einer dritten Form der fiinften 
bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 41 eine Schnittansicht einer ersten Form einer sech- 
sten bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB der vorliegenden 
Erfindung, 

Fig. 42 eine Schnittansicht einer zweiten Form der sech- 
sten bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 43-45 Schnittansichten, die einen ersten Verbin- 
dungsbereichsbildungsvorgang gemaB der sechsten bevor- 
zugten Ausfuhrungsform zeigen, 

Fig. 46—48 Schnittansichten, die einen zweiten Vefbin- 
dungsbereichsbildungsvorgang gemaB der sechsten bevor- 
zugten Ausfuhrungsform zeigen, 

Fig. 49-51 Schnittansichten, die einen dritten Verbin- 
dungsbereichsbildungsvorgang gemaB der sechsten bevor- 
zugten Ausfuhrungsform zeigen, 

Fig. 52 eine Schnittansicht einer dritten Form der sech- 
sten bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 53 eine Schnittansicht einer vierten Form der sech- 
sten bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 54 eine Schnittansicht einer funften Form einer sech- 
sten bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 55 eine Schnittansicht einer vierten Form der zweiten 
bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 56 eine Schnittansicht einer funften Form der zwei- 
ten bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 57 eine Schnittansicht einer sechsten Form der zwei- 
ten bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 58-62 Schnittansichten, die einen funften Trennvor- 
gang gemaB der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform zei- 
gen, 

Fig. 63 ein Verfahren des Definierens eines vollstandigen 
Trennbereiches gemaB einer siebten bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung, 

Fig. 64 einen Durchgriff , 

Fig. 65 eine Schnittansicht einer ersten Form einer achten 
bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB der vorliegenden Er- 
findung, 

Fig. 66 ein Schaltbild einer Eingabeschaltung, 
Fig. 67 ein Schaltbild einer Ausgabeschaltung, 
Fig. 68 eine Schnittansicht einer zweiten Form der achten 
bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 69 eine Draufsicht einer dritten Form der achten be- 
vorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 70 eine Draufsicht einer ersten Form einer neunten 
bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB der vorliegenden Er- 
findung, 

Fig. 71 eine Schnittansicht entlang der A-A von Fig. 70, 

Fig. 72 eine Draufsicht einer zweiten Form einer neunten 
bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 73 eine Schnittansicht entlang der Linie B-B von Fig. 
72, . 

Fig. 74 eine Draufsicht einer ersten Form einer zehnten 
bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB der vorliegenden Er- 
findung, 

Fig. 75 eine Draufsicht einer zweiten Form der zehnten 
bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 76 eine Draufsicht einer ersten Form einer elften be- 
vorzugten Ausfuhrungsform gernaB der vorliegenden Erfin- 
dung, 

Fig. 77 eine Draufsicht einer zweiten Form der elften be- 
vorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 78 eine Draufsicht einer ersten Form einer zwolften 
bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB der vorliegenden Er- 
findung, 

Fig. 79 eine Schnittansicht entlang der Linie C-C von Fig. 
78, 
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Fig. 80 eine Draufsicht. einer zweite Form der zwolften 
bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 81 eine Schnittansicht entlang der Linie D-D von 
Fig. 80, 

Fig. 82 eine Draufsicht einer dritten Form der zwolften 5 
bevorzugten Ausfiihrungsform, 

Fig. 83 eine Schnittansicht einer dreizehnten bevorzugten 
Ausfiihrungsform gemaB. der vorliegenden Erfindung, 

Fig. 84 ein Merkmal einer ersten Form einer vierzehnten 
bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB der vorliegenden Er- 10 
findung, 

Fig. 85 ein Merkmal einer zweiten Form der vierzehnten 
bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 86 eine Schnittansicht einer ersten Form einer flinf- 
zehnten bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB der vorlie- 15 
genden Erfindung, 

Fig. 87 eine Draufsicht einer zweiten Form der fiinfzehn- 
ten bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 88 eine Schnittansicht der ersten Form einer seen- 
zehnten bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB der vorlie- 20 
genden Erfindung, 

Fig. 89 eine Schnittansicht einer zweiten Form der seen- . 
zehnten bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 90 eine Schnittansicht einer ersten Form einer sieb- 
zehnten bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB der vorlie- 25 
genden Erfindung, . 

Fig. 51 ein Schaltbild, das eine Schaltungsanbrdnung der 
siebzehnten bevorzugten Ausfuhrungsform zeigt, 

Fig. 92 eine Schnittansicht einer zweiten Form der sieb- 
zehnten bevorzugten Ausfuhrungsform, .30 

Fig. 93 eine Draufsicht eines DT-MOS-Transistors einer 
achtzehnten bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB der vor- 
liegenden Erfindung, 

Fig. 94 eine Schnittansicht einer neunzehnten bevorzug- 
ten Ausfiihrungsform gemaB der vorliegenden Erfindung, 35 

Fig. 95 eine Schnittansicht einer ersten Form einer zwan- 
zigsten bevorzugten Ausfuhrungsform gemaB der vorlie- 
genden Erfindung, 

Fig. 96 ein Schaltbild einer Eingabeschaltung, bei der 
Feldtransistoren gemaB der zwanzigsten bevorzugten Aus- 40 
fuhrungsform verwendet werden, 

Fig. 97 ein Schaltbild einer Ausgabeschaltung, bei der die 
Feldtransistoren gemaB . der zwanzigsten bevorzugten Aus- 
fuhrungsform verwendet werden, 

Fig. 98 eine Schnittansicht einer zweiten Form der zwan- 45 
zigsten bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 99 eine Draufsicht einer dritten Form der zwanzig- 
sten bevorzugten Ausfuhrungsform, 

Fig. 100 eine Dotierungsverteilung in einem Drain/ 
Source-Bereich, -50 

Fig. 101 eine Schnittansicht entlang der Linie E-E von 
Fig. 74und 

Fig. 102 eine Schnittansicht einer der Anmelderin be- 
kannten Halbleitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau. 

55 

Erste bevorzugte Ausfuhrungsform 

Fig. 1 bis 3 zeigen die Konstruktion einer Halbleiterein- 
richtung mit einem SOI-Aufbau gemaB einer ersten bevor- 
zugten Ausfuhrungsform. Fig. 1 und 2 sind Schnittansichten 60 
und Fig. 3 ist eine Draufsicht. Die Querschnitte entlang der 
Linie A-A und B-B entsprechen Fig. 1 bzw. 2. 

Wie in Fig. 1 bis .3 gezeigt ist, ist die Halbleitereinrich- 
tung mit dem SOI-Aufbau, der ein Siliziumsubstrat 1, einen 
vergrabenen Oxidfilm 2 und eine SOI-Schicht 3 aufweist, 65 
derart konstruiert, daB ein Teiloxidfilm 31 mit darunter ge- 
bildeten Wannenbereichen Transistorbildungsbereiche in 
der SOI-Schicht 3 voneinander trennt. Ein p-Wannenbereich 



11 ist unterhalb einem Teil des Teiloxidfilm es 31, der die 
NMOS-Transistoren voneinander trennt, gebildet. Ein n- 
Wannenbereich 12 ist unterhalb eines Teils des Teiloxid- 
films 31, der PMOS-Transistoren voneinander trennt, gebil- 
det. Der p-Wannenbereich 11 (naher an den NMOS-Transi- 
storen) und der n- Wannenbereich 12 (naher an den PMOS- 
Transistoren) sind unterhalb einem Teil des Teiloxidfilmes 
31, der die NMOS- und PMOS-Transistoren voneinander 
trennt, gebildet. Der Wannenbereich 11 ist derart gebildet, 
daB er die Drain- und Sourcebereiche 5 und 6 einer Gruppe 
von NMOS-Transistoren unigibt, und der Wannenbereich 

12 ist derart gebildet, daB er die Drain- und Sourcebereiche 
5 und 6 einer Gruppe von PMOS-Transistoren umgibt. In 
der ersten bevorzugten Ausfuhrungsform bedeckt ein Zwi- 
schenschichtisolierfilm 4 die SOI-Schicht 3. 

.Ein einzelner MOS-Transistor, der von ahderen Transi- 
storen durch den Teiloxidfilm 31 in der ersten Ausfuhrungs- 
form getrennt ist, enthalt einen Drainbereich 5, einen Sour- 
cebereich 6 und einen Kanalbildungsbereich 7, die in der 
SOI-Schicht 3 gebildet sind, einen Gateoxidfilm 8, der auf. 
dem Kanalbildungsbereich 7 gebildet ist, und eine Gateelek- 
trode 9, die auf dem Gateoxidfilm 8 gebildet ist. Eine Ver- 
bindungsschicht 22, die auf dem ZwischenschichtisoUerfilm 
4 gebildet ist, ist elektrisch iiber einen Kontakt, der in dem 
Zwischenschichtisolierfilm 4 gebildet ist, mit dem Drainbe- 
reich 5 oder dem Sourcebereich 6 verbunden. 

Wie in Fig. 2 und 3 gezeigt ist, ist ein Korperbereich 10 
durch den Wannenbereich 11 in der SOI-Schicht 3 urngeben. 
Der Korperbereich 10 ist in Kontakt mit einem benachbar- 
ten Teil des Wannenbereiches 11. Eine Verbindungsschicht 
25, die auf dem Zwischenschichtisolierfilm 4 gebildet ist, ist 
elektrisch iiber einen Korperkontakt 23, der in dem Zwi- 
schenschichusotierfilm 4 gebildet ist, mit dem Korperbe- 
reich 10 verbunden. Eine Verbindungsschicht 26, die auf 
dem Zwischenschichtisolierfilm 4 gebildet ist, ist elektrisch 
iiber einen Gatekontakt 24, der in dem Zwischenschichtiso-. 
iierfilm 4 gebildet ist, mit der Gateelektrode 9 verbunden. 

Soinit unterscheidet sich die Halbleitereinrichtung der er- 
sten bevorzugten Ausfuhrungsform, wie sie in Fig. 1 bis 3 
gezeigt ist, von der der Anmelderin bekannten Halbleiter- 
einrichtung, die in Fig. 102 gezeigt ist, darin, daB der Teilo- 
xidfilm 31 in einem Trennbereich nicht bis zu dem Boden 
der SOI-Schicht 3 reicht und daB die Wannenbereiche 11 
und 12, die mit Verunreinigungen (Dotierungen) des glei- 
chen Leitungstyps wie der Kanalbildungsbereich des zu 
trennenden Transistors dotiert sind, unterhalb des Teiloxid- 
filmes 31 gebildet sind. 

Daher ist das elektrische Potential des Substrates von je- 
dem NMOS-Transistor iiber die Verbindungsschicht 25, den 
Korperkontakt 23, den Korperbereich 10 hoher Konzentra- 
tion und den Wannenbereich 11 fixiert Ahnlich ist das elek- 
trische Potential des Substrates von jedem PMOS-Transistor 
iiber den Korperbereich fixiert. 

Details der Halbleitereinrichtung der ersten bevorzugten 
Ausfuhrungsform werden im folgenden mit Bezug zu Fig. 1 
bis 3 beschrieben. Der vergrabene Oxidfilm 2 weist eine 
Dicke in der GroBe von 100 bis 500 nm auf und die SOI- 
Schicht 3 weist eine Dicke in der GroBe von 30 bis 200 nm 
auf. Der Kanalbildungsbereich 7 ist beispielsweise gebildet 
durch die Implantation von Dotierungen eines ersten Lei- 
tungstyps (p-Dotierungen fur die NMOS-Transistoren und 
n-Dotierungen fur die PMOS-Transistoren) mit einer Kon- 
zentration in der GroBe von 10 17 bis 10 18 /cm 3 . Die Drain- 
und Sourcebereiche 5 und 6, die benachbart zu dem Kanal- 
bildungsbereich 7 sind, sind beispielsweise gebildet durch 
Implantation von Dotierungen eines zweiten Leitungstyps 
(n-Dotierungen fur die NMOS-Transistoren und p-Dotie- 
ruhgen fur die PMOS-Transistoren) mit einer Konzentration 
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in der GroBe von 10 19 bis 10 21 /cm 3 . 

Der Teiloxidfilm 31 zum Trennen von benachbarten Tran- 
sistoren voneinander ist gebildet durch Zuriicklassen von 
unteren Teilen der SOI-Schicht 3, die in der GroBe von 10 
bis 100 nm sind, zum Bilden der Wannenbereiche. Es ist 5 
aufgrund der Mikrobearbeitung wunschenswert, daB die 
obere Oberflache des Teiloxidfilmes 31 auf gleicher Hohe 
wie die Oberflache der SOI-Schicht .3 ist. Wenn die SOI- 
Schicht 3 relativ diinn ist, ist es jedoch schwierig, daB der 
Teiloxidfilm 31 eine fur die Trennung erforderlich Dicke 10 
aufweist. Somit erhoht ein Anheben der oberen Oberflache 
des Teiloxidfilmes 31 auf ein Niveau, das hoher ist als die 
Oberflache der SOI-Schicht 3, die Trenneigenschaften. 

Die Wannenbereiche 11 und 12, die unterhalb des Teilo- 
xidfilmes 31 zur Oxidfilmtrennung gebildet sind, sind aus 15 
dem gleichen Leitungstyp wie der Kanalbildungsbereich 
bzw. die Kanalbildung (und weist eine Dotierungskonzen- 
tration von beispielsweise 10 17 bis 5 X 10 18 /crn 3 auf; die Do- 
tierungskonzentration der Wannenbereiche 11 und 12 ist 
gleich oder hoher als die des Kanalbildungsbereiches; um so 20 
hoher die Dotierungskonzentration ist, des to besser ist ein 
Durchgriffsverhinderungseffekt und die Trenneigenschaft). 

Der Korperbereich 10 ist, wie in Fig. 2 gezeigt ist, durch 
Implantation von Dotierungen des gleichen Leitungstyps 
wie sein benachbarter Wannenbereich 11 gebildet und weist 25 
eine relativ hohe Konzentration von 19 19 bis 10 21 (19 21 )/cm 3 
auf. 

Der Korperbereich 10 von Fig. 2 erstreckt sich senkrecht 
von der oberen Oberflache zu der Bodenoberflache der SOI- 
Schicht 3, und der Korperkontakt 23 erstreckt sich senkrecht 30 
durch den Zwischenschichtisolierfilm 4. Ein Korperbereich, 
wie in Fig. 4 gezeigt ist, kann anstatt des Korperbereiches 
10 vorgesehen sein. 

Wie in Fig. 4 gezeigt ist, ist ein Korperbereich 20 nur in 
einem unteren Teil der SOI-Schicht 3 derart gebildet, daB er 35 
an die Anordnung des Korperkontaktes 23 angepaBt ist, der 
sich durch den Zwischenschichtisolierfilm 4 und den Teilo- 
xidfilm 31 erstreckt. In diesem Fall ist ein Wannenbereich 
28 benachbart zu dem Korperbereich 20 unterhalb des Tei- 
loxidfilmes 31 gebildet. 40 

Zur Bildung des Aufbaus von Fig. 4 ist es wunschens- 
wert, Dotierungen hoher Konzentration zur Bildung des 
Korperbereiches 20 zu implantieren nachdem der Kontakt 
gebildet ist. 

Zur Trennung der Vorrichtungen des gleichen Leitungs- 45 
typs konnen die Wannenbereiche 11 und 12 nur durch Im- 
plantation von Dotierungen des gleichen Leitungstyps wie 
der Kanalbildungsbereich gebildet sein. Zur Trennung zwi- 
schen den PMOS- und NMOS-Transistoren ist es jedoch 
notwendig, den p- Wannenbereich 11 benachbart zu dem 50 
NMOS-Transistor und den n- Wannenbereich 12 benachbart 
zu dem PMOS-Transistor vorzusehen. 

Ein solcher SOI-Aufbau kann hergestellt werden unter 
Verwendung einer Teilgrabentrenhtechnik gemaB einer 
zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform, die spater beschrie- 55 
ben wird. 

Zweite bevorzugte Ausfuhrungsform 

ErsteForm . 60 

Fig. 5 ist eine Schnittansicht einer ersten Form der Halb- 
leitereinrichtung mit dem. SOI-Aufbau gemaB der zweiten 
bevorzugten Ausfuhrungsform. Wie in Fig. 5 gezeigt ist, ist 
die zweite bevorzugte Ausfuhrungsform derart angepaBt, 65 
daB der Teiloxidfilm 31 und der Wannenbereich 11 (12), der 
darunter gebildet ist, die NMOS-Transistoren voneinander 
trennen und die PMOS-Transistoren voneinander trennen, 
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und ein voller bzw. kompletter Oxidfilm 32 stellt eine Tren- 
nung zwischen den PMOS- und NMOS-Transistoren bereit. 
Eine solche Anordnung ist darin vorteilhafter als die Anord- 
nung der ersten bevorzugten Ausfuhrungsform, daB sie die 
Trennungsbreite zwischen den PMOS- und NMOS-Transi- 
storen verringert und den Durchgriff verhindert. 

Wenn die Source- und Drainbereiche 6 und 5 durch Io- 
nenimplantation zum Erreichen des Aufbaus von Fig. 5 ge- 
bildet werden, gibt es eine Gefahr, daB zum Zweck des Bil- 
dens der Drain- und Sourcebereiche 5 und 6 implantierte Io- 
nen durch den Teiloxidfilm 31 hindurch in den Wannenbe- 
reich 11 (12) gehen, .der unterhalb des Teiloxidfilmes 31 
liegt und der eine entgegengesetzten Leitungstyp zu den 
Drain- und Sourcebereichen 5 und 6 aufweisen sollte, wo- 
durch die Trenneigenschaften des Teiloxidfilmes 31 und des 
Wannenbereiches 11 verschlechtert werden ■. 

Zweite Form 

Um eine solche Situation zu verhindem, ist es bevorzugt, 
einen Drainbereich 5s und einen Sourcebereich 6s an einer 
Tiefe zu bilden, die ausreichend geringer ist als die Dicke 
der SOI-Schicht 3, wie in einer zweiten Form der zweiten 
bevorzugten Ausfuhrungsform in Fig. 6 gezeigt ist. In ande- 
ren Worteri, sollten die Drain- und Sourcebereiche 5s und 6s 
fiacher sein als die Bodenoberflache des Teiloxidfilmes 3l. 
Eine Ionenimplantation mit geringer Energie kann durchge- 
fuhrt werden, um die Drain- und Sourcebereiche 5s und 6s 
an einer flachen Position zu bilden, wie in Fig. 6 gezeigt ist. 

Idealerweise weisen der Drainbereich 5s und der Source- 
bereich 6s eine liefe auf, die die Bedingung erfullt, daB eine 
Verarmungs- bzw. Sperrschicht, die sich von dem Source/ 
Drain erstreckt, den vergrabenen Oxidfilm 2 in einem einge- 
bauten Zustand bzw. Diffusionsspannungszustand erreicht 
. (in dem eine Vorspannung von 0 V an einen PN-Ubergang 
angelegt ist). Dies ist deshalb, da die Source-/Drainverar- 
mungsschicht, die den vergrabenen Oxidfilm 2 in dem ein- 
gebauten Zustand erreicht, die Trenneigenschaft eines Teil- 
trennbereiches, der den Teiloxidfilm 31 und den Wannenbe- 
reich 11 (12) enthalt, verbessert, wahrend die Ubergangska- 
pazitat des Source-/Drainbereiches 5s/6s und des Wannen- 
bereiches 11 (12) verringert wird. 

DritteForm 

Wie in einer dritten Form der zweiten Ausfuhrungsform 
von Fig. 7 gezeigt ist, kann ein Oxidfilm 33, der sich senk- 
recht von der oberen Oberflache zu der Bodenoberflache der 
SOI-Schicht 3 erstreckt, mit Ausnahme von Teilen des unte- 
ren Abschnittes des Oxidfilmes 33, die als ein Wannenbe- 
reich 29 dienen, verwendet werden, um eine vollstandige 
Trennung zwischen den NMOS- und PMOS-Transistoren 
vorzusehen. In der dritten Ausfuhrungsform der zweiten be- 
vorzugten Ausfuhrungsform kann leicht ein Graben fur den 
Oxidfilm 33 gleichzeitig mit einem Graben fur den Teiloxid- 
film 31 derart gebildet werden, daB folglich die Moglichkeit 
eines einfacheren Layouts als bei der Trennung, die den vol- 
len Oxidfilm 32 verwendet, verbessert wird. 

Die vollstandige Trennung, die durch den Oxidfilm 33 
vorgesehen wird, wird in einigen Fallen im folgenden als die 
Trennung bezeichnet, die durch einen kombinierten Trenn- 
bereich, der einen vollstandigen Trennbereich und einen 
Teiltrennbereich aufweist, die miteinander kontinuierlich 
sind, bereitgestellt wird, wobei der vollstandige Trennbe- 
reich einen durchgehenden Teil des Oxidfilmes 33, der sich 
bis zu der SOI-Schicht 3 erstreckt, enthalt, wobei der Teil- 
trennbereich einen nicht durchgehenden Teil des Oxidfilmes 
33, der sich nicht durch die SOI-Schicht 3 erstreckt, und den 
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Wannenbereich 29, der als ein Teil der SOI-Schicht 3 unter- 
halb des nicht durchgehenden Teiles dient, aufweist. 

Vierte Form 

In einer vierten Form der zweiten bevorzugten Ausfuh- 
rungsform, wie in Fig. 55 gezeigt ist, weisen der Teiloxid- 
film 31, der selbst eine Teiltrennung bereitstellt, und der 
Oxidfilm 33 des kombinierten Trennbereiches eine flache 
und gleichmafiige obere Oberflache auf (Oberflache auf 
gleicher Hone), wodurch das Bemustern zur Bildung der 
Gateelektrode erleichtert wird. 

FunfteForm 

Fig. 56 ist eine detaillierte Schnittansicht des Oxidfilmes 
33 des kombinierten Trennbereiches, der in Fig. 7 gezeigt 
ist. Wie in Fig. 56 gezeigt ist, weist der Oxidfilm 33 einen 
Mittelteil (der durchgehende Teil), der sich senkrecht von 
der oberen Oberflache zu der Bodenoberflache der SOI- 
Schicht 3 erstreckt, und einen peripheren Teil bzw. Um- 
fangsteil (der nicht durchgehende Teil), der sich nicht zu der 
Bodenoberflache der SOI-Schicht 3 erstreckt, auf. Der Teil 
der SOI-Schicht 3, der unter dem Umfangsteil des Oxidfil- 
mes 33 verbleibt, dient als der Wannenbereich 29. Der Oxid- 
film 33, der einen solchen Aufbau aufweist, ist derart gebil- 
det, daB er die Ungleichung TA > TB erfullt, wobei TA die 
Dicke des Teiles der SOI-Schicht 3 ist, der iiberhalb des 
Wannenbereiches 29 liegt, und TB die Dicke des Teiles der 
SOI-Schicht 3 ist, der unter dem Umfangsteil des Oxidfil- 
mes 33 liegt (oder die Dicke des Wannenbereichs 29). Spe- 
ziell ist die Dicke des Wannenbereichs 29 auf weniger als 
die Halfte der Dicke bzw halbe Dicke (TA + TB) der SOI- 
Schicht 3 eingestellt. 

Die Bildung des Oxidfilmes 33 derart, daB die Unglei- 
chung TA > TB erfullt ist, wie in der funften Form der zwei- 
ten bevorzugten Ausfuhrungsform dargestellt ist, erhoht 
ausreichend eine Schwellenspannung, die von der durch den 
Oxidfilm 33 vorgesehenen Trennung resultiert, (oder einer 
Schwellenspannung, wenn der. Oxidfilm 33 als ein Gate- 
oxidfilm betrachtet wird) derart, daB eine ausreichend hohe 
Trenndurchbruchsspannung vorgesehen wird, und verrin- 
gert auch ausreichend die Flache eines PN-Ubergangs des 
Drain/Sourcebereiches in Kontakt mit dem Wannenbereich 
29 und dem Wannenbereich 29, um die Erzeugung eines 
Leeks tromes zu unterdnicken. Dies verringert die Kapazitat 
des PN-Uberganges derart, daB ein Hochgeschwindigkeits- 
betrieb der Halbleitereinrichtung erreicht wird. 

SechsteForm 

Fig. 57 ist die detaillierte Schnittansicht des Oxidfilmes 
33, der in Fig. 7 gezeigt ist. Wie in Fig. 57 gezeigt ist, ist der 
Oxidfilm 33 derart gebildet, daB die Ungleichung WC < 
WD/2 erfullt ist, wobei WC die Breite (die als vollstandige 
Trennbreite bezeichnet wird) des Mittelteils des Oxidfilmes 
33 ist, der sich senkrecht von der oberen Oberflache zu der 
Bodenoberflache der SOI-Schicht 3 erstreckt, und WD die 
Breite (als Oxidtrennbreite bezeichnet) des gesamten Oxid- 
filmes 33 ist. 

Der Aufbau der sechsten Form der zweiten bevorzugten 
Ausfuhrungsform stellt die ausreichende Flache des Wan- 
nenbereiches 29, der unterhalb dem Umfangsteil des Oxid- 
filmes 33 gebildet ist, derart sicher, daB. das elektrische Po- 
tential des Substrats des Transistors auf einem Pegel fixiert 
ist, der hoch genug ist, um den Effekt des schwebenden Sub- 
strates durch den Wannenbereich 29 zu unterdnicken. Folg- 
lich wird der Transistor beim Betrieb stabilisiert. 
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Ein Ausgleichen der vollstandigen Trennbreite der WC in 
einem Chip erleichtert die Steuerung der Trennform. Ferner 
kann die vollstandige Trennbreite WC auf eine minimale 
Entwurfsbreite eingestellt werden, da nur das Bemustern 
5 des Oxidfilmes 33 erforderlich ist, um die elektrische voll- 
standige Trennung zwischen den Vorrichtungen bereitzu- 
stellen. Dies minimiert Chipflache derart, daB der Integrati- 
onsgrad stark erhoht wird. . 

Modifikationen 

Der Aufbau zum Bereitstellen der kompletten Trennung 
zumindest zwischen dem NMOS- und PMOS-Transistoren 
ist in der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform gezeigt. 
15 Die zweite bevorzugte Ausfuhrungsform kann jedoch auf 
einen Aufbau angewendet werden zum Bereitstellen. einer 
kompletten Trennung zwischen einem Speicherteil und ei- 
nem Logikschaltungsteil in einer Hybridlogikspeicherschal- 
tung zur Rauschunterdriickung. 
20 . Ein Oxidfilm mit unterschiedlichen Tiefen kann verwen- 
det werden fur eine Mehrzahl von IVpen von Teiltrennun- 
gen anstatt der Verwendung von sowohl dem kompletten 
Trennbefeich und dem Teiltrennbereich. In diesem Fall muB 
ein relativ tiefer Wannenbereich unter einem Teil des Oxid- 
25 filmes nicht mit einem Korperkontaktmaterial, wie z. B. ein 
Korperbereich, verbunden sein, sondern kann schwebend 
sein zur Verwendung als kompletter Trennbereich. 

Erstes Herstellungsverfahren (Erste und Zweite Form) 

30 

Fig. 8 bis 11 sind Schnittansichten, die einen Trennvor- 
gang in einen Herstellungsverfahren der Halbleitereinrich- 
tung entsprechend der ersten und zweiten Form der zweiten 
bevorzugten Ausfuhrungsform zeigen. Das in Fig. 8 bis 11 

35 gezeigte Verfahren verwendet eine Teilgrabentrennung und 
eine voile Grabentrennung in Kombination. 

Anfanglich ist, wie in Fig. 8 gezeigt ist, das Startmaterial 
ein SOI-Substrat, das aus dem Siliziumsubstrat 1, dem ver- 
grabenen Oxidfilm 2 und def SOI-Schicht 3 gebildet ist, wo- 

40 bei das SOI-Substrat durch das SIMOX- Verfahren und ahn- 
. lichen gebildet ist, in dem der vergrabene Oxidfilm 2 durch 
eine Sauerstoffionenimplantation gebildet wird. 

Wie in Fig. 9 gezeigt ist, wird ein Oxidfilm 41 mit einer 
Dicke von ungefahr 20 niii auf dem SOI-Substrat abgeschie- 

45 den, und wird ein Nitridfilm 42 mit einer Dicke von unge- 
fahr 200 nm auf dem Oxidfilm 41 abgeschieden. Das Bemu- 
stern des Trennbereiches, das einen bemusterten Photoresist 
43 als Maske verwendet, atzt einen Dreischichtfilm, der aus 
dem Nitridfilm 42, dem Oxidfilm 41 und der SOI-Schicht 3 

50 .gebildet ist, derart, daB die unteren Teile der SOI-Schicht 3 
derart zuriickgelassen werden, daB eine Mehrzahl von Teil- 
graben 44 gebildet werden. Die Mehrzahl der Teilgraben 44 
weisen eine vorbestimmte Breite auf und erstrecken sich .im 
wesentlichen senkrecht zu der Oberflache des Siliziumsub- 

55 strates 1 und stellen so eine Trennung bereit, die eine kleine 
Geometrie beibehalt, ohne den Integrationsgrad zu ver- 
schlechtern. Eine Ionenimplantation zur Bildung von Wan- 
nenbereichen 52 mit hoher Konzentration (entsprechend zu 
den Wannenbereichen 11 und 12), wie in Fig. 12 gezeigt ist, 

60 kann in diesem Zustand eine Trenndurchbruchsspannung er- 
hohen. 

Als nachstes wird, wie in Fig. 10 gezeigt ist, ein Photore- 
sist 45 derart gebildet, daB einige der Mehrzahl von Teilgra- 
ben 44 bedeckt werden. Der verbleibende Teilgraben 44, der 
65 nicht mit dem Photoresist 45 bedeckt ist, wird weiter derart 
geatzt, daB ein voller Graben 48 gebildet wird, der sich 
durch die SOI-Schicht 3 erstreckt. 

Dann wird ein Oxidfilm mit einer Dicke von ungefahr 
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500 nm oben auf dem sich ergebenden Aufbau durch den 
HDPCVD-Vorgang (CVD mit hoher Plasmadichte) und 
ahnlichem abgeschieden. Es wird ein Polieren durchgefuhrt 
durch den CMP-Vorgang in einer ahnlichen Art zu der der 
Anmelderin bekannten Grabentrennung und so wird der Ni- 
tridfilm 43 teilweise entfernt, Danach werden der Nitridfilm 
42 und der Oxidfilm 41 entfernt. Dies stellt einen Aufbau 
bereit, bei dem der Teiloxidfilm 31, die SOI-Schicht 3 (Wan- 
nenbereiche) darunter und die vollen Oxidfllme 32 selektiv 
gebildet sind, wie in Fig. 1 1 gezeigt ist. Somit stellt das Po- 
lieren des Oxidfllmes durch den CMP-Vorgang die fiachen 
und gleichmaBigen oberen Oberflachen der Teiloxidfilme 31 
und der vollen Oxidfilme 32 bereit. Wenn die in Fig. 12 ge- 
zeigte Ionenimplantation durchgefuhrt wird nachdem der 
Aufbau von Fig. 9 bereitgestellt ist, werden die Wannenbe- 
reiche 52 hoher Konzentration unterhalb dem Teiloxidfilm 
31 gebildet, wie in Fig. 13 gezeigt ist. Die Wannenbereiche 
52 hoher Konzentration konnen das elektrische Potential des 
Substrates mit hoherer Stabilitat fixieren. 

Dann wird ein NMOS -Transistor in einem NMOS-Tran- 
sistorbildungsbereich gebildet und wird ein PMOS-Transi- 
stor in einem PMOS-Transistorbildungsbereich gebildet 
durch das vorhandene Verfahren. Dies stellt den SOI- Auf- 
bau der ersten Form bereit, der in Fig. 5 gezeigt ist, pder 
stellt den SOI- Aufbau der zweiten Form bereit, der in Fig. 6 
gezeigt ist. 

Wenn der in Fig. 10 gezeigte Schritt beseitigt wird bzw. 
nicht ausgefiihrt wird und die anderen Schritte in der oben 
erwahnten Weise ausgefuhrt werden, werden die Teilgraben 
44 gebildet und der voile Graben 48 wird nicht gebildet. 
Dies stellt den Aufbau der ersten bevorzugten Ausfuhrungs- 
form, die in Fig. 1 bis 3 gezeigt ist, bereit (der Aufbau mit 
den Vorrichtungen, die alle durch den Teiloxidfilm 31 ge- 
trennt sind). 

Zweites Herstellungsverfahren (Erste und Zweite Form) 

Fig. 14 bis 18 sind Schnittansichten, die einen anderen 
Trennvorgang in dem Herstellungsverfahren gemafi der er- 
sten und zweiten Form der zweiten bevorzugten Ausfuh- 
rungsform zeigen. Das in Fig. 14 bis 18 gezeigte Verfahren 
verwendet die Teilgrabentrennung lind die Vollgrabentren- 
nung in Kombination. 

Anfanglich ist, wie in Fig. 14 gezeigt ist, das Ausgangs- 
material ein Mehrschichtaufbau, der das Siliziumsubstrat 1, 
den vergrabenen Oxidfilm 2 und eine Siliziumschicht 50 
aufweist. Die Siliziumschicht 50 ist dicker gebildet als die 
letztendlich bereitzustellende SOI-Schicht 3. 

Wie in Fig. 15 gezeigt ist, wird der Oxidfilm 41 auf dem 
SOI-Substrat abgeschieden und wird der Nitridfilm 42 auf 
dem Oxidfilm 41 abgeschieden; Das B emu stem des Trenn- 
bereiches, das einen bemusterten Photoresist 46 als Maske 
verwendet, atzt den Nitridfilm 42 und den Oxidfilm 41 der- 
art, dafi die Oberflache der Siliziumschicht 50 derart freige- 
legt wird, daB die Mehrzahl von Teilgraben 44 gebildet wer- 
den. 

Wie in Fig. 16 gezeigt ist, wird ein Photoresist 49 derart 
gebildet, daB einige der Mehrzahl von Teilgraben 44 be- 
deckt werden. Der verbleibende Teilgraben 44, der nicht mit 
dem Photoresist 49 bedeckt wird, wird weiter derart. geatzt, 
daB der voile Graben 48 gebildet wird, der sich durch die Si- 
liziumschicht 50 erstreckt. 

Dann wird ein Oxidfilm oben auf dem sich ergebenden 
Aufbau durch den HDPCVD-Vorgang und ahnlichem abge- 
schieden. Es wird ein Polieren durch den CMP-Vorgang in 
einer ahnlichen Weise zu der der Anmelderin bekannten 
Grabentrennung derart durchgefuhrt, daB der Nitridfilm 42 
teilweise entfernt wird. Danach werden der Nitridfilm 42 
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und der Oxidfilm 41 entfernt. Dies stellt einen Aufbau be- 
reit, bei dem der Teiloxidfilm 31, die Siliziumschicht 50 
(Wannenbereiche) darunter und der voile Oxidfilm 32 selek- 
tiv gebildet sind, wie in Fig. 17 gezeigt ist. 

5 Wie in Fig. 18 dargestellt ist, wird ein Epitaxiesilizium- 
schicht 51 durch das epitaktische Wachsen von der Silizium- 
schicht 50 gebildet. Dies stellt die SOI-Schicht 3 hoher Kri- 
stallinitat bereit, die die Siliziumschicht. 50 und die Epitaxie- 
siliziumschicht 51 aufweist. 

10 Dann wird ein NMOS-Transistor in dem NMOS-Transi- 
storbildungsbereich gebildet und wird ein PMOS-Transistor 
in dem PMOS-Transistorbereich gebildet durch das vorhan- 
dene Verfahren. Dies stellt den SOI- Aufbau der ersten 
Form, der in Fig. 5 gezeigt ist, oder den SOI- Aufbau der 

15 zweiten Form, der in Fig. 6 gezeigt ist, bereit, 

Drittes Herstellungsverfahren (Dritte Form) 

Fig. 19 bis 22 sind Schnittansichten die ein noch anderen 
20 Trennvorgang in dem Herstellungsverfahren gemaB der drit- 
ten Form der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform zeigen. 
Das in Fig. 1 9 bis 22 gezeigte Verfahren zeigt besonders das 
Bilden der Teilgraben mit verschiedenen Breiten. 

Wie in Fig. 19 gezeigt ist, werden relativ breite Teilgra- 
25 ben 44A und relativ schmale Teilgraben 44B gebildet. Die 
Teilgraben 44A werden fur die komplette Trennung verwen- 
det, und die Teilgraben 44B werden fur die Teiltrennung 
verwendet. Die Teilgraben 44A und 44B werden derart ge- 
bildet, daB untere Teile der SOI-Schicht 3 zuruckgelassen 
30 werden. 

Dann werden, wie in Fig. 20 gezeigt ist, Oxidfilme 47 als 
Seitenwande auf den Seitenoberflachen der Teilgraben 44A 
und 44B derart gebildet, daB die Bodenoberflachen der Teil- 
graben 44B bedeckt werden aber daB die Bodenmittelab- 

35 schnitte def Teilgraben 44A freigelegt sind. Dieses Bilden 
niitzt die Tatsache aus, daB die Breite der Teilgraben 44B ge- 
ringer ist als die der Teilgraben 44A. 

Wie in Fig. 21 gezeigt ist, wird ein Siliziumatzen auf der 
SOI-Schicht 3, das die Oxidfilme 47 als Maske verwendet, 

40 derart durchgefuhrt, daB Teile der SOI-Schicht 3 entfernt 
werden, die nicht mit den Oxidfilmen 47 bedeckt sind, ein- 
schlieBlich Teilen der SOI-Schicht, die unter den Bodenmit- 
telabschriitten der Teilgraben 44A positioniert sind und so 
wird die Oberflache des vergrabenen Oxidfllmes 2 in den 

45 Teilgraben 44A freigelegt 

Dann wird ein Oxidfilm rriit einer Dicke von ungefahr 
500 nm oben auf der sich ergebenden Struktur durch den 
HDPCVD-Vorgang und ahnlichem abgeschieden. Es wird 
ein Polieren durchgefuhrt durch den CMP-Vorgang in einer 

50 ahnlichen Weise zu der der Anmelderin bekannten Graben- 
trennung und so wird der Nitridfilm 42 teilweise entfernt. 
Danach werden der Nitridfilm 42 und der Oxidfilm 41 ent- 
fernt. Dies stellt einen Aufbau bereit, bei dem der Teiloxid- 
film 31 (mit der SOI-Schicht darunter) und der Oxidfilm 33 

55 (mit der SOI-Schicht 3 unter Teilen davon) selektiv gebildet 
sind, wie in Fig. 21 gezeigt ist, 

Dann wird ein NMOS-Transistor in dem.NMOS-Transi- 
storbildungsbereich gebildet und wird ein PMOS-Transistor 
in dem PMOS-Transistorbildungsbereich gebildet durch ein 

60 vorhandenes Verfahren. Dies stellt den SOI-Aufbau der drit- 
ten Form der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform bereit, 
der in Fig. 7 gezeigt ist. 

Viertes Herstellungsverfahren (Dritte Form) 

65 

Fig. 23 bis 27 sind Schnittansichten, die einen noch ande- 
ren Trennvorgang bei dem Herstellungsverfahren gemaB der 
dritten Form der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform zei- 
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gen. Das in Fig. 23 bis 27 gezeigte Verfahren, hebt beson- 
ders die Bildung von Teilgraben mit. verschiedenen Breiten 
hervor. 

Anfanglich ist, wie in Fig. 23 gezeigt ist, das Ausgangs- 
material das SOI-Substrat, das das Siliziumsubstrat 1, den 5 
vergrabenen Oxidfilm 2 und die SOI-Schicht 3 aufweist. 

Bezugnehmend auf Fig. 24 werden relativ breite Teilgra- 
ben 44 A und relativ sen male Teilgraben 44B gebildet. Die 
Teilgraben 44A werden fur die vollstandige Trennung ver- 
wendet, und die Teilgraben 44B werden fur die Teiltxennung 10 
verwendet. Die Teilgraben 44 A und 44B werden derart ge- 
bildet, daB untere Teile der SOI-Schicht 3 zuruckbleiben. 

Wie in Fig. 25 gezeigt ist, wird als nachstes das Photore- 
sist 49 derart bemustert, daB die Teilgraben 44B vollstandig 
gefullt werden und daB die Seitenoberflachen der Teilgraben 15 
44A bedeckt werden. Dies stellt sicher, daB die Bodenmit- 
telabschnitte der Teilgraben 44A freigelegt sind. 

Danach wird, wie in Fig. 26 gezeigt ist, ein Siliziumatzen 
durchgefuhrt auf der SOI-Schicht 3 unter Verwendung des 
Photoresistes 49 als Maske und so werden Teile der SOI- 20 
Schicht 3, die nicht mit dem Photoresist 49 bedeckt sind, 
einschlieBlich Teilen der SOI-Schicht 3, die unter den Bo- 
denmittelabschnitten der Teilgraben 44A positioniert sind, 
derart entfernt, daB die Oberflache des vergrabenen Oxidfil- 
mes 2 in den Teilgraben 44A freigelegt wird. 25 

Dann wird ein Oxidfilm oben auf dem sich ergebenden 
Aufbau durch den HDPCVD-Vorgang und ahnlichem abge- 
schieden. Es wird ein Polieren durchgefuhrt durch den 
CMP- Vorgang in einer ahnlichen Weise zu der der Anmel- 
derin bekannten Grabentrennung und so wird der Nitridfilm 30 
42 teilweise entfernt. Danach werden der Nitridfilm 42 und 
der Oxidfilm 41 entfernt. Dies stellt einen Aufbau bereit, bei 
dem der Teiloxidfilm 31 (mit der SOI-Schicht 3 darunter) 
und der Oxidfilm 33 (mit^der SOI-Schicht 3 darunter) selek- 
tiv gebildet sind, wie in Fig. 27 gezeigt ist; 35 

Funftes HersteUungsverfahren (Dritte Form) 

Fig. 58 bis 62 sind Schnittansichten, die einen weiteren 
Trenn vorgang bei dem HersteUungsverfahren gemaB der 40 
dritten Form der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform zei- 
gen. 

Anfanglich- ist, wie in Fig. 58 gezeigt ist, das Ausgangs- 
material das SOI-Substrat, das das Siliziumsubstrat 1, einen 
vergrabenen Oxidfilm 2 und die SOI-Schicht 3 aufweist. 45 

Wie in Fig. 59 gezeigt ist, wird der Oxidfilm 41 auf dem 
SOI-Substrat abgeschieden, und wird der Nitridfilm 42 auf 
dem Oxidfilm 41 abgeschieden. Das Bemustern des Trenn- 
bereiches, das einen bemusterten Photoresist 213 als Maske 
verwendet, atzt den Nitridfilm 42, den Oxidfilm 41 und die 50 
SOI-Schicht 3 derart, daB die Oberflache des vergrabenen 
Oxidfilmes 2 derart freigelegt wird, daB eine Mehrzahl von 
Graben 214 gebildet werden. 

Als nachstes wird, wie in Fig. 60 gezeigt ist, ein Photore- 
sist 215 selektiv auf dem verbleibenden Nitridfilm 42 gebil- 55 
det. Der Photoresist 215 weist eine Offnung bzw. jeweils 
eine Offnung fur jeden der Graben 214 mit einer groBeren 
Breite als die Breite der Graben 214 auf. 

Wie in Fig. 61 gezeigt ist, werden der Nitridfilm 42, der 
Oxidfilm 41 Und ein Teil der SOI-Schicht 3 unter Verwen- 60 
dung des Photoresists 215 als Maske derart geatzt, daB 
gleichzeitig Teilgraben 216 mit der SOI-Schicht 3, die da- 
zwischenliegt, und kombinierte Graben 217, die jeweils ei- 
nen durchgehenden Teil, der sich zu der SOI-Schicht 3 in ei- 
nem Mittelteil erstreckt, und einen nicht durchgehenden 65 
Teil, unter dem die SOI-Schicht 3 verbleibt, aufweisen, ge- 
bildet werden. 

Dann wird ein Oxidfilm oben auf der sich ergebenden 



Struktur durch den HDPCVD-Vorgang und ahnlichem ge- 
bildet. Es wird ein Polieren durch den CMP- Vorgang in ei- 
ner ahnlichen Weise zu der der Anmelderin bekannten Gra- 
bentrennung durchgefuhrt und so wird der Nitridfilm 42 teil- 
weise entfernt. Danach werden der Nitridfilm 49 und der 
Oxidfilm 41 entfernt. Dies stellt einen Aufbau bereit, bei 
dem der Teiloxidfilm 31 (mit der SOI-Schicht 3 darunter) 
und der Oxidfilm 33 (mit der SOI-Schicht 3 unter Teilen da- 
von) selektiv gebildet sind, wie in Fig. 62 gezeigt ist. 

Sechstes HersteUungsverfahren (Dritte Form) 

In einem auBerordentlichen Beispiel des HersteUungsver- 
fahren konnen das Atzen des Teiltrennbereiches derart, daB 
sich ein Graben durch die SOI-Schicht 3 erstreckt, und dann 
Fullen des Grabens mit einem Oxidfilm derart, daB der Teil- 
trennbereich in einen kompletten Trennbereich umgewan- 
delt wird, durchgefuhrt werden nach dem Schritt des Bil- 
dens der Gateelektrode eines Transistors, der durch die Teil- 
txennung getrennt ist, oder wahrend dem spateren Schritt des 
Bildens eines Kontaktes und einer Verbindungsleitung. 

Modifikationen 

Die HersteUungsverfahren der zweiten bevorzugten Aus- 
fuhrungsform enthalten das Bilden der SiN/SiC^-Mehr- 
schicht auf der SOI-Schicht zur Grabentrennung und Fullen 
der Graben mit den Trennoxidfilmen. Ahnliche Effekte wer- 
den bereitgestellt durch andere verschiedene Verfahren, 
z. B. ein Verfahren, das ein Fullen der Graben unter Verwen- 
dung von einer SiN/PolySi/Si02-Mehrschicht anstatt der 
SiN/Si02-Mehrschicht, Oxidieren der Mehrschicht und Ab- 
runden der Ecken der Graben aufweist. 

Dritte bevorzugte Ausfuhrungsform . . 

Erste Form 

Fig. 28 ist eine Schnittansicht einer ersten Form der Halb- 
leitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB einer dritten 
bevorzugten Ausfuhrungsform. 

Wie in Fig. 28 gezeigt ist, ist ein Aufbau einer vollstandi- 
gen Trennung, der den vollen Oxidfilm 32 verwendet, in ei- 
nem Bereich bereitgestellt, in dem eine Schaltung (erste 
Schaltung) gebildet werden soil, die eine Integration erfor- 
dert (da der Teiloxidfilm 31 einen etw as geringeren Integra- 
tionsgrad aufweist als der voile Oxidfilm 32, aufgrund des 
darunter gebildeten Wannenbereiches), die aber weniger be- 
einfluBt ist durch den Effekt des schwebenden Substrates. 
Andererseits ist ein Aufbau mit einer Teiltrennung, der den 
Teiloxidfilm 31 und den Wannenbereich 11 (12) darunter 
verwendet, in einem Bereich vorgesehen, in dem eine Schal- 
tung (zweite Schaltung) gebildet werden soil, fur die der 
EinfluB des Effektes des schwebenden Substrates eine 
Schwierigkeit ist. Die Trennung zwischen dem Bereich, in 
dem die erste Schaltung gebildet werden soli, und dem Be- 
reich, in dem die zweite Schaltung gebildet werden soli, ist 
durch den Aufbau der vollstandigen Trennung vorgesehen, 
der den vollen Oxidfilm 32 verwendet. 

Wie in Fig. 28 gezeigt ist, sind Beispiele der ersten Schal- 
tung eine interne Schaltung und eine digitale Schaltung und 
sind Beispiele der zweiten Schaltung eine I/O-Pufferschal- 
tung und eine analoge Schaltung (eine PLL-S chaining und 
eine Leseverstarkerschaltung). Andere Beispiele der zwei- 
ten Schaltung sind eine Zeitgeberschaltung und eine dyna- 
mische Schaltung. 

Somit beriicksichtigt die erste Form der dritten bevorzug- 
ten Ausfuhrungsform, wie stark die zu bildende Schaltung 
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durch den Effekt des schwebenden Substrates beeinfluBt 
wird, um die Verwendung der Teiltrennung, die durch den 
Teiloxidfilm 31 bereitgestellt ist, und die Verwendung der 
vollstandigen Trennung, die durch den vollen Oxidfilm 32 
bereitgestellt. ist, auszuwahlen, wodurch der Trenn aufbau 
erreicht wird, der einen ausgezeichneten Ausgleich von der 
Unterdriickung des Effektes des schwebenden Substrates 
und der Verbesserung der Integration vorsieht. 

Der Aufbau vori Fig. 28 kann erhalten werden unter Ver- 
wendung des ersten bis vierten Herstellungsverfahrens des 
zweiten bevorzugten Ausfuhrungsbeispieles, um selektiv 
den Teiloxidfilm 31 und den vollen Oxidfilm 32 (Oxidfilm 
33) zur Trennung zu bilden und dann erste und zweite Schal- 
tung zu bilden. 

Zweite Form 

Fig. 29 ist eine Schnittansicht einer zweiten Form der 
Halbleitereinrichtung mit dem SOI- Aufbau gemaB der drit- 
ten bevorzugten Ausfuhrungsform. Wie in Fig. 29 gezeigt 
ist, ist die Teil-SOI-Schicht 3B zum Bilden der ersten S chai- 
ning, die vollstandig getrennt werden soil, diinner als eine 
Teil-SOI-Schicht 3A zum Bilden der zweiten Schaltung, die 
teilweise getrennt werden soil. Ein voller Oxidfilm 34, ein 
Drainbereich 5t, ein Sourcebereich 6t und ein Kanalbil- 
dungsbereich 7t, die in der Teil-SOI-Schicht 3B gebildet 
sind, sind folglich diinner. 

Die zweite Form der dritten bevorzugten Ausfuhrungs- 
form ist dadurch gekennzeichnet, daB die Teil-SOI-Schicht 
3B zur Bildung der ersten Schaltung diinner ist als die Teil- 
SOI-Schicht 3 A zur Bildung der zweiten Schaltung. Somit 
ermoglicht das Atzen, das die gleichen Grabenatzbedingun- 
gen verwendet, die separate Bildung der Teilgraben fur die 
Teil-SOI-Schicht 3A und der vollen Graben fur die Teil- 
SOI-Schicht 3B . Daher vereinfacht die zweite Form der drit- 35 
ten bevorzugten Ausfuhrungsform das Herstellungsverfah- 
ren, zum Beispiel Auslassen des in Fig. 10 gezeigten Schrit- 
tes in dem ersten Herstellungsverfahren, um die vollstan- 
dige Trennung der Teil-SOI-Schicht 3B und der Teiltren- 
nung der Teil-SOI-Schicht 3 A bereitzustellen. 40 

Unabhangig davon, ob die vollstandige Trennung oder 
die Teiltrennung bereitgestellt wird, ist es bevorzugt, die 
Dicke der SOI-Schicht zur Bildung der I/O-Pufferschaltung, 
der analogen Schaltung (PLL, Leseverstarker), der Zeitge- 
berschaltung und der dynamischen Schaltung, die der zwei- 45 
ten Schaltung entsprechen, fur die ein fixiertes Substratpo- 
tential benotigt wird, zu erhohen. Die zweite Form der drit- 
ten bevorzugten Ausfuhrungsform ist in dieser Hinsicht vor- 
teilhaft und kann effektiv den Anstieg der Temperatur unter- 
drucken unter Verwendung von der Filmdicke, speziell 50 
wenn sie auf. eine Schutzschaltung angewendet wird. 

Dritte Form 

Eine dritte Form der dritten bevorzugten Ausfuhrungs- 55 
form zeigt besonders die Halbleitervorrichtung mit dem 
SOI-Aufbau, bei dem die komplette Trennung, die zumin- 
dest den vollen Oxidfilm 32 verwendet, als die Trennung 
verwendet werden kann zwischen einer Rauschquelle, wie 
z. B. einer IA>Schaltung und einer Hochfrequenzschaltung, 60 
und anderen Schaltungen, und die Trennung, die die Teilo- 
xidfilme 31 verwendet, kann als die Trennung von anderen 
Abschnitten eingesetzt werden. Dies verringert den EinfluB 
des Rauschens auf die interne Schaltung und minimiert den 
EinfluB des Effektes des schwebenden Substrates (Effektes 65 
des Substrates ohne fixiertem Potential). 



Vierte bevorzugte Ausfuhrungsform 

Fig. 30 und 31 sind Schnittansichten der Halbleiterein- 
richtung mit dem SOI-Aufbau gemaB einer vierten bevor- 
5 zugten Ausfuhrungsform und entsprechend den Querschnit- 
ten der ersten bevorzugten Ausfuhrungsform entlang der. Li- 
nie A-A bzw. B-B von Fig. 3. 

Wie in Fig. 30 und 31 gezeigt ist, ist die Halbleitereinrich- 
tung mit dem SOI-Aufbau, der das Sihziumsubstrat 1, den 
10 vergrabenen Oxidfilm 2 und die SOI-Schicht 3 aufweist, 
derart konstruiert, daB ein Teiloxidfilm 71 mit darunter ge- 
bildeten Wannenbereichen die Transistorbildungsbereiche 
in der SOI-Schicht 3 voneinander trennt. Ein p-Polysilizi- 
umbereich 61 ist unterhalb eines Teils des Teiloxidfilmes 71, 
15 der die NMOS-Transistoren voneinander trennt, gebildet, 
und ein n-Polysiliziumbereich 62 ist unterhalb eines Teils 
des Teiloxidfilmes 71 gebildet, der PMOS-Transistoren von- 
einander trennt. Der p-PolysiHziumbereich 61 (naher an den 
NMOS-Transistoren) und der n-Polysiliziumbereich 62 (na- 
20 her an den PMOS-Transistoren) sind in einer Seite-an-Seite- 
Beziehung unterhalb eines Teiles des Teiloxidfilmes 71 ge- 
bildet der die NMOS- und PMOS-Transistoren voneinander 
trennt. 

Wie in Fig. 31 gezeigt ist, ist der Korperbereich 10 mit 
25 dem Polysiliziumbereich 61 in der SOI-Schicht 3 urngeben. 
Der Korperbereich 10 ist in Kontakt mit einem benachbar- 
ten Teil des Polysiliziumbereiches 61. Die Verbindungs- 
schicht 25, die auf dem Zwischenschichtisolierfilm 4 gebil- 
det ist, ist elektrisch iiber den Korperkontakt 23, der in dem 
30 Zwischenschichtisolierfilm 4 gebildet ist, mit dem Korper- 
bereich 10 verbunden. 

Somit verwendet die Halbleitereinrichtung der vierten be- 
vorzugten Ausfuhrungsform die Polysiliziumbereiche 61 
und 62, die unterhalb dem Teiloxidfilm 71 als die Wannen- 
bereiche gebildet sind, und weist ein elektrisches Potential 
auf, das durch den Korperbereich 10 fixiert ist. Daher stabi- 
lisiert die Halbleitereinrichtung der vierten bevorzugten 
Ausfuhrungsform das Potential des Kanalbildungsbereiches 
7 derart, daB der Effekt des schwebenden Substrates verrin- 
gert wird. 

Altemativ konnen, wie in Fig. 32 gezeigt ist, der Teilo- 
xidfilm 71 und der Polysiliziumbereich 61 (62), der darunter 
gebildet ist, die NMOS-Transistoren voneinander trennen 
und die PMOS-Transistoren voneinander trennen, und der 
voile Oxidfilm 32 kann eine Trennung zwischen den PMOS- 
und den NMOS-Transistoren vorsehen. Eine solche Anord- 
nung ist vorteilhafter als die in Fig. 30 und 31 gezeigte An- 
ordnung darin, daB sie die Trennbreite zwischen den. PMOS- 
und NMOS-Transistoren verringert und einen DurchgrifF 
verhindert. 

Herstellungsverfahren 

Fig. 33 bis 37 sind Schnittansichten, die einen Trennvor- 
gang in dem Herstellungsverfahren der Halbleitereinrich- 
tung gemaB der vierten bevorzugten Ausfuhrungsform zei- 
gen. 

Anfanglich ist, wie in Fig. 33 gezeigt ist, das Ausgangs- 
material das.SOI-Substrat, das das Siliziumsubstrat 1, den 
vergrabenen Oxidfilm 2 und die SOI-Schicht 3 aufweist. 
Der Oxidfilm 41 wird auf dem SOI-Substrat abgeschieden, 
und der Nitridfilm 42 wird auf dem Oxidfilm 41 abgeschie- 
den. Das Bemustem des Trennbereiches, das das bemusterte 
Photoresist 43 als Maske verwendet, bildet eine Mehrzahl 
von Graben 144, die sich durch einen Dreischichtfilni er- 
strecken, der aus dem r^itridfilm 42, dem Oxidfilm 41 und 
der SOI-Schicht 3 gebildet ist. 

Bezugnehmend auf Fig. 34 wird eine Polysiliziumschicht. 
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65 mit einer gut gesteuerten Filmdicke derart abgeschieden, 
daG der sich ergebende Aufbau vollstandig bedeckt wird. 
Danach wird, wie in Fig. 35 gezeigt ist, ein Photoresist 66 . 
derart gebildet, da£ einige der Mehrzahl von Graben 144 be- 
deckt werden. Die Polysiliziumschicht 65 in dem verblei- 5 
benden Graben 144, die nicht bedeckt ist mit dem Photore- 
sist 66, wird derart weggeatzt, daB der voile Graben 48 ge- 
bildet wird. 

Dann wird ein Grabenfulloxidfilm durch den HDPCVD- 
Vorgang und ahnlichem derart abgeschieden, daB der resul- io 
tierende Aufbau vollstandig bedeckt wird. Es wird ein Potie- 
ren durchgefuhrt durch den CMP-Vorgang in einer ahnli- 
chen Weise zu der der Anmelderin bekannten Grabentren- 
nung und so wird der Nitridfilm 43 teilweise entfernt. Da- 
nach werden der Nitridfilm 42 und der Oxidfilm 41 entfernt. 15 
Dies stellt ein Aufbau bereit, bei dem ein Polysiliziumbe- 
reich 67, ein Oxidfilm 68, der darin verbleibt, und der voile 
Oxidfilm 32 selektiv gebildet sind, wie in Fig. 36 gezeigt ist. 

Wie in Fig. 37 gezeigt ist, wird der Polysiliziumbereich 
67 derart oxidiert, daB ein Teiltrennaufbau mit dem Teilo- 20 
xidfilm 71, der den Oxidfilm 68 und den oxidierten Teil des 
Polysiliziumbereiches 67 aufweist, und mit dem Polysilizi- . 
umbereich 61 (62), der nicht oxidiert wurde, fertiggestellt 
wird. 

Da der Oxidationsgrad des Polysiliziumbereiches 67 gro- 25 
Ber ist als der eines Oxidfilmes 70, der auf der SOI-Schicht 3 
gebildet ist, wird ein ausreichender Niveauunterschied zwi- 
schen der Oberflache der SOI-Schicht 3 und der Oberseite 
des Polysiliziumbereiches 61 (62) derart bewirkt, daB ein 
KurzschluB zwischen der Gateelektrode 9 und dem Polysili- 30 
ziumbereich 61 aufgrund einer Fehlerhaftigkeit des Oxidfil- 
mes wahrend der Bildung des Gate-Oxidfilmes verhindert 
wird. 

Dann wird ein NMOS -Transistor in dem NMOS-Transi- 
storbildungsbereich gebildet und wird ein PMOS-Transistor 35 
in dem PMOS-Transistorbildungsbereich gebildet durch ein 
vorhandenes Verfahren. Dies stellt den SOI-Aufbau bereit, 
der in Fig. 32 gezeigt ist. 



Fiinfte bevorzugte Ausfuhrungsform 
Erste Form 
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Fig. 38 ist eine Schnittansicht einer ersten Form der Halb- 
leitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB einer fiinften 45 
bevorzugten Ausfuhrungsform. Wie in Fig. 38 gezeigt ist, 
ist die Halbleitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau, der das 
Siliziumsubstrat 1, den vergrabenen Oxidfilm 2 und die 
SOI-Schicht 3 aufweist, derart konstruiert, daB ein Film 75 
mit geringer dielektrischer Konstante (ein Isolierfilm, der 50 
eine dielektrische Konstante aufweist, die geringer ist als die 
von allgemeinen Isolierfilmen, wie z. B. des vergrabenen 
Oxidfilmes 2) mit darunter gebildeten Wannenbereichen die 
Transistorbildungsbereiche in der SOI-Schicht 3 voneinan- 
der trennt. In einer ahnlichen Weise wie bei der ersten be- 55 
vorzugten Ausfuhrungsform ist der p-Wannenbereich 11 un- 
terhalb eines Teiles des Filmes 75 mit geringer dielektri- 
scher Konstante, der die NMOS-Transistoren voneinander 
trennt, gebildet, und ist der n-Wannenbereich 12 unterhalb 
eines Teiles des Filmes 75 mit geringer dielektrischer Kon- 60 
stante gebildet, der die PMOS-Transistoren voneinander 
trennt. Ein p-Wannenbereich und ein n-Wannenbereich 
(beide sind in Fig. 38 nicht gezeigt) sind unterhalb eines Tei- 
les des Filmes 75 mit geringer dielektrischer Konstante ge- 
bildet, der die NMOS- und PMOS-Transistoren voneinander 65 
trennt. Das elektrische Potential kann durch den oben be- 
schriebenen Wannenbereich fixiert sein ahnlich zu der er- 
sten bevorzugten Ausfuhrungsform, und der Korperbereich 



kann elektrisch damit verbunden sein. 

Bei dem SOI-Aufbau ist die Dicke der SOI-Schicht 3 in 
einigen Fallen so diinn wie ungefahr 50 nm. Zu dieser Zeit 
gibt es eine Gefahr, daB der unterhalb des Trennoxidfilmes 
(des Teiloxidfilmes 31 in Fig. 1.) gebildete Wannenbereich 
verarmt oder invertiert wird und so einen Leckstrom be- 
wirkt, der zwischen den voneinander zu trennenden Transi- 
storen flieBt; 

In der ersten Form der vierten bevorzugten Ausfuhrungs- 
form wird der Film 75 mit geringer dielektrischen Konstante 
fur eine Vorrichtungstrennung verwendet, um ausreichend 
die Kapazitat davon zu unterdrucken, sogar wenn die Dicke 
davon sehr diinn ist, wodurch positiv die Erzeugung des 
Leckstrornes verhindert wird. 

Der Film 75 mit niedriger dielektrischer Konstante, der 
hier verwendet wird, ist ein Siliziumoxidfilm (mit einer rela- 
tiven dielektrischen Konstanten in der GroBe von 3,9 bis 4), 
zur Verwendung als der vergrabene Oxidfilm 2 mit Fluor, 
das darin gemischt ist, und ein organischer Film, der eine re- 
lativ dielektrische Konstante von ungefahr 3 aufweist. 

Zweite Form 

Fig. 39 ist eine Schnittansicht einer zweiten Form der 
fiinften bevorzugten Ausfuhrungsform. Wie in Fig, 39 ge- 
zeigt ist, werden ein Film 76 mit geringer dielektrischer 
Konstante und ein Siliziumoxidfilm 78, der auf der Boden- 
oberflache und den Seitenoberflachen des Filmes 76 mit ge- 
ringer dielektrischer Konstante gebildet ist, anstatt des di- 
elektrischen Filmes 75 mit geringer dielektrischer Konstante 
von Fig. 38 zur Vorrichtungstrennung verwendet Andere 
Komponenten von Fig. 39 sind ahnlich zu denen der ersten 
in Fig. 38 gezeigten Form. 

Der Sihziumoxidfilm 78 ist derart auf der Bodenoberfla- 
che und den Seitenoberflachen des Filmes 76 mit geringer 
dielektrischer Konstante gebildet, daB die Erzeugung von 
Defekten an der Schnitts telle zu dem Silizium (Drainbereich 
5, Sourcebereich 6, Wannenbereiche 11 und 12 und ahnli- 
ches) und von elektrischen Ladungen an der Schnitts telle 
positiv unterdriickt . werden. Der Siliziumoxidfilm 78 wird 
untef Verwendung der thermischen Oxidation und der GVD- 
Technik gebildet. 

DritteForm 

Fig. 40 ist eine Schnittansicht einer dritten Form der fiinf- 
ten bevorzugten Ausfuhrungsform. Wie in Fig.. 40 gezeigt 
ist, werden ein Film 77 mit geringer dielektrischer Kon- 
stante und ein Siliziumoxidfilm 79, der auf den Seitenober- 
flachen des Filmes 77 mit geringer dielektrischer Konstante 
gebildet ist, anstatt des dielektrischen Filmes 75 mit gerin- 
ger dielektrischer Konstante von Fig. 38 zur Vorrichtungs- 
trennung verwendet. Andere Komponenten von Fig. 45 sind 
ahnlich zu denen der ersten in Fig. 38 gezeigten Form. 

Der Siliziumoxidfilm 79 ist auf den Seitenoberflachen des 
Filmes 77 mit geringer dielektrischer Konstante rnit dem 
Hauptziel des positiven Unterdriickens der Erzeugung von 
Defekten an der Schnitts telle mit dem Silizium (Drainbe- 
reich 5 und Sourcebereich 6), das in seitlicher Beziehung 
dazu angeordnet ist und auch mit dem Kanalbildungsbereich 
7 und der Unterdruckung von elektrischen Ladungen an der 
Schnittstelle gebildet. 

Sechste bevorzugt Ausfuhrungsform 

Erste Form 

Fig. 41 ist. eine Schnittansicht einer ersten Form einer 
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Halbleitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB einer 
sechsten bevorzugten Ausfuhrungsform. 

Wie in Fig. 41 gezeigt ist, trennt der Zwischenschichtiso- 
lierfilm 4 (obwohl ein Abschnitt entsprechend dem vollen 
Oxidfilm 32 auch als der Zwischenschichtisolierfilm 4 dar- 
gestellt ist) vollstandig in die Vorrichtungen voneinander; 
Ein Verbindungsbereich 80, der als ein Korperbereich dient, 
ist in einem oberen Abschnitt des vergrabenen Oxidfilmes 2 
gebildet, und Teile des Verbindungsbereiches 80 sind in 
Kontakt mit den Bodenoberflachen der Endabschnitte der 
SOI-Schicht 3 (der Drainbereich 5 und der Kanalbildungs- 
bereich 7 in Fig. 41), urn eine elektrische Verbindung damit 
aufrechtzuerhalten. Der Verbindungsbereich 80 ist aus dem 
gleichen Leitungstyp wie der Kanalbildungsbereich 7. Glei- 
che Bezugszeichen werden zum Bezeichnen von Kornpo- 15 
nenten verwendet, die ahnlich zu denen von Fig. 1 und 2 
sind, und die Beschreibung davon wird ausgelassen. 

Somit wird die Halbleitereinrichtung der ersten Form der 
sechsten bevorzugten Ausfiihrungsform derart entworfen, 
daB der Verbindungsbereich 80, der als Korperbereich dient, 20 
eher in dem oberen Abschnitt des vergrabenen Oxidfilmes 2 
als in der SOI-Schicht 3 vorgesehen wird und so einen Ni- 
veauunterschied von zumindest gleich oder grofier als die 
Dicke der SOI-Schicht 3 von der Gateelektrode 9 vorsieht. 
Als Ergebnis kann die erste Form der sechsten bevorzugten 25 
Ausfuhrungsform positiv einen nachteiligen KurzschluB 
zwischen der Gateelektrode 9 und dem Verbindungsbereich 
80 wahrend der Herstellung verhindern. 

Zweite Form . 30 

Fig. 42 ist eine Schnittansicht einer zweiten Form der 
Halbleitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB der sech- 
sten bevorzugten Ausfuhrungsform. 

Wie in Fig. 42 gezeigt ist, sind der flache Drainbereich 5s 35 
und der flache Sourcebereich 6s in dem oberen Abschnitt 
der SOI-Schicht 3 gebildet. Andere Komponenten von Fig. 
42 sind ahnlich zu denen der ersten Form, die in Fig. 41 ge- 
zeigt ist. 

Somit ist die Halbleitereinrichtung gemaB der zweiten 40 
Form der sechsten bevorzugten Ausfuhrungsform derart 
entworfen, daB der flache Drainbereich 5s und der flache 
Sourcebereich 6s in dem oberen Abschnitt der SOI-Schicht 
3 derart gebildet sind, daB der Kontakt mit dem Verbin- 
dungsbereich 80 erhalten wird und das positiv ein Leek- 45 
strom verhindert wird. 

Konzept des Herstellungsverfahrens 

Fig. 43 bis 45 sind Schnittansichten, die konzeptionell 50 
den Vorgang des Bildens des Polysiliziumbereiches, der als 
der Verbindungsbereich 80 dient, zeigen. 

Zuerst wird, wie in Fig. 43 gezeigt ist, der SOI-Aufbau, 
der das Siliziumsubstrat 1, den vergrabenen Oxidfilm 2 und 
die SOI-Schicht 3 aufweist, vorbereitet, und die SOI- 55 
Schicht 3 wird selektiv von der Oberflache des SOI-Aufbaus 
derart entfernt, daB ein Grabentrennvorrichtungsbildungs- 
bereich gebildet wird. 

Wie in Fig. 44 gezeigt ist, wird ein NaBatzen durchge- 
fuhrt auf dem vergrabenen Oxidfilm 2 unter Verwendung 60 
der SOI-Schicht 3 als Maske und so werden Teile des ver- 
grabenen Oxidfilmes 2, die unterhalb der unteren Oberflache 
der Endabschnitte der SOI-Schicht 3 liegen, und obere Teile 
des vergrabenen Oxidfilmes 2, die nicht mit der SOI-Schicht 
3 bedeckt sind, entfernt, wodurch Locher 94 gebildet wer- 65 
den. Wie in Fig. 45 gezeigt ist, werden die Locher 94 mit 
Polysilizium derart gefullt, daB ein Polysiliziumbereich 81 
fur den Verbindungsbereich 80 gebildet wird. 
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Erstes Herstellungsverfahren 

Fig. 46 bis 48 sind Schnittansichten, die einen ersten Vor- 
gang zum Bilden des Polysiliziumbereiches, der als der Ver- 
5 bindungsbereich 80 dient, detaillierter zeigen. 

Zuerst wird, wie in Fig. 46 gezeigt ist, ein Siliziumoxid- 
film 91 auf der SOI-Schicht 3 des SOI-Substrates abgeschie- 
den, und ein Siliziumnitridfilm 92 wird auf dem Siiizium- 
oxidfilm 91 abgeschieden. Die SOI-Schicht 3, der Silizium- 
10 oxidfilm 91 und der Siliziumnitridfilm 92 werden zur Gra- 
bentrennung bemustert. Seitenwandsiliziumnitridfilme 93 
werden auf den Seitenoberflachen der bemusterten SOI- 
Schicht 3, des bemusterten Siliziumoxidfilmes 91 und des 
bemusterten Siliziumnitridfilmes 92 gebildet. 

Wie in Fig. 47 gezeigt wird, wird ein NaBatzen auf dem 
vergrabenen Oxidfilm 2 unter Verwendung des Siliziumni- 
tridfilmes 92 und der Seitenwandsiliziumnitridfilme 93 als 
Maske derart durchgefuhrt, daB Teile des vergrabenen Oxid- 
filmes 2, die unterhalb der Bodenoberflache der Endab- 
schnitte der SOI-Schicht 3 liegen, und obere Teile des ver- 
grabenen Oxidfilmes 2, die nicht mit der SOI-Schicht 3 be- 
deckt sind, sondern freigelegt sind, entfernt werden, wo- 
durch die Locher 94 gebildet werden. 

Danach wird, wie in Fig. 48 gezeigt ist, eine Polysili- 
ziumschicht oben auf dem resultierenden Aufbau abgeschie- 
den und wird dann zuruckgeatzt durch Trockenatzen und so 
werden die Locher 94 mit Polysilizium gefullt, wodurch der 
Polysiliziumbereich 81, der als der Verbindungsbereich 80 
dient, gebildet wird. 

Danach wird der in Fig. 11 gezeigte Schritt durchgefuhrt. 
Speziell werden die Mehrzahl von Vorrichtungsbildungsbe- 
reiche voneinander isoliert durch Fiillen der Graben mit dem 
Oxidfilm oder durch andere Verfahren, und es wird errnog- 
licht, daB der Verbindungsbereich 80 extern das elektrische 
Potential fixiert. Dann werden die vorbestimmten Vorrich- 
tungen bzw. Einrichtungen in der Mehrzahl von Vorrich- 
tungsbildungsbereichen entsprechend gebildet. Dies stellt 
den in Fig. 41 oder 42 gezeigten Aufbau fertig. 

Zweites Herstellungsverfahren 

Fig. 49 bis 51 sind Schnittansichten, die einen zweiten 
Vorgang zum Bilden des Polysiliziumbereiches, der als der 
Verbindungsbereich 80 dient, lm Detail zeigen. 

Zuerst werden, wie in Fig. 46 gezeigt ist, die SOI-Schicht 
3, der Siliziumoxidfilm 91 und der Siliziumnitridfilm 92 zur 
Grabentrennung bemustert. Die Seitenwandsiliziumnitrid- 
filme 93 werden auf den Seitenoberflachen der bemusterten 
SOI-Schicht 3, des bemusterten Siliziumoxidfilmes 91 und 
des bemusterten Siliziumnitridfilmes 92 gebildet. 

Wie in Fig. 49 gezeigt ist, wird ein NaBatzen auf dem ver- 
grabenen Oxidfilm 2 unter Verwendung des Siliziumnitrid- 
filmes 92 und der Seitenwandsiliziumnitridfilme 93 als 
Maske derart durchgefuhrt, daB Teile des vergrabenen Oxid- 
filmes 2, die unterhalb der Bodenoberflache der Endab- 
schnitte der SOI-Schicht 3 liegen, und obere Teile des ver- 
grabenen Oxidfilmes 2, die nicht mit der SOI-Schicht 3 be- 
deckt sind, entfernt werden, wodurch die Locher 94 gebildet 
werden. 

Als nachstes werden, wie in Fig. 50 gezeigt ist, epitak- 
tisch gewachsene Schichten 82 unterhalb der Seitenwandsi- 
liziumnitridfilme 93 durch epitaktisches Wachsen von der 
freigelegten Bodenoberflache der SOI-Schicht 3 gebildet. 

Danach wird, wie. in Fig. 51 gezeigt ist, eine Polysili- 
ziumschicht auf der Oberseite des erhaltenen Aufbaus abge- * 
schieden und wird dann zuruckgeatzt und so werden die Lo- 
cher 94 mit Polysilizium gefullt, wodurch der Polysilizium^ 
bereich 83 fiir den Verbindungsbereich 80 gebildet wird. 
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Folglich bilden die epitaktisch gewachsenen Schichten 82 
und die Polysiliziumbereiche 83 den Verbindungsbereich 
80. 

Danach werden die Mehrzahl von Vorrichtungsbildungs- 
✓bereichen voneinander durch Fullen der Graben mit Oxid- 5 
film oder durch andere Verfahren getrennt, und .es wird er- 
moglicht, daB der Verbindungsbereich 80 extern das elektri- 
sche Potential fixiert. Dann werden vorbestimmte Vorrich- 
tungen in der Mehrzahl von Vorrichtungsbildungsbereichen 
entsprechend gebildet. Dies stellt den in Fig. 41 und 42 ge- 10 
zeigten Aufb au fertig . 

Der Aufbau der zweiten Form der sechsten bevorzugten 
Ausfiihrungsform enthalt die epitaktisch gewachsenen 
Schichten 82, um einen ausreichenden Abstand zwischen 
den Polysiliziumbereichen 83 und einem PN-Ubergang, der 15 
durch den Drainbereich 5 oder den Sourcebereich 6 und den 
Kanalbildungsbereich 7 gebildet ist, vorzusehen, wodurch 
zufriedenstellende elektrische Eigenschaflen bereitgestellt 
werden. 

20 

Dritte Form 

Fig. 52 ist eine Schnittansicht einer dritten Form der sech- 
sten bevorzugten Ausfuhrungsform. Der in Fig. 52 gezeigte 
Aufbau wird durch Entfernen des Siliziumsubstrates 1 und 25 
des vergrabenen Oxidfilmes 2 durch Polieren der Struktur, 
die in Fig. 41 gezeigt ist (mit Ausnahme des Verbindungsbe- 
reiches 80, des Korperkontaktes 32, des Gatekontaktes 24 
und der Verbindungsschichten 22 und 25), Umdrehen des 
resultierenden Aufbaus, Verbinden eines Siliziumsubstrates 30 
90 mit einer neuen Bodenoberflache und Bilden eines Ver- 
bindungsbereiches 86 auf einer neuen oberen Oberflache. 
Somit weist der SOI-Aufbau das SiUziumsubstrat 90, den 
Zwischenschichtisolierfilm 4 und einen Vorrichtungsbil- 
dungsbereich (der den Drainbereich 5, den Sourcebereich 6, 35 
den Kanalbildungsbereich 7 und ahnliches enthalt) auf. 

Der Aufbau der dritten Form der sechsten bevorzugten 
Ausfuhrungsform enthalt den Verbindungsbereich 86 auf 
der oberen Oberflache als Konsequenz, um den Herstel- 
lungsschritt davon zii erleichtern. 40 

VierteForm 

Fig. 53 ist eine Schnittansicht einer vierten Form der 
sechsten bevorzugten Ausfuhrungsform. Wie in Fig. 53 ge- 45 
zeigt ist, sind Verbindungsbereiche 87 senkrecht durch den 
vergrabenen Oxidfilm 2 gebildet. Andere Komponenten von 
Fig. 53 sind ahnlich zu denen der ersten Form, die in Fig. 41 
gezeigt ist. 

Somit ist die vierte Form der sechsten bevorzugten Aus- 50 
fuhrungsform derart entworfen, daB die Verbindungsberei- 
che 87 sich durch den vergrabenen Oxidfilm 2 erstrecken, 
um das elektrische Potential von dem Siliziumsubstrat 1, das 
als Tragersubstrat dient, zu fixieren. Jeder der Verbindungs- 
bereiche 87 kann durch Bilden einer Durchgangsoffnung, 55 
die ein Loch 89, das in einem oberen Teii des vergrabenen 
Oxidfilmes 2 durch NaBatzen gebildet ist, und einen Durch- 
gangsabschnitt .88, der senkrecht durch den vergrabenen 
Oxidfilm 2 gebildet ist, der keine seitliche Hachenerhohung 
durch Trockenatzen aufweist, aufweist, und dann Fullen der 60 
Durchgangsoffnung mit Polysilizium oder ahnlichem gebil- 
det werden kann. Dies stellt die Verbindungsbereiche 87 be- 
reit, die sich senkrecht durch den vergrabenen Oxidfilm 2 er- 
strecken, wahrend die seitliche Flachenerhohung der Durch- 
gangsoffnung verhindert wird, wenn sie gebildet wird. 
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Siebte bevorzugte Ausfuhrungsform 

Fig. 63 ist eine Draufsicht zum Darstellen eines Ent- 
wurfsverfahrens eines kompletten Trennbereiches in der 
Halbleitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB einer 
siebten bevorzugten Ausfuhrungsform. Wie in Fig. 63 ge- 
zeigt ist, ist eine allgemeine Konfiguratiqn eines CMOS- 
Transistors derart, daB ein aktiver PMOS-Bereich 101 und 
ein PMOS-Korperkontaktbereich 102 selektiv gebildet sind 
in einem virtuellen bzw. tatsachlichen n-Wannenbereich 104 
und daB ein aktiver NMOS-Bereich 111 und ein NMOS- 
Korperkontaktbereich 112 selektiv gebildet sind in einem P- 
Bereich (nicht gezeigt) aufierhalb des virtuellen n-Wannen- 
bereiches 104. 

Wenn der kombinierte Trennbereich, der in der dritten 
Form (Fig. 7) der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform 
dargestellt ist, die Trennung zwischen den NMOS- und 
PMOS-Transistoren bereitstellt, entspricht der virtuelle n- 
Wannenbereich 104 im wesentlichen dem Teiltrennbereich, 
urid der vollstandige Trennbereich ist kontinuierhch zu dem 
Teiltrennbereich. . 

Es gibt eine groBe Wahrscheinlichkeit, daB die in der Ver- 
gangenheit gesammelten Layoutdaten zuganglich sind, um 
ein Layout einer Halbleitereinrichtung, die den kornbinier- 
ten Trennbereich verwendet, zu konstruieren. 

Daher wird der komplette Trennbereich automatisch er- 
zeugt durch AusfUhren eines Entwurfverfahrens mit den 
Schritten: 

(1) Erhalten der alten Daten betrefTend einer CMOS- 
Einrichtung, die einen PMOS-Transistor innerhalb ei- 
nes Wannenbereiches und einen NMOS -Transistor au- 
fierhalb des Wannenbereiches enthalt, 

(2) Definieren eines ersten und eines zweiten MOS- 
Transistorbildungsbereiches (der aktive PMOS-Be- 
reich 101, der PMOS-Korperkontaktbereich 102, der 
aktive NMOS-Bereich 111 und der NMOS-Korperkon- 
taktbereich 112) basierend auf den alten Daten und 

(3) Definieren eines kompletten Trennbereiches 105 in 
der Nachbarschaft des auBeren Umf angs des virtuellen 
n-Bereiches 104 unter Annahme eines Wannenberei- 
ches in den alten Daten als der virtuelle n- Wannenbe- 
reich 104. 

Da der virtuelle n- Wannenbereich 104 im allgemeinen 
eine Unterscheidung zwischen dem NMOS- und dem 
PMOS-Bereich macht, stellt die Definition des vollstandi- 
gen Trennbereiches basierend auf dem virtuellen n- Wannen- 
bereich 104 eine effektive Trennung zwischen dem NMOS- 
und dem PMOS -Transis tor berei t. 

In dem in Fig. 63 gezeigten Fall ist der komplette Trenn- 
bereich 105 derart deflniert, daB ein auBerer Umfang davon 
nach auBen um einen Abstand W/2, der eine Halfte der voll- 
standigen Trennbreite W ist, von dem auBeren Umfang des 
virtuellen n- Wannenbereiches 104 beabstandet ist und daB 
ein innerer Umfang des kompletten Trennbereichs 105 um 
den Abstand W/2 von dem auBeren Umfang des virtuellen 
n- Wannenbereiches 104 nach innen beabstandet ist. 

Somit wird der komplette Trennbereich automatisch defl- 
niert basierend auf. der kompletten Trennbreite in der Nach- 
barschaft des auBeren Urnfanges des Wannenbereiches in 
den alten Daten zur Herstellung des der Anmelderin be- 
kannten CMOS-Transistors. 

Femer kann ein Teiltrennbereich 113 definiert werden in 
einer kontinuierlichen Beziehung zu dem virtuellen n- Wan- 
nenbereich 104 mit Ausnahme in dem aktiven PMOS-Be- 
reich 101, dem PMOS-Korperkontaktbereich 102, dem vir- 
tuellen n- Wannenbereich 104, dem aktiven NMOS-Bereich 
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1U und dern NMOS-Korperkontaktbereich 112. Der kombi- 
nierte Trennbereich, der den kompletten Trennbereich 105 
und den Teil trennbereich 113 enthalt, wird somit entworfen. 

Achte bevqrzugte Ausfuhrungsform 5 

Durchgriffsphanomen 

Das Durchgriffsphanomen wird mit Bezug zu Fig. 64 be- 
schrieben. Wie in Fig, 64 gezeigt ist, enthalt eine CMOS- 10 
Struktur mit einem PMOS-Bereich 131 und einem NMOS- 
Bereich 141, die zueinander benachbart sind, einen parasita- 
ren Bipolartransistor Tl, der aus einem aktiven PMOS-Be- 
reich 133 in dem PMOS-Bereich 131, einem n-Wannenbe- 
reich 132 in dem PMOS-Bereich 131 und einem p-Wannen-. 15 
bereich 142 in dem NMOS-Bereich 141 besteht, und einen 
parasitaren Bipolartransistor T2, der aus einem aktiven 
NMOS-Bereich 143 in dem NMOS-Bereich 141, dem pr 
Wannenbereich 142 in dem NMOS-Bereich 141 und dem n- 
Wannenbereich 132 in dem PMOS-Bereich 131 besteht. 20 

Ein n + -Korperkontaktbereich 135 ist verbunden mit der 
Basis des parasitaren Bipolartransistors Tl uber ein Wider- 
standselement Rll des n-Wannenbereichs 132. Ahnlich ist 
ein p + -K6rperkontaktbereich 145 verbunden mit der Basis 
des parasitaren Bipolartransistors T2 uber ein Widerstands- 25 
element R12 des p-WannenBereiches 142. Der n + -K6rper- 
kontaktbereich 135 ist auf eine Stromversorgungsspannung 
Vcc eingestellt, und der p + -K6rperkontaktbereich 145 ist auf 
einen Massepegel Vss eingestellt. Gateelektroden 134 und 
144 sind in Mittelabschnitten des aktiven PMOS-Bereiches 30 
133 bzw. des aktiven NMOS-Bereiches 143 gebildet. Die 
parasitaren Bipolartransistoren Tl und T2 bilden einen para- 
sitaren Thyristor-Aufbau, der zu dem Durchgriffsphanomen 
fuhrt, bei dem Strom kontinuierlich von der Stromversor- 
gungsspannung Vcc zu dem Massepegel Vss flieBt, wenn 35 
einmal Rauschen den parasitaren Thyristor eingeschaltet 
hat. 

ErsteForm 
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Im aligemeinen tritt Rauschen, das das Durchgriffsphano- 
men bewirkt, oft in den CMOS-Aufbau iiber einen Eingabe- 
/AusgabeanschluB ein. Um dies zu verhindern, ist, wie in 
Fig. 65 gezeigt ist, ein vollstandiger Trennbereich 114 be- 
vorzugt in der Nahe einer Grenze zwischen einem Eingabe- 45 
/Ausgabe-NMOS(Transistorbildungs)-Bereich 106 und ei- 
nem Eingabe-/Ausgabe-PMOS(Transistorbildungs)-Be- 
reich 116 vorgesehen, um somit eine vollstandige Trennung 
daz wise hen bereitzustellen. Ein Teiltrennbereich 107 trennt 
teilweise den I/O-NMOS -Bereich 106 von dem ihm umge- ^0 
benden Bereich, und ein Teiltrennbereich 117 trennt teil- 
weise den I/O-PMOS-Bereich 116 von dem inn umgeben- 
den Bereich. 

Die Eingabe-ZAusgabebereiche bedeuten Bereiche, in de- 
nen ein Eingabe-VAusgabepuffer und eine Schutzschaltung 55 
hauptsachiich gebildet werden sollen. Fig. 66 ist ein Schalt- 
bild einer Eingabeschaltung. Wie in Fig. 66 gezeigt ist, ist 
ein extern er Eingang sans chluB PI zum Empfangen eines 
Eingabesignals IN mit dem Eingang eines Eingabepuffers 
122 iiber Widerstande Rl und R2 verbunden. Der Ausgang 60 
des Eingabepuffers 122 ist mit einem intemen Eingabean- 
schluB P2 verbunden, der. ein internes Signal SO ausgibt. 

Eine Eingangs schutzschaltung 121 weist einen PMOS- 
Transistor Ql und einen NMOS-Transistor Q2 auf. Der 
PMOS -Transistor Ql weist einen SourceanschluB auf, der 65 
mit der Stromversorgungsspannung Vcc verbunden ist, 
weist ein Gate auf, das mit der Stromversorgungsspannung 
Vcc verbunden ist, und weist einen DrainanschluB auf, der 



: 053 A 1 

38 

mit einem Knoten Nl zwischen den Widerstanden Rl urid 
R2 verbunden ist. Der NMOS-Transistor Q2 weist einen 
SourceanschluB auf, der mit Masse verbunden ist, einen Ga- 
teanschluB auf, der mit Masse verbunden ist, und einen 
DrainanschluB auf, der mit. dem Knoten Nl verbunden ist. 

Der Eingangspuffer 122 weist. einen PMOS -Transistor 
Qll und einen NMOS-Transistor Q12 auf, die einen 
CMOS-Inverter bilden. Die Gates des PMOS- und NM'OS- 
Transistors Qll und Q12 dienen als Eingang des CMOS-In- 
verters, und die Drainanschlii sse von ihnen dienen als Aus- 
gang des CMOS-Inverters. 

In der Schaltungsanordnung sind die PMOS-Transistoren 
Ql und Qll in einem PMOS-Eingabebereich gebildet und 
sind die NMOS-Transistoreh Q2 und Q12 in einem NMOS- 
Eingabebereich 108 gebildet. 

Fig. 67 ist ein Schaltbild einer Ausgabeschaltung. Wie in 
Fig. 67 gezeigt ist, ist ein interner EingabeanschluB P3 zum 
Empfangen eines intemen Signals S 1 mit dem Eingang des 
Ausgabepuffers 123 verbunden. Ein Signal von dem Aus- 
gang des Ausgabepuffers 123 wird uber einen externen Aus- 
gabeanschluB P4 als Ausgabesignal OUT ausgegeben, 

Der Ausgabepuffer 123 weist einen PMOS -Transistor 
Q13 und einen NMOS-Transistor Q14 auf, die einen 
CMOS-Inverter bilden. Die Gates des PMOS- und NMOS- 
Transistors Q13 und Q14 dienen als der Eingang des 
CMOS-Inverters und die Drainanschlusse vor, ihnen dienen 
als der Ausgang des CMOS -Inverters! 

Eine Ausgabeschutzschaltung 124 enthalt einen PMOS- 
Transistor Q3 und einen NMOS-Transistor Q4. Der PMOS- 
Transistor Q3 weist einen SourceanschluB auf, der mit der 
Stromversorgungsspannung Vcc verbunden ist, weist ein 
Gate auf, das mit der Stromversorgungsspannung Vcc ver- 
bunden ist, und einen DrainanschluB auf, der mit dem exter^ 
rien AusgabeanschluB P4 verbunden ist. Der NMOS-Transi- 
stor Q4 weist einen SourceanschluB auf, der mit Masse ver- 
bunden ist, weist einen GateanschluB auf, der mit Masse 
verbunden ist, und weist einen DrainanschluB auf, der mit 
dem externen AusgabeanschluB P4 verbunden ist. 

In dieser Schaltungsanordnung sind die PMOS-Transisto- 
ren Q3 und Q13 in einen PMOS- Ausgangsbereich 119 ge- 
bildet und sind die NMOS-Transistoren Q4 und Q14 in ei- 
nem NMOS- Ausgangsbereich 109 gebildet. 

In der ersten Form der achten bevorzugten Ausfuhrungs- 
form ist der vollstandige Trennbereich 114 zumindest in der 
Nahe der Grenze zwischen dem I/O-NMOS-Bereich 106 
und dem I/O-PMOS-Bereich 116, in dem der Durchgriff 
dazu neigt, aufzutreten, gebildet, um eine vollstandige Tren- 
nung dazwischen vorzusehen, wodurch ein durchgriffsfreier 
Raum erzeugt wird. 

Femer erstreckt sich in der ersten Form der achten bevor- 
zugten Ausfuhrungsform der komplette Trennbereich nicht 
komplett zwischen den NMOS- und dem PMOS-Bereich, 
sondem ist der komplette Trennbereich 114 nur in der Nahe 
der Grenze zwischen dem I/O-NMOS- und -PMOS-Bereich 
vorgesehen. Dies unterdruckt effektiv das Durchgriffspha- 
nomen und minimiert den Anstieg der Schaltungsflache. 

Zweite Form 

Obwohl der komplette Trennbereich 114 zum kompletten 
Trennen zwischen dem I/O-NMOS- und -PMOS-Bereich 
106 und 116 in Fig. 65 so gezeigt ist, daB er nur in der Nahe 
der Grenze zwischen diesen Bereichen vorgesehen ist, kann 
ein vollstandiger Trennbereich 115 derart gebildet sein, daB 
er den I/O-NMOS-Bereich 106 und den I/O-PMOS-Bereich 
116 in einer zweiten Form der achten bevorzugten Ausfuh- 
rungsform vollstandig umgibt, wie in Fig. 68 gezeigt ist. 

Ferner kann ein vollstandiger Trennbereich zwischen spe- 
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zifischen Schaltungen, wie z. B. einer analogeri S chaining 
und einer digitalen Schaltung, sowie zwischen I/O-NMOS- 
und -PMOS-Bereich en vorgesehen sein. 

Dritte Form 

Fig. 69 zeigt eine dritte Form der achten bevorzugten 
Ausmhrungsform. Wie in Fig. 69 gezeigt ist, stellt ein voll- 
standiger Trennbereich 110 eine vollstandige Trennung zwi- 
schen NMOS-Bereichen (der I/O-NMOS -Bereich 106 und 
ein interner NMOS-Bereich 180) und PMOS-Bereichen (der 
I/O-PMOS-Bereich 116 und ein interner PMOS-Bereich 
190) und auch zwischen einem I/OBereich (der I/O-PMOS- 
Bereich 116) und einem internen Schaltungsbereich (der in- 
terne NMOS-Bereich 180) bereit. 

Die dritte Form der achten bevorzugten Ausfuhrungsform 
erzeugt den Effekt des vollstandigen AusschlieBens des Ein- 
flusses des I/O-Bereiches, der auf Rauschen empfindlich ist, 
von dem internen Schaltungsbereich zusatzlich zu den Ef- 
fekten der ersten und zweiten Formen der achten bevorzug- 
ten Ausfuhrungsform. 

Neunte bevorzugte Ausfuhrungsform 

ErsteForm 

Fig* 70 ist eine Draufsicht einer ersten Form einer Halb- 
leitereinrichtung mit einem SOI-Aufbau gemafl einer neun- 
ten bevorzugten Ausfuhrungsform. Fig. 71 ist eine Schnitt- 
ansicht entlang der Linie A-A von Fig. 70. Wie in Fig. 70 
und 71 gezeigt ist, sind ein NMOS-Bereich 126 (Transistor- 
bildungsbereich) und ein PMOS-Bereich 136 (Transistorbil- 
dungsbereich) zueinander benachbart angeordnet. Ein akti- 
ver NMOS-Bereich 128 mit einer Mehrzahl von Gateelek- 
troden 129 und ein p + -Korperbereich 130 sind in dem 
NMOS-Bereich 126 gebildet, und ein Teiltrennbereich 127 
umgibt den aktiven NMOS-Bereich 128. 

Ein aktiver PMOS-Bereich 138 mit einer Mehrzahl von 
Gateelektroden 139 und ein n + -Kdrperbereich 140 sind in 
dem PMOS-Bereich 136 gebildet, und ein Teiltrennbereich 
137 und ein vollstandiger Trennbereich 120 umgeben den 
aktiven PMOS-Bereich 138. Der vollstandige Trennbereich 
120 ist in dem PMOS-Bereich 136 in der Nahe einer Grenze 
zwischen dem NMOS- und dem PMOS-Bereich 126 und 
136 derart vorgesehen, daB er Teile der Gateelektroden 136 
umgibt, die sich von dem aktiven PMOS-Bereich 138 nach 
auBen erstrecken. 

Somit trennt in der Nahe der Grenze zwischen dem 
NMOS-Bereich 126 und dem PMOS-Bereich 136 der Teil- 
trennbereich 127, der ein Oxidfilm 54 und einen Wannenbe- 
reich 169 enthalt, den NMOS-Bereich 126 Von dem ihn um- 
gebenden Bereich, und der vollstandige Trennbereich 120, 
der nur den Oxidfilm 54 enthalt, trennt den PMOS-Bereich 
136 von dem ihn umgebenden Bereich, wie in Fig. 71 ge- 
zeigt ist. 

Somit ist kein vollstandiger Trennbereich in dem NMOS- 
Bereich 126 gebildet, sondern der Teiltrennbereich 127 ist 
darin derart gebildet, daB das elektrische Potential des Sub- 
strates des NMOS-Transistors uber den Wannenbereich 196 
unterhalb des OxidfiLlmes 54 ausreichend fixiert ist. Dies un- 
terdriickt effektiv den Effekt des schwebenden Substrates 
des NMOS-Transistors, der einen wesentlichen Grad des Ef- 
fektes des schwebenden Substrates aufweist. Der PM OS- 
Transistor, der einen geringeren Grad des Effektes des 
schwebenden Substrates als der NMOS-Transistor aufweist, 
wird nicht signirikant beeinfluBt, wenn der vollstandige 
Trennbereich teilweise um den PMOS-Transistor herum ge- 
bildet ist. Der vollstandige Trennbereich 120 stellt eine iso- 
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lierende Trennung zwischen dem NMOS-Bereich 126 und 
dem PMOS-Bereich 136 bereit und ist fur eine hone Fla- 
chenefrizienz angeordnet. Dies ist effektiv, weil es wenig 
Raum fur das Layout gibt. 

5 

Zweite Form 

Fig. 72 ist eine Draufsicht einer zweiten Form der Halb- 
leitereinrichtung mit dem. SOI-Aufbau gemaB der neunten 

10 bevorzugten Ausfuhrungsform. Fig. 73 ist eine Schnittan- 
sicht entlang der Linie B-B von Fig. 72. Wie in Fig. 72 und 
73 gezeigt ist, sind der NMOS-Bereich 126, der in dem p~- 
Wannenbereich 169 gebildet ist, und der PMOS-Bereich 
136, der in einem n~- Wannenbereich 179 gebildet ist, zuein- 

15 ander benachbart angeordnet. 

Der aktive NMOS-Bereich 128, der die Mehrzahl von 
Gateelektroden 129 aufweist, ist in dem NMOS-Bereich 

126 gebildet, und ein vollstandiger Trennbereich 125 um- 
gibt fast vollstandig den aktiven NMOS-Bereich 128. Der 

20 Teiitrenribereich 127 trennt nur ein erstes Ende von jeder 
Gateelektrode 129 (die an einer gegenuberliegenden Seite 
von dem PMOS-Transistor 136 angeordnet ist) von dem sie 
umgebenden Bereich. 

Wie in Fig. 73 gezeigt ist, bilden der Oxidfilm 54 und der 

25 Wannenbereich 169, der in einem unteren Teil des Oxidfil- 
rnes 54 gebildet ist, den Teiltrennbereich 127. Der Teiltrenn- 
bereich 127 kann groBer (wie der linke Teiltrennbereich 127 
von Fig. 73) oder kleiner (wie der rechte Teiltrennbereich 

127 von Fig. 73) in der Breite sein als die Gateelektroden 
30 129. Der p + -K6rperbereich 130 ist in dem Wannenbereich 

169 in der Nahe der ersten Enden der Gateelektroden 129 
vorgesehen. 

Der aktive PMOS-Bereich 138, der die Mehrzahl von 
Gateelektroden 139 aufweist, ist in dem PMOS-Bereich 136 

35 gebildet, und der komplette Trennbereich 125 umgibt fast 
vollstandig den akaiven PMOS-Bereich 138. Wie in dem 
NMOS-Bereich 126 isoliert der Teiltrennbereich 137 nur ein 
erstes Ende von jeder der Gateelektroden 139 (die in entge- 
gengesetzter Seite von dem NMOS-Transistor 126 angeord- 

40 net sind) von dem sie umgebenden Bereich. Der n + -K6rper- 
bereich 140 ist in dem Wannenbereich 179 in der Nahe der 
ersten Enden der Gateelektroden 139 vorgesehen. 

In der zweiten Form der neunten bevorzugten Ausfiih- 
rungsform trennt der Teiltrennbereich die entsprechenden 

45 ersten Enden der Gateelektroden derart, daB ein Kanalbil- 
dungsbereich, der unterhalb der Gateelektroden liegt, den 
Wannenbereich des Teiltrennbereiches kontaktiert, wodurch 
die elektrischen Potentiate der Substrate der entsprechenden 
Transistorbildungsbereiche fixiert sind. 

50 Der komplette Trennbereich 125 umgibt fast vollstandig 
den NMOS- und den PMOS-Bereich 126 und 136 zum 
Zweck der Verringerung der PN-Ubergangsflache und des 
Unterbrechens eines Pfades, durch den ein Durchgriff auf- 
tritt. 

55 

Zehnte bevorzugte Ausfuhrungsform 
Erste Form 

60 Fig. 74 ist eine Draufsicht einer ersten Form der Halblei- 
tereinrichtung mit dem SOI-Aufbau entsprechend einer 
zehnten bevorzugten Ausfuhmngsform. Wie in Fig. 74 ge- 
zeigt ist, sind die Mehrzahl von Gateelektroden 129 in dem 
aktiven NMOS-Bereich 128 gebildet, und der Teiltrennbe- 

65 reich 127 umgibt den aktiven NMOS-Bereich 128. Ein p + - 
Korperbereich 146 umgibt den Teiltrennbereich 127. Fig. 
101 ist eine Schnittansicht entlang der Linie E-E von Fig. 
74. 
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Wie in Fig. 101 gezeigt ist, enthalt der Teiltrennbereich 
127 den Oxidfilm 54 und den Wannenbereich 169. Der Wan- 
nenbereich 169, der in Kontakt. mit einem Kanalbildungsbe- 
reich, der in dem aktiven NMOS-Bereich 128 gebildet ist, 
gebildet. ist, ist empfindlich auf Rauschen und Durchgriff. 

In der ersten Form der zehnten bevorzugten Ausfuhrungs- 
form ist jedoch der p + -K6rperbereich 146 derart gebildet, 
daB er den Teiltrennbereich 127 umgibt. Daher kann das 
Substratpotential des p + -K6rperbereiches 146 fixiert sein, 
z. B. auf den Massepegel, urn den EinfLuB von anderen 
Schaltungsteilen zu unterdrucken, wodurch das Substratpo- 
tential stabilisiert wird. Dies erhoht deutlich die Wider- 
standsfahigkeit gegen Rauschen und Durchgriff. 

Die erste Form der zehnten bevorzugten Ausfiihrungs- 
form, wie oben beschrieben wurde, ist geeignet fur einen 
Schaltungsblock einer Rauschquelle, einen Schaltungs- 
block, in dem ein Entfernen von externem Rauschen ge- 
wiinscht ist, und ahnlichem. Fur den aktiven PMOS-Bereich 
kann ein n + -K6rperbereich den Teiltrennbereich umgeben, 
wodurch ahnliche Effekte erzeugt werden. 

Zweite Form 

Fig. 75 ist eine Draufsicht einer zweiten Form der Halb- 
leitervorrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB der zehnten 
bevorzugten Ausfuhrungsform. Wie in Fig. 75 gezeigt ist, 
sind ein Eingabe-/Ausgabe-NMOS-Bereich 151 und ein 
Eingabe-/Ausgabe-PMOS-Bereich 152 zueinander benach- 
bart angeordnet. 

In dem I/O-NMOS-Bereich 151 sind die Mehrzahl von 
Gateelektroden 129 in dem aktiven NMOS-Bereich 128 ge- 
bildet und umgibt ein Teiltrennbereich 127A den aktiven 
NMOS-Bereich 128. Der p + -Korperbereich 146 umgibt den 
Teiltrennbereich 127A. Ein Teiltrennbereich 127B umgibt 
den p + - Kdrperbereich 146. 

In dem I/O-PMOS-Bereich 152 sind die Mehrzahl vori 
Gateelektroden 139 in dem aktiven PMOS-Bereich 138 ge- 
bildet, und ein Teiltrennbereich 137A umgibt den aktiven 
PMOS-Bereich 138. Ein n^-Korperbereich 147 umgibt den 
Teiltrennbereich 137A. Ein Teiltrennbereich 137B umgibt 
den n + -K6rperbereich 147. 

Im allgemeinen werden I/O-Schaltungen oft beeinfluBt 
durch Stofie (SpannungsstoBe bzw. StromstoBe) und Rau^ 
schen von auBerhalb des Chips. Es ist daher besonders wich- 
tig die Widerstandsfahigkeit der I/O-S chaining en gegen 
Durchgriff und Rauschen zu erhohen. 

In der zweiten Form der zehnten bevorzugten Ausfuh- 
rungsform umgeben der p + -K6rperbereich 146 und der n + - 
Korperbereich 147 die Teiltrennbereiche 127A und 137A 
der I/O-NMOS- und -PMOS-Bereiche 151 und 152 entspre- 
chend derart, daB das Durchgriffsphanomen, das von dem 
Anstieg des Potentials der Wannenbereiche beeinfluBt durch 
StoBe resultiert, unterdruckt wird. 

, Der aktive NMOS-Bereich und der aktive PMOS-Bereich 
sind vollstandig bedeckt mit den Korperbereichen in der 
zweiten Form der zehnten bevorzugten Ausfuhrungsform. 
Jedoch konnen die Korperbereiche zumindest in der Nahe 
einer Grenze zwischen dem. I/O-NMOS-Bereich 151 und 
dem I/O-PMOS-Bereich 152 vorgesehen werden, wodurch 
die Widerstandsfahigkeit gegen Durchgriff und Rauschen in 
einem gewissen Grad erhoht wird. 

Elfte bevorzugte Ausfuhrungsform 

Erste Form 

Fig. 76 ist eine Draufsicht einer ersten Form der Halblei- 
tereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB einer elften be- 



vorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 

Wie in Fig. 76 gezeigt ist, sind die Mehrzahl von Gate- 
elektroden 129 in dem aktiven NMOS-Bereich 128 gebildet, 
und ein schwebender Teiltrennbereich 149 umgibt den akti- 
5 ven NMOS-Bereich 128. Ein vollstandiger Trennbereich 

148 umgibt den schwebenden Teiltrennbereich 149. 

Der schwebende Teiltrennbereich 149 weist einen Zwei- 
schichtaufbau mit einem Oxidfilm und einem Wannenbe- 
reich auf ahnlich zu dem Teiloxidfilm 31 und dem Wannen- 

10 bereich 11, wie in Fig. 55 gezeigt ist. Der Wannenbereich 
des schwebenden Teiltrennbereiches 149 weist ein Potential 
auf, das nicht fixiert ist, sondern das immer schwebt bzw. 
nicht elektrisch fixiert ist. Da die durch StoBionisation er- 
zeugten Ladungstrager in den Wannenbereich des schwe- 

15 benden Teiltrennbereiches 149 flieBen, wenn der Wannenbe- 
reich des schwebenden Teiltrennbereiches 149 schwebehd 
ist, wird der Ansdeg des elektrischen Potentials minimiert. 
Zusatzlich verteilt der Wannenbereich des schwebenden 
Teiltrennbereiches 149 die elektrische Ladung, die durch 

20 Hohenstrahlung erzeugt ist, und so wird die Widerstandsfa- 
higkeit gegen weiche Fehler erhoht. 

Die Konstruktion der ersten Form der elften bevorzugten 
Ausfuhrungsform, die den schwebenden Teiltrennbereich 

149 enthalt, ist effektiv fur eine hochdichte bzw. hochinte- 
25 grierte Schaltung, wie z. B. ein SRAM, bei der es schwierig 

ist, den Kdrperbereich zu kontaktieren. 

Das Vorsehen des vollstandigen Trennbereiches 148 ist 
bezuglich der Verbesserung der Durchgriffs widerstandsfa- 
higkeit wunschenswert, ist aber nicht notwendigerweise er- 
30 forderlich. 

Zweite Form 

Fig. 77 ist eine Draufsicht einer zweiten Form der Halb- 

35 leitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB der elften be- 
vorzugten Ausfuhrungsform. 

Wie in Fig. 77 gezeigt ist, ist ein schwebender p + -K6rper- 
bereich 150 in dem schwebenden Teiltrennbereich 149 vor- 
gesehen. Der verbleibende Aufbau der zweiten Form, die in 

40 Fig. 77 gezeigt ist, ist ahnlich zu dem der ersten Form, die in 
Fig. 76 gezeigt ist. Das elektrische Potential des schweben- 
den p + -K6rperbereiches 150 ist nicht fixiert, sondern ist im- 
mer schwebend bzw. auf keinem elektrischen Potential fi- 
xiert. Folglich ist der Wannenbereich des schwebenden Teil- 

45 trennbereiches 149 auch schwebend. 

Mit dem Wannenbereich des schwebenden Teiltrennbe- 
reiches 149, der in der zweiten Form schwebt, wird der An- 
stieg des elektrischen Potentiales minimiert und die Wider- 
standsfahigkeit gegen weiche Fehler wird erhoht, wie bei 

50 der ersten Form. 

Weiterhin fordert das Vorhandensein des schwebenden 
p + -K6rperbereiches 150 in der zweiten Form die Ladungs- 
tragerrekombination derart, dafi ein groBerer Effekt des Un- 
terdriickens des Effektes des schwebenden Substrates als in 

55 der ersten Form erzeugt wird. 

Zwolfte bevorzugte Ausfuhrungsform 



Erste Form 



60 



Fig. 78 ist eine Draufsicht einer ersten Form der Halblei- 
tereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB einer zwolften 
bevorzugten Ausfuhrungsform. Fig. 79 ist eine Schnittan- 
sicht endang der Linie C-C von Fig. 78. 
65 Wie in Fig. 78 und 79 gezeigt ist, weist ein NMOS-Tran- 
sistor einen Drainbereich 153, einen Sourcebereich 154 und 
eine Gateelektrode 155 auf, und ist ein p + - Kdrperbereich 
156 benachbart zu dem Sourcebereich 154 des NMOS-Tran- 
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sistors angeordnet. Der Sourcebereich 154 und der Korper- 
bereich 156 sin-d elektrisch verbunden mit einer Aluminium- 
verbindungsschicht 160 uber einen Kontakt 158. 

Der Drainbereich 153 1st elektrisch verbunden rnit einer 
Aluminiumverbindungsschicht 159 uber einen Kontakt 157. 
Ein Teiltrennbereich 161 urngibt den Drainbereich 153, den 
Sourcebereich 154 und den Korperbereich 156. 

Wie in Fig. 79 gezeigt ist, enthalt der Teiltrennbereich 
161 einen Oxidfilm 162 und einen p"-Wannenbereich 177. 
Zur Erleichterung der Verbindurig zwischen dem Sourcebe- 
reich 154 und dem Korperbereich 156 ist eine Silizidschicht 

163 auf der oberen Oberflache des Sourcebereiches 154 und 
des Korperbereiches 156 gebildet, und der Kontakt 158 ist 
auf der Silizidschicht 163 gebildet. Ein Teil der SOI-Schicht 
3, die un tern alb des Gateoxidfilmes 178 fur die Gateelek- 
trode 155 liegt, dient als Kanalbildungsbereich 170. 

Bei einer solchen Konstruktion fixiert die Aluminiumver- 
bindungsschicht 160 die elektrischen Potentiale des Source- 
bereiches 154 und des Korperbereiches 156 auf dem Masse- 
pegel derart, daB der .Wannenbereich 177 auf dem gleichen 
Potential wie der Sourcebereich 154 fixiert ist, wodurch das 
elektrische Potential des Kanalbildungsbereiches 170 uber 
den Wannenbereich 177 fixiert wird. 

In der ersten Form der z wolf ten bevorzugten Ausfiih- 
rungsform sind der Sourcebereich 154 und der Korperbe- 
reich 156 zueinander benachbart angeordnet, wie in Fig.. 78 
und 79 gezeigt ist, wodurch der Integrationsgrad erhoht 
wird. 

* Ein PMOS -Transistor kann ahnlich konstruiert s'ein mit 
der Ausnahme, daB die elektrischen Potentiale eines Source- 
bereiches und eines Korperbereiches auf dem Stromversor- 
gungsniveau fixiert sind. 

Zweite Form 

Fig. 80 ist eine Draufsicht einer zweiten Form der Halb- 
leitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB der zwolften 
bevorzugten Ausfuhrungsform. Fig. 81 ist eine Schnittan- 
sicht endang der Linie D-D von Fig. 80. 

Wie in Fig* 80 und 81 gezeigt ist, ist ein p + -K6rperbereich 

164 benachbart zu dem Sourcebereich 154 angeordnet. Der 
Sourcebereich 154 und der Korperbereich 164 sind elek- 
trisch verbunclen mit einer Aluminiumverbindungsschicht 
166 uber einen Kontakt 165. Der Kontakt 165 ist in Kontakt 
mit dem Sourcebereich 154 und dem Korperbereich 164 ge- 
bildet. Der Teiltrennbereich 161 urngibt den Drainbereich 
153, den Sourcebereich 154 und den Korperbereich 164. 

Wie in Fig. 81 gezeigt ist, ist eine Silizidschicht 167 auf 
dem Sourcebereich 154 gebildet, und der Kontakt 165 ist 
auf dem Korperbereich 164 und einem Teil der Silizid- 
schicht 167 gebildet. Der verbleibende Aufbau der zweiten 
Form, die in Fig. 80 und 81 gezeigt ist, ist ahnlich zu dem 
der ersten Form, die in Fig. 78 und 79 gezeigt ist. 

Bei einer solchen Konstruktion fixiert die Aluminiumver- 
bindungsschicht 166 die elektrischen Potentiale des Source- 
bereiches 154 und des Korperbereiches 164 auf dem Masse- 
pegel derart, daB der Wannenbereich 177 auf dem gleichen 
Potential wie der Sourcebereich 154 ist, wodurch das elek- 
trische Potential des Kanalbildungsbereiches 170 uber den 
Wannenbereich 177 fixiert wird. 

In der zweiten Form der zwolften bevorzugten Ausfuh- 
rungsform. sind der Sourcebereich 154 und der Korperbe- 
reich 164 zueinander benachbart angeordnet, wie in Fig* 80 
und 81 gezeigt ist, wodurch der Integrationsgrad erhoht 
wird. 



55 



44 

Dritte Form 



Wie in Fig. 82 gezeigt, ist der Korperbereich 164 in einem 
Bereich vorgesehen, der normalerweise Teil des Sourcebe- 

5 reiches 154 ist und der benachbart zu dem Teiltrennbereich 
161 ist, und der Kontakt 165 ist auf dem.Sourcebereich 154 
gebildet. Dies erzeugt Effekte, die ahnlich zu denen der 
zweiten Form sind. 

In der dritten Form der zwolften bevorzugten Ausfuh- 

10 rungsform ist der Korperbereich 164 in dem Bereich en thai- 
ten, der als Teil des Sourcebereiches 154 dienen soli, wie in 
Fig. 82 gezeigt ist, wodurch der Integrationsgrad weiter er- 
hoht wird verglichen mit der ersten und zweiten Form. 



15 



Dreizehnte bevorzugte Ausfuhrungsform 



Fig. 83 ist eine Schnittansicht der Halbleitereinrichtung 
mit dem SOI-Aufbau gemaB einer dreizehnten bevorzugten 
Ausfuhrungsform. Wie in Fig. 83 gezeigt ist, stellt ein Teil- 

20 trennbereich, der einen Oxidfilm 173 und einen Wannenbe- 
reich (mit eineni Paar von p-Bereichen 174 und 175 und ei- 
nem p~-Bereich 176), der un tern alb des Oxidfilmes 173 ge- 
bildet ist, enthalt, eine Trennung zwischen aktiven n + -Berei- 
chen 171 und 172 bereit. Die aktiven n + -Bereiche 171 und 

25 172 entsprechen beispielsweise einem Source- bzw. einem 
Drainbereich eines Transistors. Die p-Bereiche 174 und 175 
dienen als periphere Bereiche bzw. Umfangsbereiche des 
Wannenbereiches benachbart zu den aktiven n + -Bereichen 
171 und 172, und der p~-Bereich 176 dient als Mittelbereich 

30 des Wannenbereiches. 

Somit ist die dreizehnte bevorzugte Ausfuhrungsform 
derart angepaBt, daB die Dotierungskonzentration der p-Be- 
reiche 274 und 175, die benachbart zu den entsprechenden 
aktiven n + -Bereichen 171 und 172 sind, groBer ist als die des 

35 p~-Bereiches 176 und so wird die Widerstandsfahigkeit ge- 
gen einen Durchgriff in dem Teiltrennbereich erhoht. 

Die p-Bereiche 174 und . 175 konnen so hergestellt wer- 
den, wie in Fig.- 83 gezeigt ist, durch Implantieren von Bo- 
rionen oder BF2-Ionen derart, daB der Wannenbereich er- 

40 reicht wird, durch die geneigte Drehionenimplantationstech- 
nik (Ionenimplantationstechnik, bei der der Wafer geneigt 
ist und gedreht wird) nachdem ein p~- Wannenbereich unter- 
halb des Oxidfilmes 173 gebildet ist. 

Beispielsweise konnen Borionen (B) mit einer Energie 

45 von 20 keV, einem Winkel von 45° und einer Dosis von 4 x 
10 13 /cm 2 implantiert werden. Mit einer geringen Implantie- 
rungsenergie fur B und BF2 (z. B. eine Implantierungsener- 
gie von 20 keV fur BF2) werden die p-Bereiche 174 und 175 
benachbart zu den aktiven n + -Bereichen 171 und 172 gebil- 

50 det durch eine beschleunigte Diffusion, die von Gitterfeh- 
lern resultiert, die auftreten, wenn eine n*-Dotierung im- 
plantiert wird. 



Vierzehnte bevorzugte Ausfuhrungsform 
Erste Form 



Fig. 84 ist eine Schnittansicht einer ersten Form der Halb- 
leitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB einer vier- 

60 zehnten bevorzugten Ausfuhrungsform. Wie in Fig. 84 ge- 
zeigt ist, ist ein NMOS -Transistor, der in der SOI-Schicht 3, 
die auf dem Vergrabenen Oxidfilm 2 auf dem Siliziumsub- 
strat 1 liegt, gebildet ist und einen Drainbereich 183, einen 
Sourcebereich 184, einen Gateoxidfilm 185 und eine Gate- 

65 elektrode 186 und einen Kanalbildungsbereich 187 auf- 
weist, teilweise getrennt durch einen Teiltrennbereich, der 
einen Oxidfilm 181 und einen Wannenbereich 182 aufweist. 
Bezugnehmend auf den rechten Teil von Fig. 84 ist die 
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Halblekereinrichtung von Fig. 84 derart entworfen, daB ein 
Vergleich zwischen einem Dotierungskonzentrationsprofil 
fur den Drainbereich 183 und den Sourcebereich 184 und ei- 
nem Dotierungskonzentrationsprofil fur den Wannenbereich 
182 zeigt, daB eine Dotierungskonzentrationsspitze fiir den 
Wannenbereich 182 tiefer von der Oberflache der SOI- 
Schicht 3 liegt. als eine Dotierungskonzentrationsspitze fiir 
deri Drainbereich 183 und den Sourcebereich 184. 

In der Halbleitereinrichtung der ersten Form der vier- 
zehnten bevorzugten Ausfuhrungsform kann der PN-Uber- 
gang des Drain- und Sourcebereiches 183, 184 und des 
Wanhenbereiches 182 an einem Ort gebildet sein, an dem 
die Dotierungskonzentration des Drain- und Sourceberei- 
ches 183, 184 und die Dotierungskonzentration des Wan- 
nenbereiches 182 beide gering in den Dotieruhgskonzentra- 
tionsprofilen sind. Dies erhoht die Durchbruchsspannung 
des PN-Uberganges von dem Drain- und Sourcebereich 183, 
184 und von dem Wannenbereich 182. 

ZweiteFonn 

Fig. 85 ist eine Schnittansicht . einer zweiten Form der 
Halbleitereinrichtung rnit dem SOI-Aufbau gemaB der vier- 
zehnten bevorzugten Ausfuhrungsform. Die Halbleiterein- 
richtung der zweiten Form, die in Fig. 85 gezeigt ist* ist ahn- 
lich in der Konstruktion zu der der ersten Form. 

Bezugnehmend auf den rechten Teil von Fig. 85 ist die 
Halbleitereinrichtung von Fig. 85 derart entworfen, daB ein 
Vergleich zwischen einem Dotierungskonzentrationsprofil 
fur den Wannenbereich 182 und einem Dotierungskonzen- 30 
trationsprofil fur den Kanalbildungsbereich 187. zeigt, daB 
eine Dotierungskonzentrationsspitze fiir den Wannenbe- 
reich 182 flacher von der Oberflache der SOI-Schicht 3 liegt 
(naher zu der Oberflache) als eine Dotierungskonzentrati- 
onsspitze fiir den Kanalbildungsbereich 187. Wenn zum 35 
Beispiel eine Ionenimplantation durchgefuhrt wird mit der 
oberhalb der Oberflache der SOI-Schicht 3 positionierten 
oberen Oberflache des Oxidfilmes 181 fur die Teiltrennung, 
um gleichzeitig den Wannenbereich 182 und den Kanalbil- 
dungsbereich 187 zu bilden, zeigt das Dotierungskonzentra- 40 
tionsprpfil des Kanalbildungsbereiches 187 autorhatisch 
eine tief ere Spitze als die Spitze des Wannenbereiches 182. 

Bei der Halbleitereinrichtung der zweiten Form der vier- 
zehnten bevorzugten Ausfuhrungsform ist die Dotierungs- 
konzentration der Oberflache des Kanalbildungsbereiches 45 

187 ausreichend verringert und so wird verhindert, daB eine 
Schwellenspannuhg einen gewiinschten Wert ubersteigt. 

Fiinfzehnte bevorzugte Ausfuhrungsform 

50 

Erste Form 

Fig. 86 ist eine Schnittansicht einer ersten Form der Halb- 
leitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB einer funf- 
zehnten bevorzugten Ausfuhrungsform. Wie in Fig. 86 ge- 55 
zeigt ist, sind aktive n + -Bereiche 191 bis 193 selektiv in der 
SOI-Schicht 3, die auf dem yergrabenen Oxidfilm 2 auf dem 
Siliziumsubstrat 1 liegt, gebildet. Ein vollstandiger Trenn- 
bereich 209 stellt eine Trennung zwischen den aktiven n + - 
Bereichen 191 und 192 bereit, und ein Teiltrennbereich 219 60 
stellt eine Trennung zwischen den aktiven n + -Bereichen 192 
und 193 bereit, 

Der vollstandige Trennbereich 209 enthalt einen Oxidfilm 

188 und einen Wannenbereich (mit einem Paar von.p~-Wan- 
nenbereichen 194, 195 und einem Paar von p"-Wannenbe- 65 
reichen 196, 197), der unterhalb des Oxidfilmes 188 gebil- 
det ist. Der Oxidfilm 188 weist einen mittleren vollstandigen 
Trennteil 229 auf, der sich durch die SOI-Schicht 3 derart 



erstreckt, daB eine vollstandige Trennung zwischen den ak- 
tiven n + -Bereichen 191 und 192 bereitgestellt wird. Der 
Teiltrennbereich 219 enthalt. einen Oxidfilm 189 und einen 
p"~ Wannenbereich 198, der unterhalb des Oxidfilmes 189 
5 liegt. 

Der Wannenbereich unterhalb des Oxidfilmes 188 ist der- 
art entworfen, daB die Dotierungskonzentration der p-Wan- 
nenbereiche 196, 197, die benachbart zu dem vollstandigen 
Trennteil 229 sind, hoher ist als die der anderen Bereiche 
io 194,195. 

In der Nahe des vollstandigen Trennteiles 229 gibt es eine 
groBe Wahrscheinlichkeit, daB unerwiinschte Bedingungen 
auftreten, zum Beispiel entwickeln an die SOI-Schicht 3 an- 
gelegt Beanspruchungen eine elektrische Ladung und es ist 
15 wahrscheinlich, daB ein Durchgriff auftritt aufgrund der Ab- 
sonderung bzw. Ausscheidung von Dotierungen in den 
Oxidfilm. 

Die p-Wannenbereiche 196, 197 mit einer relativ hohen 
Dotierungskonzentration sind jedoch benachbart zu den 
20 vollstandigen Trennteil 229 vorgesehen und so wird die 
Wahrscheinlichkeit der unerwiinschten Bedingungen in der 
ersten Form der fiinfzehnten bevorzugten Ausfuhrungsform 
verringert. 

25 Zweite Form 

Fig. 87 ist eine Draufsicht einer zweiten Form der Halb- 
leitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB der fiinfzehn- 
ten bevorzugten Ausfuhrungsform. Wie in Fig. 87 gezeigt 
isU umgeben Teiltrennbereiche 204 bis 207 einen NMOS- 
Transistor, der einen Drainbereich 201, einen Sourcebereich 
202 und eine Gateelektrode 203 enthalt. Ein vollstandiger 
Trennbereich 208 umgibt die Teiltrennbereiche 204 bis 207. 

Die Teiltrennbereiche 204 bis 207 sind derart angeordnet, 
daB die p-Wannenbereiche 206 und 207 mit einer relativ ho- 
hen Dotierungskonzentration benachbart zu der Gateelek- 
trode 203 angeordnet sind, und die p — -Wannenbereiche 204 
und 205 mit einer relativ geringen Dotierungskonzentration 
sind in anderen Bereichen in Kontakt mit dem Drainbereich 
201 und dem Sourcebereich 202 gebildet. 

In der Anordnung in der zweiten Form der ftinfzehnten 
bevorzugten Ausfuhrungsform verringern die p — -Wannen- 
bereiche 204 und 205 die PN-Ubergangskapazitat, und die 
p-Wannenbereiche 206 und 207 verhindern einen Durch- 
griff. 

Sechzehnte bevorzugte Ausfuhrungsform 
Erste Form 

Fig. 88 ist eine Schnittansicht einer ersten Form der Halb- 
leitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB einen sech- 
zehnten bevorzugten Ausfuhrungsform. Wie in Fig. 88 ge- 
zeigt ist, ist ein Oxidfilm 211 fur einen Teiltrennbereich in 
der SOI-Schicht 3, die auf dem vergrabenen Oxidfilm 2 auf 
dem Siliziumsubstrat 1 liegt, gebildet. 

Die Optimierung der Trennform erfordert, daB die Verrin- 
gerung der Trennbreite und die Verminderung der an die 
SOI-Schicht angelegten Beanspruchungen in einem Aus- 
gleich gehalten werden. Fiir eine Verringerung der Trenn- 
breite ist es wiinschenswert, daB ein Oxidfilm fiir einen Teil- 
trennbereich derart geformt ist, daB er eine steilere Kriim- 
mung (oder einen kleineren Krummungsradius) in s einem 
Eckteil auf weist und eine sich in einer Tiefenrichtung er- 
streckende Oberflache aufweistV die so senkrecht wie mog- 
lich ist. Fiir eine Verminderung der Beanspruchung ist es an- 
dererseits wiinschenswert, daB der Eckteil des Oxidfilmes 
eine sanftere bzw. geringere Krummung (oder einen groBe- 



DE 199 62 053 A 1 



47 



48 



ren Krummungsradius) aufweist. Zusatzlich ist ein Vogel- 
schnabel (bird's beak) bevorzugt. so klein wie moglich, urn 
die effektive Breite eines aktiven Bereiches sicherzustellen. 

Von einem solchen Standpunkt aus, ist die Querschnitts- 
form des Oxidfilmes 211 der ersten Form derart, daB eine 
Vogelschnabelform FA (Vorspriing) an einer Oberflachen- 
ecke eine steilere Krummung zur Verringerung der Trenn- 
breite aufweist und daB eine Bodeneckenfonn FC eine sanf- 
tere Krummung fur eine Verminderung der Beanspruchung 
aufweist. Fiir eine Verringerung der Trennbreite ist es bevor- 
zugt, daB zumindest ein Teil der Seitenoberflachenform FB, 
die sich in der Tiefenrichtung erstreckt, so senkrecht wie 
moglich ist. 

ZweiteForm 

Fig, 89 ist eine Querschnittsansicht einer zweiten Form 
der Halbleitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB der 
sechzehnten bevorzugten Ausfuhrungsform. Wie in Fig. 89 
gezeigt ist, ist ein OxidfUm 212 fur einen vollstandigen 
Trennbereich in der SOI-Schicht 3 gebildet, die den vergra- 
benen Oxidfilm 2 auf dem Siliziumsubstrat 1 iiberlappt. 

Von einem ahnlichen Standpunkt wie der der ersten Form 
enthalt die Querschnittsform des Oxidfilmes 212 die For- 
men FA, FB, FC ahnlich zu denen der ersten Form. Zusatz- 
lich weist eine gestufte Teilform FD, die zwischen einem 
vollstandigen Trennteil an einem Boden und einem Teil- 
trennteil definiert ist, eine steilere Krummung auf als die 
Form FC, urn die Trennbreite zu verringern. 

Siebzehnte bevorzugte Ausfuhrungsform 

Erste Form 

Fig. 90 ist eine Schnittansicht einer ersten Form der Halb- 
leitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB einer sieb- 
zehnten bevorzugten Ausfuhrungsform. Die erste Form der 
siebzehnten bevorzugten Ausfuhrungsform stellt eine in 
Fig. 91 gezeigte Schaltung bereit. Bezugnehmend auf Fig. 
91 enthalt die Schaltungsanordnung der ersten Form eine 
Spiralinduktionsspule 199, die zwischen einer Gateelek- 
trode eines Transistors Q21 fur eine analoge Schaltung und 
einer ersten Elektrode eines Transistors Q22 fur eine ana- 
loge Schaltung verbunden ist. 

Wie in Fig. 90 gezeigt ist, ist der vergrabene Oxidfilm 2 
auf einem Siliziumsubstrat 200 mit hohem Widerstand ge- 
bildet, und sind die Transistoren Q21 und Q22 in der SOI- 
Schicht 3 gebildet, die den vergrabenen Oxidfilm 2 bedeckt. 

Jeder der Transistoren Q21 und Q22 enthalt den Drainbe- 
reich 5, den Sourcebereich 6, den Kanalbildungsbereich 7, 
den Gateoxidfilm 8 und die Gateelektrode 9. Ein Oxidfilm 
210 mit einer relativ groBen Flache stellt eine vollstandige 
Trennung zwischen den Transistoren Q21 und Q22 bereit. 
Der Oxidfilm 33 mit einer relativ kleinen Flache stellt eine 
vollstandige Trennung zwischen jedem der Transistoren 
Q21 und Q22 und dem ihn umgebenden Bereich bereit. Die 
Wannenbereiche 29 sind in unteren Teilen der Oxidfilme 
210 und 33 gebildet. 

Der Zwischenschichtisolierfilm 4 ist auf der gesamten 
Oberflache der SOI-Schicht 3 gebildet, die die Transistoren 
Q21 und Q22 enthalt. Eine erste Verbindungsschicht 221 ist 
selektiv auf dem Zwischenschichtisolierfilrn 4 gebildet. 
Teile der ersten Verbindungsschicht 221 sind elektrisch mit 
den Drainbereichen 5 und den Sourcebereichen 6 der Tran- 
sistoren Q21 und Q22 uber Kontaktlocher 244 verbunden. 
Ein Zwischenschichtisolierfilm 220 ist auf der gesamten 
Oberflache des Zwischenschichtisolierfilmes 4 gebildet und 
enthalt die erste Verbindungsschicht 221. Eine zweite Verr 



bindungsleitung 222 ist selektiv auf dem Zwischenschicht- 
isolierfilm 220 gebildet. Ein . Teil der zweiten Verbindungs- 
leitung 222 bildet die Spiralinduktionsspule 199. Teile der 
zweiten Verbindungsleitung 222 sind elektrisch mit zuge- 
5 ordneten Teilen der ersten Verbindungsschicht 221 (221A) 
liber Kontaktlocher 254 entsprechend verbunden. Die Gate- 
elektrode 9 des Transistors Q21 ist mit dem ersten Verbin- 
dungsschichtteil 221A uber ein Kontaktloch verbunden, das 
durch den Zwischenschichtisolierfilm 4 gebildet ist, obwohl 

10 dies nicht in Fig. 90 gezeigt ist. 

Eine solche Konstruktion der ersten Form weist einen 
kompletten Isolierbereich, der den Oxidfilm 210 und den 
Wannenbereich 29 aufweist, unter der Spiralinduktionsspule 
199 auf und so wird eine mit der Spiralinduktionsspule 199 

15 verbundene parasitare Kapazitat verringert. Wenn ein 
Trennbereich unter der Spiralinduktionsspule 199 ein Teil- 
trennbereich ist, der ein Oxidfilm und ein Wannenbereich 
enthalt, wird speziell eine parasitare Kapazitat erzeugt zwi- 
schen dem Wannenbereich und der Spiralinduktionsspule 

20 199 und so wird der Leistungsindex Q (ein Verhaltnis von 
Eriergieverlust zu Energiespeicherung) verringert, was in 
Energieverlusten resultiert. In diesem Fall wird eine ge- 
wiinschte Induktionseigenschaft nicht erreicht. Die Kon- 
struktion der ersten Form beseitigt solche unerwunschten 

25 Bedingungen. 

Die Verwendung des Siliziumsubstrates 200 mit hohen 
Widerstand als ein unterliegendes Substrat des SOI-Substra- 
tes in der ersten Form verringert die Leistungsverluste auf- 
grund von einem Wirbelstrom und einer Kapazitat, verrin- 

30 gert die parasitare Kapazitat und erhoht den Leistungsindex 

q. 

Da es bei analogen Schaltungen erforderlich ist, sie frei 
von Fremdgerauschen bzw. Storrauschen zu halten, trennt 
der Oxidfilm 210 oder der Oxidfilm 33 die Transistoren Q21 

35 und Q22 fur analoge Schaltungen von ihren umgebenden 
Bereichen vollstandig und so werden die Transistoren Q21 
und Q22 von dem auBeren elektrisch getrennt, wodurch die 
Leistungsfahigkeit erhoht wird. 

Obwohl es in Fig. 90 nicht gezeigt ist, ist es, wenn ein 

40 Teiltrennbereich unterhalb des Anschlusses bzw. einer An- 
schluBflache gebildet ist, wahrscheinlich, daB eine groBe pa- 
rasitare Kapazitat erzeugt wird, wie in dem Fall der Spiralin- 
duktionsspule, was in Leisturigsverlusten resultiert. Es ist 
daher wunschenswert, daB ein vollstandiger Trennbereich 

45 unterhalb des Anschlusses so wie unterhalb der Spiralinduk- 
tionsspule 199 vorgesehen wird. 

ZweiteForm 

50 Fig. 92. ist eine Schnittansicht einer zweiten Form der 
Halbleitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB der sieb- 
zehnten bevorzugten Ausfuhrungsform. Die zweite Form 
der siebzehnten bevorzugten Ausfuhrungsform, die ahnlich 
zu der ersten Form ist, stellt die in Fig. 91 gezeigte Schal- 

55 tung bereit. 

Wie in Fig. 92 gezeigt ist, stellen ein Oxidfilm 218 mit ei- 
ner relativ groBen Flache und ein darunter gebildeter Hoch- 
widerstandsbereich 223 und Wannenbereiche 224, die unter- 
halb des Oxidfilmes 218 gebildet sind, eine Teiltrennung 

60 zwischen den Transistoren Q21 und Q22 bereit. Der Oxid- 
film 31 mit einer relativ kleinen Flache und der Wannenbe- 
reich 11 (12), der unterhalb des Oxidfilmes 31 gebildet ist, 
stellen eine Teiltrennung zwischen jedem der Transistoren 
Q21, Q22 und dem ihn umgebenden Bereich bereit. 

65 Der Hochwiderstandsbereich 223 belegt die meiste Ra- 
che unterhalb des Oxidfilmes 218, und die Wannenbereiche 
224,belegen eine kleine Umfangsflache bzw. kleine peri- 
phefe Flache. Der verbleibende Aufbau der zweiten Form ist 
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anrilich zu dem der ersten Form, die in Fig. 90 gezeigt ist. 

In der zwei ten . Form der siebzehnten bevorzugten Aus- 
fuhrungsform belegen, obwohl die Teiltrennung bereitge- 
stellt, wird, der Oxidfilm 218 und der Hochwiderstandsbe- 
reich 223 fast den gesamten Teil des Teiltrennbereiches un- 
terhalb der Spiralinduktionsspule 199. Dies unterdruckt aus- 
reichend die mit der Spiralinduktionsspule 199 verbundene 
parasitare Kapazitat. 

Der Hochwiderstandsbereich 223 kann in einer solchen 
Art hergestellt werden, daB keine Dotierungen in den Hoch- 
widerstandsbereich 223 eingebracht werden. Alternativ 
kann das Verfahren des Herstellens der Hochwiderstandsbe- 
reiches 223 die Schritte des Implantierens von z..B. Siliziu- 
mionen mit einer Dosis so hoch wie ungefahr 1 X 10 20 /cm 2 , 
um einen unteren Bereich des Oxidfilrnes amorph zu ma- 15 
chen, und dann Erwarmen des unteren Bereiches, um eine 
Polysiliziumschicht zu bilden, die als Hochwiderstandsbe- 
reich 223 dient, aufweisen. 

Achtzehnte bevorzugte Ausfiihrungsform 20 

Fig. 93 ist eine Draufsicht einer Halbleitereinrichtung mit 
dem SOI-Aufbau gemaB einer achtzehnten bevorzugten 
Ausfiihrungsform. Wie in Fig. 93 gezeigt ist, stellt ein voll- 
standiger Trennb ereich 240 eine vollstandige Trennung z wi- 25 
schen DT-MOS-Transistorbereichen 225 und 226 bereit. Ein 
DT-MOS-Transistor ist ein MOS-Transistor, der eine Gate- 
elektrode und einen Korperbereich (Kanalbildungsbereich) 
aufweist, die auf dem gleichen Potential sind. 

Jeder der DT-MOS-Transistorbereiche 225 und 226 ent- .30 
halt einen aktiven n + -NMOS -Bereich 232 und einen p + -K6r- 
perbereich 234, die in einem p-Wannenbereich 231 (ein 
Teiltrennbereich 230) gebildet sind. Der aktive NMOS-Be- 
reich 232 ist mit Verbindungsschichten 239 iiber Kontakte 
238 verbunden. Eine Gateelektrode 233, die in einem Mit- 35 
telabschnitt des aktiven NMOS-Bereiches 232 gebildet ist, 
ist elektrisch verbunden mit einer Verbindungsschicht 237 
iiber einen Kontakt 235 (Gatekontakt). Der Korperbereich 
234 ist elektrisch verbunden mit der Verbindungsschicht 
237 uber einen Kontakt 236 (Korperkontakt). 40 

Die Verbindungsschicht 237 wird verwendet, um die 
Gateelektrode 233 und den Korperbereich 234 auf das glei- 
che Potential einzustellen und so eine Schwellenspannung 
des Ein-Zustandes zu verringern, was dieBetriebsgeschwin- 
digkeit der Halbleitereinrichtung erhoht. 45 

Somit wird gemaB der achtzehnten bevorzugten Ausfiih- 
rungsform das elektrische Potential des Kanalbildungsberei- 
ches iiber den Korperbereich 234 und den Wannenbereich 
231 fixiert, und der vollstandige Trennb ereich 240 stellt eine 
vollstandige Trennung zwischen den DT-MOS-Transistor- 50 
bereichen 225 und 226 bereit. Daher wird ein sehr leistungs- 
fahiger DT-MOS-Transistor relativ einfach gebildet. Der 
Korperkontakt und der Gatekontakt konnen durch einen ge- 
meinsamen bzw. geteilten Kontakt ersetzt sein, der gemein- 
sam mit der Gateelektrode 233 und dem Korperbereich 234 55 
verbunden ist. 

Neunzehnte bevorzugte Ausfiihrungsform 

Fig. 94 ist eine Schnittansicht der Halbleitereinrichtung 60 
mit dem SOI-Aufbau gemaB einer neunzehnten bevorzugten 
Ausfiihrungsform. 

Wie in Fig. 94 gezeigt ist, sind in einem Transistorbil- 
dungsbereich 227, in dem ein Transistor mit einer relativ 
kleinen Gatebreite W gebildet werden soil, MOS-Transisto- 
ren gebildet, die jeweils einen Drainbereich 245, einen 
Sourcebereich 246, einen Kanalbildungsbereich 247, einen 
Gateoxidfilm 248 und eine Gateelektrode 249 aufweisen. 
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Der Teiloxidfilm 31 und der Wannenbereich 11 (12) stellen 
eine Teiltrennung zwischen den MOS-Transistoren bereit. 
Der voile Oxidfilm 32 trennt MOS-Transistoren vollstandig 
von den sie umgebenden Bereichen. 
5 Der Zwischenschichtisolierfilm 4 ist auf der gesamten 
Oberflache der SOI-Schicht 3 gebildet, die die MOS-Transi- 
storen in dem Transistorbildungsbereich 227 enthalt. Eine 
Verbindungsschicht 242 ist selektiv auf dem Zwischen- 
schichtisolierfilm 4 gebildet. Die Verbindungsschicht 242 ist 
10 elektrisch verbunden mit dem Drain- und Sourcebereich 245 
und 246 iiber Kontaktlocher 241. 

In einem Transistorbildungsbereich 228, in dem ein Tran- 
sistor mit einer relativ groBen Gatebreite W gebildet werden 
soil, sind MOS-Transistoren gebildet, die jeweils einen 
Drainbereich 255, einen Sourcebereich 256, einen Kanalbil- 
dungsbereich 257, einen Gateoxidfilm 258 und eine Gate- 
elektrode 259 aufweisen. Der Teiloxidfilm 31 und der Wan- 
nenbereich 11 (12) stellen eine Teiltrennung zwischen den 
Transistoren bereit. Der voile Oxidfilm 32 trennt die MOS- 
Transistoren vollstandig von den sie umgebenden Berei- 
chen. 

Der Zwischenschichtisolierfilm 4 ist auf der gesamten 
Oberflache der SOI-Schicht 3 gebildet, die die MOS-Transi- 
storen in dem Transistorbildungsbereich 228 enthalt Eine 
Verbindungsschicht 252 ist selektiv auf dem Zwischen- 
schichtisolierfilm 4 gebildet. Die Verbindungsschicht 252 ist 
elektrisch verbunden mit dem Drain- und Sourcebereichen 
255 und 256 iiber Kontaktlocher 251. 

Die Tiefe der Drain- und Sourcebereiche 245 und 246 in 
dem Transistorbildungsbereich 227 mit einer relativ gerin- 
gen Gatebreite W ist derart gesteuert, daB zumindest ein Teil 
einer Verarmungsschicht 243, die sich von dem Source/ 
Drain erstreckt, den vergrabenen Oxidfilm 2 in dem einge- 
bauten Zustand (bzw. Diffusionsspannungszustand) er- 
reicht, wodurch die Ubergangskapazitat verringert wird. Die 
Tiefe der Drain- und Sourcebereiche 245 und 246 kann der- , 
art gesteuert sein, daB sie den vergrabenen Oxidfilm 2 errei- 
chen. 

Andererseits ist die Tiefe der Drain- und Sourcebereiche 
255 und 256 in dem Transistorbildungsbereich 258 mit einer 
relativ groBen Gatebreite derart gesteuert, daB eine Verar- 
mungsschicht 253, die sich von dem Source/Drain erstreckt, 
nicht den vergrabenen Oxidfilm 2 in dem eingebauten Zu- 
stand (Diffusionsspannungszustand) erreicht, wodurch die 
Fixierung des elektrischen Potentials des Kanalbildungsbe- 
reiches 257 sichergestellt wird. 

Die zwei Typen der Drain-ZSourcebereiche in den Transi- 
storbildungsbereichen 227 und 228 werden durch Implantie- 
ren von Dotierungen bei unterschiedlichen Implantierungs- 
energien fur die Source-/Drainbildung oder durch Implan- 
tieren von Dotierungen mit unterschiedlichen Dosen fur 
eine NUDC (ungleichmaBig dotierte Kanal)-Bildung herge- 
stellt. 

Alternativ kann der Vorgang der Herstellung der zwei Ty- 
pen der Drain-/Sourcebereiche die Schritte des Bilden der 
Source-ZDrainbereiche mit einer Tiefe, die der Verarmungs- 
schicht nicht ermoglicht, den vergrabenen Oxidfilm 2 in 
dem Diffusionsspannungszustand zu erreichen, und danach 
zusatzlich nochmaliges Implantieren von Dotierungen der- 
art, daB nur die Source-/Drainbereiche in dem Transistorbil- 
dungsbereich 227 tiefer werden, aufweisen, 

Zwanzigste bevorzugte Ausfiihrungsform 

65 ErsteForm 

Fig. 95 ist eine Schnittansicht einer ersten Form der Halb- 
leitereinrichtung mit dem SOI-Aufbau gemaB einer zwan- 
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zigsten Ausfuhrungsform. Wie in Fig. 95 gezeigt ist, sind. 
n + -Bereiche 261 und 262 selektiv in der SOI-Schicht. 3 ge- 
bildet, die den vergrabenen Oxidfilm 2 auf dem Silizium- 
substrat 1 bedeckt. Ein Teiltrennbereich, der einen p~-Be- 
reich 263 und einen Oxidfilm 264 enthalt, ist zwischen den 5 
n^-Bereichen 261 und 262 vorgesehen. Die n + -Bereiche 
261, 262, der p~-Bereich 263 und der Oxidfilm 264 bilden 
einen Feldtransistor. Der Feldtransistor weist eine Struktur 
derart auf, daB ein Gateteil (ein Gateoxidfilm und eine Gate- 
elektrode) eines MOS^ransistors durch einen Oxidfilm er- 10 
setzt ist 

In der ersten Form der zwanzigsten bevorzugten Ausfuh- 
rungsform wird der Aufbau des Teiltrennbereich es, der den 
p~-Bereich 263 urid den Oxidfilm 264 enthalt, verwendet, 
um den Feldtransistor zu bilden. Der Feldtransistor ist an- 15 
wendbar auf eine Vorrichtung fiir eine Schutzschaltung und 
ahnliches. 

Der Gateteil des Feldtransistors gemaB der zwanzigsten 
bevorzugten Ausfuhrungsform ist grundsatzlich ahnlich im 
Aufbau zu dem Teiltrennbereich. Daher konnen der Gateteil 20 
und der Teiltrennbereich zur gleichen Zeit konstruiert wer- 
den, wodurch der Feldtransistor relativ leicht gebildet wird. 

Fig. 96 ist ein Schaltbild eines Eingangsteils einer Schal- 
tung, auf die Feldtransistoren an wendbar sind. Wie in Fig. 
96 gezeigt ist, weist ein Feldtransistor Q31 eine erste Elek- 25 
trode, die mit einem externen EingangsanschluB PI verbun- 
den ist, und eine zweite Elektrode, die mit Masse verbunden 
ist, auf. Ein Feldtransistor Q33 ist zwischen einer Stromver- 
sorgung und Masse verbunden. Der verbleibende Aufbau 
von Fig. 96 ist ahnlich zu dem, der in Fig. 66 gezeigt ist, und 30 
die Beschreibung davon wird hier ausgelassen. 

Somit dient der Feldtransistor Q31 als eine Schutzschal- 
tung zwischen dem externen EingangsanschluB PI und dem 
Massepegel und der Feldtransistor Q33 stellt einen parasita- 
ren Diodenweg zwischen der Stromversorgung und dem 35 
Massepegel bereit. 

Fig. 97 ist ein Schaltbild eines "Ausgabeteils einer Schal- 
tung, bei der die Feldtransistoren angewendet werden. Wie 
in Fig. 97 gezeigt ist, weist der Feldtransistor Q32 eine erste 
Elektrode, die mit dem externen AusgabeanschluB P4 ver- 40 
bunden ist, urid eine zweite Elektrode, die rnit Masse ver- 
bunden ist, auf. Ein Feldtransistor Q34 ist zwischen einer 
Stromversorgung und Masse verbunden. Der verbleibende 
Aufbau von Fig. 97 ist ahnlich zu dem, der in Fig. 67 ge- 
zeigt ist, und die Beschreibung davon wird hier ausgelassen, 45 

Somit dient der Feldtransistor Q32 als eine Schutzschal- 
tung zwischen dem externen AusgabeanschluB P4 und dem 
Massepegel, und der Feldtransistor Q34 stellt einen parasi- 
taren Diodenweg zwischen der Stromversorgung und dem 
Massepegel bereit. 50 

Die Feldtransistoren weisen bevorzugt einen NMOS-ahn- 
lichen Aufbau auf, wie in Fig. 95 gezeigt ist, aufgrund ihrer 
hohen Entladefahigkeit, aber ein PMOS-ahnlicher Aufbau 
kann auch verwendet werden, wobei in diesem Fall ein 
Feldtransistor zwischen einer Stromversorgung und dem ex- 55 
ternen EingangsanschluB PI verbunden sein sollte anstatt 
der Feldtransistoren Q31, Q32. 

Zweite Form 

60 

Fig. 98 ist eine Schnittansicht der zweiten Form der Halb- 
leitereinrichtung mit dem SOI- Aufbau gemaB der zwanzig- 
sten bevorzugten Ausfuhrungsform. Wie in Fig. 98 gezeigt 
ist, umgibt ein voller Oxidfilm 265 die n + -Bereiche 261 und 
262 und trennt so yollstandig die n^-Bereiche 261 und 262 65 
von den sie umgebenden Bereichen. Der verbleibende Auf- 
bau von Fig. 98 ist ahnlich zu dem der ersten Form, die in 
Fig* 95 gezeigt ist, und die Beschreibung davon wird hier 



ausgelassen. 

Die zweite Form, bei der der voile Oxidfilm 265 den ge- 
samten Feldtransistor umgibt, erzeugt groBe Effekte bei der 
Rauschentfernung und ahnliches. Femer kann, wenn der 
Feldtransistor als Schutzschaltung verwendet wird, die 
zweite Form zuverlassig einen parasitaren Strompfad zu an- 
deren Elementen verhindern. 

DritteForm 

Fig. 99 ist eine Draufsicht einer dritten Form der Halblei- 
tereinrichtung mit dem SOI- Aufbau gemaB der zwanzigsten 
bevorzugten Ausfuhrungsform. Eine Mehrzahl von n*-Be- 
reichen 261 und 262 sind abwechselnd angeordnet. Der 
Oxidfilm 264 und der p~-Bereich 263 stellen eine Teiltren- 
nung zwischen benachbarten n + -Bereichen 261, 262 bereit, 
und der voile Oxidfilm 265 trennt die n + -Bereiche 261, 262 
vollstandig von den sie umgebenden Bereichen. 

Die Mehrzahl von n + -Bereichen 261 sind gemeinsam mit 
einem VerbindungsanschluB Pll verbunden, und die Mehr- 
zahl von n + -Bereichen 262 sind gemeinsam mit einem Ver- 
bindungsanschluB PI 2 verbunden. Somit sind die Mehrzahl 
der n^-Bereiche 261 und 262, die in einer kammartigen An- 
ordnung angeordnet sind, elektrisch parallel verbunden und 
so wird die Entladefahigkeit davon erhoht. 

Modifikationen 

Die Tiefe der Source-/Drainbereiche (n + -Bereiche 261, 
262) des Feldtransistors muB nicht den vergrabenen Oxid- 
film 2 erreichen, kann jedoch derart gesteuert sein, daB es 
der Verarmungsschicht ermoglicht wird, den vergrabenen 
Oxidfilm 2 zu erreichen. 

Zus&tzliche Modifikationen 

Der Vorgang des Bewirkens, daB die Source-ZDrainberei- 
che den vergrabenen Oxidfilm erreichen, kann die her- 
kommliche Technik des Implantierens von Dotierungen aus- 
reichend tief, um die Source-ZDrainbereiche zu bilden, oder 
des Implantierens von Dotierungen, um eine tiefe Dotie- 
rungskonzentrationsspitze nach der Implantierung von Do- 
tierungen, um eine flache Dotierungskonzentrationsspitze 
zu erreichen, einschlieBen. 

Dieser Vorgang verfehlt jedoch das Vorsehen der Dotie- 
rungskonzentrationsspitze an einer flachen Position in dem 
Source-ZDrainbereich und einer Dotierungsverteilung, die 
tief genug ist, um sich durch die SOI-Schicht 3 zu erstrek- 
ken, wie in der ersten Form der vierzehnten bevorzugten 
Ausfuhrungsform, die in Fig. 85 gezeigt ist. 

Daher kann ein Verfahren des Implantierens von Dotie- • 
rungen mit einem Winkel nahe an 0° und bei einer ausrei- 
chend geringen Implantierungsenergie verwendet werden, 
um eine Dotierungskonzentrationsspitze an einer relativ fla- 
chen Position in der SOI-Schicht 3 vorzusehen, wie durch 
das Sezugszeichen LI von Fig. 100 gezeigt ist, wohingegen 
ein hinteres Ende des Profils, das von einem Kanaleffekt 
(channeling) resultiert, eine Dotierungsverteilung bereit- 
stellt, wie sie durch das Bezugszeichen L2 von Fig. 100 be- 
zeichnet ist, bei der sich die Dotierungen durch die SOI- 
Schicht 3 erstrecken bzw. bewegen und so den vergrabenen 
Oxidfilm 2 erreichen. 

Patentanspruche 

1. Halbleitereinrichtung mit einem SOI- Aufbau, der 
ein Halbleitersubstrat (1), eine vergrabene Isolier- 
schicht (2) und eine SOI-Schicht (3) auf weist, 
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wobei die Halbleitereinrichtung aufweist 
eine Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen 
(5-7), in denen vorbestimmte Einrichtungen entspre- 
chend gebildet werden sollen, wobei die Mehrzahl von 
Einrichtungsbildungsbereichen (5-7) in der SOI- 5 
Schicht (3) vorgesehen sind, 

zumindest einen Trennbereich (31-33), der in der SOI- 
Schicht (3) zum isolierenden Trennen der Mehrzahl . 
von Einrichtungsbildungsbereichen (5-7) voneinander 
vorgesehen is t, und 10 
einen Korperbereich (10, 20), der in der SOI-Schicht 
(3) vorgesehen ist und in der Lage ist, extern ein elek- 
trisches Potential zu fixieren, 

wobei zumindest ein Teil des zumindest einen Trenn- 
bereiches (31-33) einen Teil trennbereich enthalt, der 15 
einen Teilisolierbereich (31), der in einem oberen Teil 
des Teiltrennbereiches gebildet ist, und einen Halblei- 
terbereich (11, 12), der in einem unteren Teil des Teil- 
trennbereiches gebildet ist, aufweist, 
wobei der Halbleiterbereich (U, 12) als ein Teil der 20 
SOI-Schicht (3) dient und in Kontakt mit zumindest ei- 
nem der Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen 
(5-7) und dem Korperbereich (10, 20) gebildet ist. 

2. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, 

bei der die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsberei- 25 
chen (5-7) eine Mehrzahl von ersten Einrichtungsbil- 
dungsbereichen fur eine erste Einrichtung und eine 
Mehrzahl von zweiten Einrichtungsbildungsbereichen 
fiir eine zweite Einrichtung aufweisen, 
wobei der zumindest eine Trennbereich weiter einen 30 
vollstandigen Trennbereich (32; 33, 29) aufweist, der 
einen vollstandigen Isolierbereich aufweist, der sich 
durch die SOI-Schicht (3) erstreckt, 
und wobei der Teiltrennbereich einen ersten und einen 
zweiten Teiltrennbereich aufweist, und 35 
wobei die Mehrzahl von ersten Einrichtungsbildungs- 
bereichen voneinander getrennt sind durch den ersten 
Teiltrennbereich, die Mehrzahl von zweiten Einrich- 
tungsbildungsbereichen voneinander durch den zwei- 
ten Teiltrennbereich getrennt sind und die Mehrzahl 40 
von ersten Einrichtungsbildungsbereichen und die 
Mehrzahl von zweiten Einrichtungsbildungsbereichen 
voneinander durch den vollstandigen Trennbereich ge- 
trennt sind. 

3. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, 45 
bei der die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsberei- 
chen (5— 7) eine Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbe- 
reichen fur eine erste Schaltung und eine Mehrzahl von 
Einrichtungsbildungsbereichen fiir eine zweite Schal- 
tung aufweisen und 50 
bei der die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsberei- 
chen fiir die erste Schaltung voneinander durch einen 
vollstandigen Trennbereich getrennt sind, der sich 
durch die SOI-Schicht (3) erstreckt, und die Mehrzahl 
von Einrichtungsbildungsbereichen fiir die zweite 55 
Schaltung voneinander durch den Teiltrennbereich ge- 
trennt sind. 

4. Halbleitereinrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 3, 

bei der die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsberei- 60 
chen einen Einrichtungsbildungsbereich fiir eine vor- 
bestimmte Schaltung und einen Einrichtungsbildungs- 
bereich fur eine andere Schaltung als die vorbestimmte 
Schaltung aufweisen und 

bei der der Einrichtungsbildungsbereich fur die vorbe- 65 
stimmte Schaltung und der Einrichtungsbildungsbe- 
reich fur die andere Schaltung als die vorbestimmte 
Schaltung voneinander durch einen vollstandigen 



Trennbereich getrennt sind, der sich durch die SOI- 
Schicht (3) erstreckt. 

5. Halbleitereinrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, bei der der zumindest eine Trennbereich eine 
Mehrzahl von Trennbereichen aufweist und zumindest 
einer der Mehrzahl von Trennbereichen eine vorbe- 
stimmte Breite aufweist und sich im wesentliehen 
senkrecht zu einer Oberflache des Halbleitersubstrates 
erstreckt. 

6. Halbleitereinrichtung mit einem SOI-Aufbau, der 
ein Halbleitersubstrat (1), eine vergrabene Isolier- 
schicht (2) und eine. SOI-Schicht (3) aufweist, 
wobei die Halbleitereinrichtung eine Mehrzahl von 
Einrichtungsbildungsbereichen (5-7),. in denen vorbe- 
stimmte Einrichtungen entsprechend gebildet werden 
sollen, wobei die Mehrzahl von Einrichtungsbildungs- 
bereichen (5-7) in der SOI-Schicht (3) vorgesehen 
sind, 

zumindest einen Trennbereich (4), der in der SOI- 
Schicht (3) vorgesehen ist zum isolierenden Trennen 
der Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen 
(5-7) voneinander, und 

einen Korperbereich (80, 86-88), der in der Lage ist, 
ein elektrisches Potential extern zu fixieren, aufweist, 
wobei der Korperbereich (80, 86-88) in Kontakt mit ei- 
ner von der oberen pder unteren Oberflache von zumin- 
dest einem der Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbe- 
reichen (5-7) gebildet ist. 

7. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, bei der 
zumindest ein Teil des zumindest einen Trennbereiches 
weiter einen kombinierten Trennbereich (33, 29) auf- 
weist, der den Teiltrennbereich und einen vollstandigen 
Isolierbereich, der sich durch die SOI-Schicht (3) er- 
streckt, aufweist, 

wobei der Teiltrennbereich und der vollstandige Iso- 
lierbereich miteinander kontinuierlich ausgebildet 
sind. 

8. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 7, bei der der 
Teiltrennbereich eine flache und gleichmaBige obere 
Oberflache aufweist. 

9. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 7, bei der der 
Halbleiterbereich des kombinierten Trennbereiches 
eine Dicke (TB) aufweist, die nicht groBer ist als die 
halbe Dicke (TA + TB) der SOI-Schicht (3). 

10. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 7, bei der der 
vollstandige Isolierbereich des kombinierten Trennbe- 
reiches eine Breite (WC) aufweist, die nicht groBer ist 
als die halbe Breite (BD) des kombinierten Trennberei- 
ches. 

1 1 . Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1 , bei der 
der zumindest eine Trennbereich weiter einen vollstan- 
digen Trennbereich (114, 115, 110) mit einem vollstan- 
digen Isolierbereich, der sich durch die SOI-Schicht (3) 
erstreckt, aufweist, 

bei der die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsberei- 
chen einen Eingabe/Ausgabe-NMOS-Transistorbil- 
dungsbereich (106) und einen Eingabe/Ausgabe- 
PMOS-Transistorbildungsbereich (116), die zueinan- 
der benachbart angeordnet sind, aufweisen, und 
bei der der vollstandige Trennbereich zumindest in der 
Nahe einer Grenze zwischen dem Eingabe/Ausgabe- 
NMOS-Transistorbildungsbereich (106) und dem Ein- 
gabe/Ausgabe-PMOS-Transistorbildungsbereich (116) 
gebildet ist. 

12. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 11, 

bei der die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsberei- 
chen weiter einen intemen Schaltungsbildungsbereich 
(190, 180) aufweisen, der benachbart zu einem von 
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dem Eingabe/Ausgabe-NMOS-Transistorbildungsbe- 
reich (106) und dem Eingabe/Ausgahe-PMOS-Transi- 
storbildungsbereich (116) angeordnet ist, und 
bei der der vollstandige Trennbereich (110) weiter in 
der Nahe einer Grenze zwischen dem intemen Schal- 5 
tungsbildungshereich (190, 180) und einem von dem 
Eingabe/Ausgabe-NMOS-Transistorbildungsbereich 
(106) und dem Eingabe/Ausgabe-PMOS-Transistorbil- 
dungsbereich (116), der benachbart zu dem internen 
Schaltungsbildungsbereich (190, 180) angeordnet ist, 10 
gebildet ist. 

13. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, bei der 
der zumindest eine Trennbereich weiter einen vollstan- 
digen Trennbereich (120) aufweist, der einen vollstan- 
digen Isolierbereich aufweist, der sich durch die SOI- 15 
Schicht (3) eirstreckt, 

wobei die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsberei- 
chen einen NMOS-Transistorbildungsbereich (126) 
und einen PMOS-Transistorbildungsbereich (136), die 
zueinander benachbart sind, aufweisen, 20 
wobei der vollstandige Trennbereich (120) in einem 
vollstandigen Trennbereichsbildungsort gebildet ist, 
der innerhalb des PMOS-Transistorbildungsbereiches 
(136) in der Nahe einer Grenze zwischen dem NMOS- 
Transistorbildungsbereich (126) und dem PMOS-Tran- 25 
sistorbildungsbereich (136) angeordnet ist, und 
wobei der Teiltrennbereich (127, 137) den NMOS- 
Transistorbildungsbereich (126) und den PMOS-Tran- 
sistorbildungsbereich (136) umgibt mit Ausnahme in 
dem vollstandigen Trennbereichsbildungsort. 30 

14. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, 

bei der die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsberei- 
chen einen Transistorbildungsbereich eines ersten Lei- 
tungstyps aufweisen, wobei der Teiltrennbereich einen 
peripheren Teiltrennbereich aufweist, der den Transi- 35 
storbildungsbereich umgibt, und 

bei der der Korperbereich einen peripheren Korperbe- 
reich eines zweiten Leitungstyps aufweist, der den pe- 
ripheren Teiltrennbereich umgibt. 

15. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, bei der 40 
die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen ei- 
nen MOS-Transistorbildungsbereich aufweisen, und 

bei der der Korperbereich einen Sourcenebenkorperbe- 
reich (156) aufweist, der benachbart zu einem Source- 
bereich (154) des MOS-Transistorbildungsbereiches 45 
angeordnet ist, 

wobei die Halbleitereinrichtung ferner aufweist 
einen Einstellbereich (158, 160) eines elektrischen Po- 
tentials, der gemeinsam verbunden ist mit dem Source- 
bereich (154) und dem Sourcenebenkorperbereich 50 
(156). 

16. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, 

bei der der Halbleiterbereich des Teiltrennbereiches ei- 
nen ersten und einen zweiten Teilhalbleiterbereich auf- 
weist, und 55 
bei der die Dotierungskonzentration des ersten Teil- 
halblekerbereiches (174, 175; 206, 207) groBer ist als 
die des zweiten Teilhalbleiterbereiches (176; 204, 205). 

17. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, 

bei der die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsberei- 60 
chen einen MOS-Transistorbildungsbereich eines er- 
sten Leitungstyps aufweisen und der Halbleiterbereich 
des Teiltrennbereiches einen Bereich eines zweiten 
Leitungstyps aufweist und 

bei der eine Spitze der Dotierungskonzentration des 65 
Haibleiterbereiches (182) des Teiltrennbereiches defer 
von einer Oberflache der SOI-Schicht (3) liegt als eine 
Spitze der Dotierungskonzentration eines Drain-/Sour- 



cebereiches (183, 184), der in Kontakt mit dem Halb- 
leiterbereich in dem MOS-Transistorbildungsbereich 
gebildet ist. 

18. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, bei der 
die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen ei- 
nen MOS-Transistorbildungsbereich aufweisen und 
bei der eine Spitze der Dotierungskonzentration eines 
Kanalbildungsbereiches (187) des MOS-Transistorbii- 
dungsbereiches tiefer von einer Oberflache der SOI- 
Schicht (3) liegt als eine Spitze der Dotierungskonzen- 
tration des Haibleiterbereiches (182) des Teiltrennbe- 
reiches. 

19. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1 , bei der der 
Teiltrennbereich einen Oberflacheneckteil und einen 
Bodeneckteil aufweist, wobei der Bodeneckteil einen 
groBeren Krummungsradius aufweist als der Oberfla- 
cheneckteil. 

20. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 7, 

bei der der Teilisolierbereich des kombinierten Trenn- 
bereiches einen Bodeneckteil und einen gestuften Teil, 
der zwischen dem vollstandigen Isolierbereich und 
dem Teilisolierbereich definiert ist, aufweist, 
wobei der gestufte Teil einen Krummungsradius auf- 
weist, der kleiner ist als der des Bodeneckteiles. 

21. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, bei der 
der zumindest eine Trennbereich weiter einen vollstan- 
digen Trennbereich (210) mit einem vollstandigen Iso^ 
lierbereich, der sich durch die SOI-Schicht (3) er- 
streckt, aufweist, 

wobei die Halbleitereinrichtung weiter aufweist 
ein Induktionselement (199), das in einem Induktions- 
bildungsbereich, der in einem oberen Teil der SOI- 
Schicht (3) liegt, gebildet ist, 

wobei der vollstandige Trennbereich unterhalb des In- 
duktionsbildungsbereiches gebildet ist. 

22. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, bei der 
die Mehrzahl von Einrichtungsbildungsbereichen ei- 
nen MOS-Transistofbildungsbereich (225, 226) auf- 
weisen und 

der Korperbereich (234) einen mit einem Gate verbun- 
denen Korperbereich aufweist, der elektrisch mit einer 
Gateelektrode (235) eines MOS -Transistors verbunden 
ist, der in dem MOS-Transistorbildungsbereich gebil- 
det ist, und 

wobei der Teiltrennbereich (230) den MOS-Transistor- 
bildungsbereich umgibt. 

23. Halbleitereinrichtung mit einem SOI-Aufbau, der 
ein Halbleitersubstrat (1), eine vergrabene Isolier- 
schicht (2) und eine SOI-Schicht (3) aufweist, 

wobei die Halbleitereinrichtung aufweist 
einen Einrichtungsbildungsbereich (128), in dem eine 
vorbestimmte Einrichtung gebildet werden soil, wobei 
der Einrichtungsbildungsbereich in der SOI-Schicht 
(3) vorgesehen ist, und 

einen peripheren Trennbereich, der in der SOI-Schicht 
(3) vorgesehen ist und der den Einrichtungsbildungsbe- 
reich (128) umgibt, 

wobei der periphere Trennbereich einen Teiltrennbe- 
reich (149) enthalt, der einen Teilisolierbereich, der in 
einem oberen Teil des Teiltrennbereiches (149) gebil- 
det ist, und einen Halbleiterbereich, der in einem unte- 
ren Teil des Teiltrennbereiches (149) gebildet ist und 
als ein Teil der SOI-Schicht (3) dient, aufweist, 
wobei der Halbleiterbereich in Kontakt mit dem Ein- 
richtungsbildungsbereich gebildet ist und schwebend 
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